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FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - ITI/UNED Curso 93/94

INFORMATICADE SISTEMAS : Febrero (NACIONAL) - PRUEBA PERSONAL
Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO A 1* VUELTA
Notas: EXCEPTO CALCULADORA NO SE PERMITE EL USO DE MATERIALALGUNO POR EL ALUMNO,

REPARTO DE TIEMPOS Y PUNTOS: 0,6 PUNTOS (5 MINUTOS) POR PREGUNTA DE TEQRIA (T) Y
1 PUNTO (15 MINUTOS) POR PREGUNTA PRACTICA (P). CADA RESPUESTA ERRONEA IMPLICA
UNA PUNTUACION NEGATIVAIGUAL A LA MITAD DEL VALORDE LA PREGUNTA.

CODIGOS A INTRODUCIR EN LA HOJA DE LECTURAOPTICA:

- CARRERAINFORMATICA,ESPECIALIDADSISTEMAS: 40
---- ASIGNATURAELEMENTOS DE FISICA PARA INFORMATICA: 105
T1) La expresion "frecuencia de trabajo”™ de un inversor digital se define como...

A) ...el tiempo que transcurre entre dos flancos consecutivos de subida o dos de bajada,

B) ...1a inversa del tiempo que transcurre entre dos flancos consecutivos de subida o dos de bajada,
C) ...la inversa del tiempo de subida,

D) ...1a inversa del tiempo de bajada.

T2) Un diodo constituido por una unién PN, polarizado positivamente, se comporta como...

A} ...un circuito abierto,

B) ...una resistencia de un valer muy elevado,
C) ...una resistencia de un valor reducido,

D) Todas las contestaciones anteriores son falsas.

T3) La saturacién de un material ferromagnético en el aumento de la induccién B, cuando se incrementa el

campo H por encima de un determinado valor, se debe a que:

A) los momentos orbitales atdmicos se desorientan,

B) se alcanza el valor de saturacion de la magnetizacion M,
() decrece la permeabilidad del vacio g,

D) el campo coercitivo se opone al crecimiento de B,

T4) En un circuito R C serie que se carga con una tensién de 10 V la tensidn alcanzada en un determinado
instante es de 4,5 V. En dicho instante se cambia la fuente de 10 V por otra de 20 V de la misma polari-

dad. La tensién del condensador cambia en ese instante a:

A9V,

B) 20V,

C) permanece constante,
D) 15 V.

T5) El término L de la cxpresién L=¢, /I, se denomina coeficiente:

A} de induecién mutua incremental,
B} de induccion,

C) de induccién mutua,

D) de autoinduccién,

(CONTINUA EN LAPAGINASIGUIENTE > > > > > >>>>>>> >



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - ITI/UNED Curso 93/94

INFORMATICADE SISTEMAS Febrero (NACIONAL) - PRUEBA PERSONAL
Tiempo Total;: 2 HORAS EXAMENTIPO A 1* VUELTA
T&) El trabajo debido a la fuerza magnética ejercida por un campo magnético sobre una particula cargada en

movimiento con velocidad constante es:

A) gvBlL,
B) qvBP,
C) cero,
D) ninguna de las anteriores.

T7) En los semiconductores, los Jugares libres que dejan los electrones en la banda de valencia se denominan:

A) iones positivos,
B) iones negativos,
C) huecos,

D) positrones.

T8) Cite en cuales de los siguientes dieléctricos la susceptibilidad y la permeabilidad eléctricas dependen de la
direccion y sentido del campo eléctrico:

A) Isétropos,
B} Anisétropos,
C) Lineales,
D) No lineales.

T9) El potencial eléctrico es:

A) directamente proporcional a la carga y directamente proporcional a la distancia,
B} inversamente proporcional a la carga y directamente proporcional a la distancia,
C) directamente proporcional a la carga e inversamente preporcional a la distancia,
D) inversamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia.

T1) La capacidad equivalente en la asociacion de condensadores serie (Cg) y paralelo (C;) es:

A C=C, +C+..4Cy # Cp =C, +C, +...4Cy

B) 1/Cs = U/C, + 1/C, +...41/Cy // Cp=C, + C, +...4C,,,
C)C =C, +C, +..4Cx #/ 1Cp, = 1C, + UC, +...+1/Cy,

D) 1/Cs = 1/C, + 1/C, +..4Cy /I 1/Cp = 1IC, + 1IC, +...+1/Cy.

P11) Calcule el campo eléctrico en el vértice de un triingulo sitvado en (1,2), debido a las cargas eléctricas
situadas en los otros dos vértices, de valores: q; = q, situada en (0,0) y 4, = q, situada en (2,0).

A) E = u,g/(5¥57¢),
B) E = - u,q/(5V57¢,),
C) E = u,g/(5¥57¢,),
D) E = - ug/(5¥57¢,).

Il

{CONTINUA EN LA PAGINASIGUIENTE > > > > >>> 5> > 2> > 2> 0>



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - ITI/UNED Curso 93/94
INFORMATICADE SISTEMAS Febrero (NACIONAL) - PRUEBA PERSONAL

Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO A 1* VUELTA

P13)

Pi4)

El transistor de la figura, de parémetro £=100,alimenta una carga de 1 kQ a partir de una baterfa de 15V.
Calcular la potencia disipada por el transistor en los dos casos siguientes: a) Ug=0V, b) Ug=30V.

A) a) P=1W;Db) P=1,5W,

B) a) P=0,0W;b) P=20mW,
C) a) P=0,3W;b) P=2,5mW,
D) a) P=0,0W;b) P=0,21mW.

12E0K l : a1

Ue

——— —
- -

En el circuito de la figura y en el instante t = O se cierra el interruptor I1 mientras el 12 permanece abierto.
En el instante t; = 10 us se cierra 12 ¢ 11 se abre. Calcular el valor de i para t; = 10 ps y para t, = 25 ps.

A) i(t,)=43,2 mA; i{t;)=9,64 mA, _j}, L i
B) i(t)=86,4 mA; i(;}=19,28 mA, Lo .
C) i(t,)=86,4 mA; i(t,)=153,26 mA, RL
D) i(t)=43,2mA,; i()=-0,531 mA. 12
Y i(t,)=43,2 mA; ity 53 Lov i
rR2
lea
_T
Los valores de E, y R, del circuito equivalente Thevenin del circuito (1k = 1kQ) de la figura son:
O
A3V Y 2,3kQ, 1k Pl
B) 12V y0ag, -
Cy2VvVylke, — N b
sv
D) 22 Vy2kq. — -




Soluciones a los exdmenes de Fisica (I nfor matica de Sistemas)
1993-94

Febrero 94 — 12 Vuelta

T1) B) Pag. 75 (UD3) T2) D) Pag. 34 (UD3) T3) B) Pag. 246 (UD2)
T4) C) Cambiacon €l tiempo pero no instantaneamente.

T5) D) Pag. 218 (UD2) T6) C) Pag. 183 (UD2) T7) C) Pag. 23 (UD3)
T8) B) Pag. 75 (UD1) T9) C) Pag. 38 (UD1) T10) D) Pag. 95/96 (UD1)

P11) C) Eslaunica solucién que se adapta, en direcciony
sentido ala suma vectorial de los campos creados por las cargas.

P12) ??) Con Ug =0V € transistor esta en corte y apenas hay
paso de corriente por €l transistor. Por o tanto P(Corte) = 0,0 W
Con Ug =30V 15=(30-0,7)/100K = 0,293mA..
Si estuviese en activa: 1= 100.0,293= 29,3mA ; y lacaidade
potencial en laresistenciadel colector seria: V = 29,3m.1k=29,3V.
Este valor no es posible(mayor que 15 V). El transistor esta
en saturacion y: lg= (15-0,2)/1k= 14,8 mA
Ps =0,293m.0,8 = 0,2344mW ; Pce=0,2.14,8 = 2,96 mW ; P(Sat)= 0,293+2,96=3,253 mW

PRA Vo, Bk 10 _((@00+100)/ ) s
'(t)=?{1—e (%) j='(t):m- 1-e ( 10 j =43,2mA

it = i(t).[e_(%)tj i) = 43,5.10-3{9‘(10%03)15'105J —9,64mA

P14) C) Aplicando las 22ley de Krichoff ala malla més exterior tenemos que:

8+6+6 =2kl ; + 1kl ; + 1kl ; — 11 =5mA — E0 = 6+6-5m.2k = 2V

Si eliminamos las baterias del circuito, |a resistencia equival ente vista desde |os dos puntos
de conexion cumple que:

YVRo=1/(1+1) +1/2=1 —» Ro=1Q



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - ITI/UNED . Curso 93/94
INFORMATICA DE SISTEMAS Febrero (NACIONAL) - PRUEBA PERSONAL

Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO C 28 YUELTA

Notas: EXCEPTO CALCULADORA, NO SE PERMITE EL USO DE MATERIAL ALGUNO POR EL ALUMNO.
REPARTO DE TIEMPOS Y PUNTOS: 0,6 PUNTOS (5 MINUTOS) POR PREGUNTA DE TEORIA (T) Y
1 PUNTO (15 MINUTOS) POR PREGUNTA PRACTICA (P), CADA RESPUESTA ERRONEA IMPLICA
UNA PUNTUACION NEGATIVA 1GUAL A LA MITAD DEL VALOR DE LA PREGUNTA.
CODIGOS A INTRODUCIR EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA:
~=- CARRERA INFORMATICA, ESPECIALIDAD SISTEMAS: 40
- ASIGNATURA ELEMENTOS DE FISICA PARA INFORMATICA: 105
T1) Sea Ja [uerza electrostitica que se crea entre dos cargas, su sentido ...
A) es atractivo entre las cargas, si éslas son del mismo signo,
B) es atractivo entre las cargas, si éstas son de distinto signo,
) s6lo depende de las cargas y no del signo de éslas,
D) no depende de lus cargas ni del sentido de éstas.
T2) Caleule la permitividad ¢léctrica del vidrio, subiendo que la del vacio es ¢, = 8,854.10" F/m y la suscepti-
bilidad eléctrica del vidrio ¢s 3.
A) 53,124.10™ F/m,
B) 44,27.10" F/m,
C) 1,771.20"” F/m,
D) 1,476.10"? F/m.
T3) El Faradio es lu unidad de capucidad en el sisicma internacional. Submiliiplos del Faradio son:
A) uF=10"FypF=10"F,
B) uF = 10 *FypF = 10 F,
C) uF=10°*FypF=10"F,
D) uF = 10*FypF = 10 ? F,
T4) Un campo de tipo conservativo es gencrado, por ejemplo, por:
A) una pila,
B) una célula solar,
C) un condensador cargado,
D) una bateria.
T5) <Qué se entiende por momento dipolar magnético de una espira?;

A) m=Id"n,
B) m=IBEn,
C) m=qvBdn,
D) m=gvdn.

(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE >>>3>>3>3>3>>>> > >)



FUNDAMENTOQS FISICOS DE LA INFORMATICA - ITI/UNED Curso 93/94
INFORMATICA DE SISTEMAS Febrero (NACIONAL) - PRUEBA PERSONAL

Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO C 28 YUELTA

T7)

T8)

T9)

Los conductores en los que, al aplicar un campo eléctrico, se mueven electrones ¢ jones, se denominan:

A) plasmas,

B) metales,

C) electrolitos,

D} semiconductores.

En un circuito L R serie que se conecta a una fuente de tensién continua de 5 V la intensidad tarda 1 ms
en subir a 1 A. Alcanzada la intensidad final, que es de 2 A, se cortocircuita la bobina sobre una resistencia
R’ = R/2, mientras queda aislada del resto del circuito, La intensidad tarda en disminuir de 2 A 2 1 A:

A) 1 ms,
B) 2 ms,
C) 0,5 ms,

D) JZ ms.

Indique cual de estas expresiones es correcia. " En una unién PN no cerrada externamente por circuito

alguno...

A) ..Ja difcrencia de concentraciones de huecos y de electrones origina una corriente de difusién que impe-
le a los portadores mayoritarios de cada ludo a pasar al otro”,

B) ... se establece una zona de Lransicidn, que engloba a la unién, que queda vaciada de cargas portadoras
con gran movilidad, origindndose un potencial de unién’,

C) .. se establece una densidud de carga en la unidn, positiva en la zona N y negativa en la zona P del

semiconductor”,
D) Son verduderas todas lus respuestas.

El ticmpo de subida de un inversor ideal se define como...

A} ... el tiempo que (ranscurre en pasar de cero a uno,
B) ... el tiempo que transcurre entre pasar def 10% al 90 % del incremento de nivel de tensién que separa

el "cero” del "una’,
C) ... el tiecmpo que transcurre cntre pasar del 4092 al 60 % del incremento de nivel de tensién que separa

el "cero” del "uno’,
D) Ninguna de las tres contestaciones anleriores es valida.

{CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE >>>>>>> 35> 55 5)



FUNDAMENTOQS FISICOS DE LA INFORMATICA - ITI/UNED . Curso 93/94
INFORMATICA DE SISTEMAS Febrero (NACIONAL) - PRUEBA PERSONAL

Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO C ; 2 VUELTA

P11)

P12)

P13)

P14)

El vector magnctizacion M de un material se define como:

A) lim AB

Av-0 AV’
B) u H,

lim my
© Av=0 "o

D) Vector de campo magnélico dividido por la corriente amperiana gue lo produce.

Se dispone de cuatro cargas ocupando los 4 vértices de un cuadrado de d metros de lado. Las esquinas
superior izquierda e inferior derecha estin ocupadas por una carga de valor g, mientras que las otras dos lo
estdn por una de valor -q. Calcule la encrgia electrostitica de la distribucién. (No se debe tener en cuenta

la energia propia de las cargas).

A) W, = 0.21¢%/(c,d),
B) W, = 05¢°/(c,d),
C) W, = -05q"/(e.d),
D) W, = - 0,21g%/(e.d).

Un diodo rectificador alimenta una carga resistiva de 22 £ a partir de una bateria de 12 V. Si el circuito
equivalente del diodo es una resisiencia de 0,8 @ y una bateria de 0,6 V, se pide calcular:

a) caida de tensidn en el diedo

b) potencia disipadd por ¢l mismo.

A)U,= 06V, P,= 03 W,
B) U,= 1,0 V; P,= U5 W,
C)U,= 0,4 V; P,= 02 W,
D) U,= 1,1V, P,= 1W.

Una resistencia de 10 €] en puaralelo con uns bobina de 15 mH estdn alimentadas con una fuente de tension
alierna de 220 'V, 50 Hz. Calculur lu potencia activa P y la potencia reactiva @ consumidas.

AP = 26 W; Q = -45 VA,
B) P = 1213 W; Q = 1.514 VA,
C)P = 4840 W; Q = -10.276 VA,

D) P = 4840 W; Q = 10276 VA.

Con seis resistencias de 30 kf2 sc¢ forman dos conjuntos, uno serie y otro paralelo, de tres resistencias cada -
uno. Al asociar en seriec ambos conjuntos el valor de la resistencia equivalente es:

A) 100 k€2,
B) 300 k2,
C) 30 k0,

D) 23,3 ki,



Febrero 94 — 22 Vuelta

T1) B) Pag. 75 (UD3)

T2) A) €= (1+I1g)eo = (1+5).8,845.10%

T3) B) Pag. 89 (UD1)

T4) C) Pag. 133 (UD1) Por eliminacion.

T5) A) Pag. 187 (UD2)

T6) A) Pag. 119 (UD1)

T7) C) Laconstantedetiempo esR/L . Como R’ = R/2, se disminuye alamitad dicha
constante. Ahora necesitamos el doble de tiempo(t’) paraque exp[(-R’/L).t'] =0,5

T8) D) Pag. 30-31 (UD3)

T9) B) Pag. 23 (UD1)

T10) C) Pag. 234 (UD2)

Pll) D) We=1- (ql.V]_ + qZ.Vz + CI3.V3 + CI3.V3) =
= Yo{ q[k(-g/d) + k(-g/d) + k(g/v2d)] + (-g).[k(a/d) + k(-g/N2d) + k(a/d)] +
+ (-0).[k(a/d) + k(-g/N2d) + k(a/d)] + a.[k(a/v2d) + k(-g/d) + k(-g/d)] =
=-1%4 (kg¥d).(2 - 1/\/2) =-1/2.4. ((PF/4ned).(2 - JJ\/Z) =-0,20580%¢qd

P12) B) 1=(12-0,6)/228=0,5A ; V=0,6+0,805=10V ;P=V.[=1,005=05W

P13) D) Z:=R=10; Z,= X,i = 15.10°.2B.50i = 4,712i ; Y;=1/10=0,1 ;
Y,=1/4,712i =-0,2122i ;Y =Y1+Y,=0,1-0,2122i ; Z=1/Y =1,817+3,856i ;
|Z]2=1,8172+3,8562 — |Z|=4,26% ; 2 = Arg(Z) = arctan(3,856/1,817) = 64,77°
| =V/|Z|=51,64 ; P=V..cos2 =4842W ; Q=V.l.sin2 =10277 VA

P14) A) Rizz=R1+Ry;+R3=90kQ 1/Rss6=1Rs+ 1/Rs+ 1/Rg =3/30=0,1 kOt >
Russ=10kQ ; R =R+ Ruse =100 kQ



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA- IT/UNED

INFORMATICADE SISTEMAS
Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMEN TIPO A

Curso 93/94
Septiembre - PRUEBA PERSONAL
ORIGINAL

Notas:

EXCEPTO CALCULADORANO SE PERMITE EL USO DE MATERIALALGUNO POR EL ALUMNO.
PUNTUACION: 0.7p, PREGUNTA TEORICA (T); 0,8p, PREGUNTA PRACTICA (P); RESPUESTA ERRONEA,
PUNTUACION NEGATIVAIGUAL A LA MITAD DEL VALORDE LA PREGUNTA.

RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA ,40; ASIGNATURA,105

T

T2)

T3}

T4)

T5)

T6)

™

T8}

Dado un circuite formado por los condensadores Cl1, €2 y €3,
calcwle la capacidad equivalente del circuito si C2 y C3 estin
conectados en serie, y su conjunto en paralelo con C1.

A) Gy =C +C, +C4

B) €, =(C,.C; + C1.G + C.CHHC; + C; + Cy)

C) G, =(C,.C +C .G+ Co.CYNC; + Cy)

D) Cpp = {C.C; + C G5 Cp.CPNCy + C3)

El trabajo del campo para trasladar upa carga de un pumto a

otro depende de:

A) ditectamente de )z carga a mrasladar y directamente de la
diferencia de potencial eatre fos puntos.

B) inversamente de la carga a ftrasladar y directamente de fa
diferencia de potencial entre los puntos.

) directamente de la carga a trasladar e inversamente de la
diferencia de potencial entre fos puntos.

D) inversamente de la carga a trasladar e inversamente de la
diferencia de potencial entre los puntos.

A la variacién temporal del vector I en un campo electromagné-
tico se le denomina corriente de:

A) conduccion,

B) conveccién,

C) polarizacién,

D) desplazamiento.

¢En que circuitos se puede aplicar el principio de superposicién?,
A) en todos,

B} en aquellos sin elementos no lineales,

) en aquellos sin fuentes de corriente,

D) ninguna de las anteriores.

En e} caso de un circuito zislado filiforme con inductancia L, la
expresién de su energfa magnética es de la forma:

A) W, =LE,
B) W, = LI%2,
C)W,_ =1LP,
D) W,, =L

;Qué tipo de transistores poseen la tecnologia de fabricacion que

permite una mayer capacidad de integracion?

A) los transistores de unidn npn,

B) los transistores de umnién pnp,

C) los transistores MOSFET,

D) los tres anteriores poseen aproximadamente la misma capaci-
dad de integracidn.

Un diodo luminoso se alimenta con una pila de 12 V y una resis-
tencia limitadora de 1kt El diodo tiene una tensién umbral de
conduccidn de 1,5V y una resistencia equivalente serie de 50Q.
Calcular la caida de tensién y la potencia disipada por el diodo.
A)Ud= 2,1V y Pd= 24,98 mW

B} Ud= 2 V y Pd= 20 mW

CyUd= 1,5V yPd= 15 mW

D Ud= 1,5V y Pd= 20 mW

Un im4n permanente es un material que, en ausencia de solenoi-
des poriadores de corriente, presenia:
A) Un campo exterior H=0.

B) Una relacidn % =l igual en el interjor y en el exterior,

) Una induccién B = oo en ¢l interiot,
D} Una imanacién interior Mw () .

T9)

T10)

T11)

T12)

P13)

Pl4)

Un circuito L R serfe se conecta 3 una fuente de tensién de 10V
y la intensidad crece hasta 1 A. Se cambia la bobina por otra de
inductancia L’ = 2 L. La intensidad crecerd hasta:

Ay 0L5A,

B) 1A,

C) 24,

D)ﬁ.&.

Calcular el médule y el argumento de la impedancia de una rama
compuesta por dos impedancias en serie:
Z,=10+20iyZ, =4 +3j

AZ =123 8 =-54°
B) Z = 12,3 8 =242°
C)Z =269 8 = -58,7°
D) 2 =269 8 = 58,7°

Calcule el dismetro de una esfera aislada para que su capacidad
sea de 1 gF, siendo el dieléctrico empleado el vacio

(e, = 8,854.10"2F/m).

A) 1,7976m,

B) 17,976m,

) 17.976m,

D) 17%.760m.

El transistor de la figura alimenta una carga de 1000 a partir de
una baterfa de 15 V. Sabiendo que la caida de tensidn Upe ¢n
saturacién es de 300 mV, calcylar la potencia disipada por €l en
los supuestos siguientes:

a) transistor al corte, b) transistor en saturacién

A) Poore= 0.1 Wy Pgup= 1,5kW a
B} Poorre= 0.1 W ¥ Pour= 1w 120
€) Peorre= 0.0W y Pgup= 2.5W bs T e

D} Pegrre= 0.0W y Pgup= 44 mW

Una toroide de material ferromagnético homogéneo y de longi-
tud efectiva 50 mm tiene una permeabilidad magnética relativa
#, de 5000. Se haila excitado por una bobina conductora que da
sobre el 1000 vueltas y por la que circulan 10 mA. Suponiendo
que todo el campo creado por la bobina queda confinado en el
toroide (nada escapa al exterior), calcular la induccidn magnética
B alcanzada en el material ferromagnétice. La permeabilidad
magnética del vacio es gy = 1,2610°¢ H/m.

A) 1,26H-Am?,

B) 1,26H-A/m,

C) 2,52H-Afm?,

D) 35 A/m.

En el circuito de la figura se cierra I1 en el instante t = O ¢ B2
permanece abierto. A los 5 ms se abre I y se cierra 12, Calcular
la intensidad i que circuta por el condensados para t = S ms ¥y
para t = 10 ms.

A) (5 ms) =-606mA ¢ i(10ms) = 5,34mA

Byi(5ms) =-606mA e i(l0ms) = 1,54mA

O i(5ms) =-393mA e 1{10 ms) =-3,06mA

D)i(5ms) =393mA ¢ i(l0 ms) = 1,54mA

Il Ri
"
1k 1 r=
il 20




Soluciones a los exdmenes de Fisica (I nfor matica de Sistemas)
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Septiembre 94 - Original

Tl) D) 1/Cx=1/Co+1/C3 — Cy3= (C2 C3)/(C2+C3) ;
C=C;+Cxu= (C1, C+CL G+ Gy Cg)/(Cz + C3)

T2)A) W=q(V>—V1)  T3)D) Pag. 120(UD2)  T4)C) Pag. 143 (UD1)
T5) B) Pag.225(UD2)  T6) C) Pag. 52 (UD3)

T7) B) | = (12-1,5)/(1000+50) = 10 mA ; Ug = 1,5 +50.10m=2V ; P=2.10m =20 mW
T8) D) Pag. 244 (UD2) T9) B) I(Final) =V /R ; no cambiaal cambiar L

TI0)D) Z=Z,+Z,= 14+23i — |Z|=269Q ; 2=Arg(Z) = 587°

T11) C) C=Q/V = Q/(Q/4neoR) = 4negR — D = C/2reo = 17976 metros

T12) D) Al corte apenas hay corrientey P(corte) =0 V.
En saturacion 1= (15-0,3)/10 = 0,147 A ; P(Sat) = 0,300.0,147 = 0,0441W

P13) A) B = \.H = pir. po.(NI/1) = 1,26 T = 1,26 H.A/n?

~ 1000!

it =-i(t) [e‘(%zc)t'j —i(t') = ~(-6,06510°) [e{%.w.w&‘)":"ms} _ 4723mA

e it) = —V—F;{e‘(%ec)t} —i(t) = [e{/]{o3 105)'5'103] = 6,065MA



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA- EUITI/UNED

INFORMATICADE SISTEMAS

Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMENTIPO A

Curso 94/95
Febrero - Nacional - PRUEBA PERSONAL
1? Vuelta

Notas:

EXCEPTO CALCULADORANO SE PERMITE EL USO DE MATERIALALGUNO POR EL ALUMNO.

PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA = +10/12 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.
RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURAOPTICA DE LA OTRA CARAY ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA,40; ASIGNATURA,105

1}

2)

k)]

4)

5}

< B)

El electrdn es la carga eléctrica unitaria negativa,

A} El protén tiens la misma carpa eléctrica que el electrén, pero
positiva, ¥ la misma masa del elecorén.

B) El protén tienc la misma carga elécirica que el clectrdn, pero
positiva, ¥ Ia masa 2.000 veces mayor que el electrén.

C) El protin tiene la misma carga cléctrica que el electrdn, pero
positiva, y la masa 2.000veces menor que el electrén.

D) El protén tiene la misma carga eléctrica que el electrfn, y la
misma masa del electrén.

Calcule las capacidades equivalemes, C, y C,, de dos agrupaciones de
condensadores, teniendo en cuenta que ambas tienen tres elementos
{C; = 1pF, Cy = 10 gF, Cy = 0,1 gF}; en la primera los conden-
sadores se encuentrar en seric ¥ en la segunda en paratelo.

A) G, =111pF y C, = 11,14F,

B) C, =1L14F y C, = 0,094F,

C) C, =0,09pF y Cp = 11,1¢F,

D) C, =0,094F y C, = 0,09¢F.

A Iz relacién entre el flujo de carga sobre una superficie cerrada S
que limits un volumen V y la variacién de Ia carga en su interior, se
le denomina:

A) ecuacidén de continvidad,

B) relacidn de estacionariedad,

) ecuacién en régimen permanente,

D) primera ley de Kirchoff,

A los conductores cuya resistencia no es funcién del voltaje se les
denominan:

A) semiconductores,

B) conductores metilicos,

C} conductores lineales,

D} conductores estacionarios.

La expresidn fSE dl = -éa—t fSB d8  es comecta en

medios:

A) estacionarios,

B) en movimiento con velocidad constante y pequefia,
) en movimiento con velocidad no constante,

D) ninguna de las anteriores.

La densidad de corriente en un punte es funcidén dnicamente de:
A) Ia densidad de carga y la velocidad media,

B) 1a densidad de carga y el tiempo,

C) la corriente y el tiempo,

D) ninguna de las tres anteriores.

7

8)

9

10)

11

12}

La expresibn que define Ia resistencia R de un coanductor cilindrico
homogéneo con resistividad p,, de longitad L y seccién S es ...

A) R= p, LSS,
B) R= p, S/L,
C) R= p, 8L,
D) R= p, /SL.

La curva caracterfsica de un diodo zemer, de U, voltios, con una

caida de tensién de 1 V en conduccién directa es:

A) Casi vertical a partit de un voltio de polarizacidn directa y casi
vertical a partir de U, voltios en polarizacién inversa, '

B) Casi vertical a partir de U, voltios de polarizacién directa y casi
vertical a partir de 1 V en polarizacidn inversa,

C) Casi vertical desde U, voltios en polarizacién directa e inversa,

D) Casi vertical a partir de 1 V en polarizacién directa e inversa.

Una zona de silicio intrinseco en un circuito integrado utlizada como
resistencia tiene forma de barmra de 4 mm de longitud y una seccién
rectangular de 1.250x 20.000micras. Calcular su resistencia a 300°K,
teniendo en cuenta los siguientes datos: g,=1.500 cmV.s, g, =
475 em¥V.s, n;= 1,45.10%cm? y q = 1,610 C.

AYR = 174,6k0,

B) R = 349,2k,

C) R = 174,64,

D) R = 0,1744.

En un material imanado previamenie se cumple que:

A} el flujo de B, a través de una superficie cerrada ¢s nulo.

B) cl flujo de B, a trevés de cualquier seccidn es constante.

C) el flujo de B, a través de una superficie cerrada es constante.

D} [a induccién remancnte es proporcional al campe magnético te-
rrestre,

Se conecta un circuite RL sﬁric a una fuente de tensién continua, ¥
la intensidad tarda en subir al 50% de su velor final 10 gs. Se cam-
bia la resistencia por otra de valor R* = 2R y se reinicia la opers-
cién. ;Cuénte tiempo tardard ahora en alcanzar la intensidad el 50%
de su valor final?

A) 14,14ps,

B) 20 gs,

C) 10 us,

D) 5 gs.

Un circuite sometide & tensién alterna senoidal de 50 Hz contiene
una rama compuesta por una bobina de inductancia L = 30 mH ¥
una resistencia R = [0 &, Calcular €]l médule Z y el argumento 6
de Ta impedancia compleja de dicha rama.

A}Z =13,740,8 = 13,5°,

B)Z =13,744,6 = 433°,

C)YZ =12,528,6 = 124°,

D} Z =11,2500, 8 = 43,3".



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - EUITI/UNED

INFORMATICADE SISTEMAS

Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMEN TIPO A

Curso 94/95
Febrero - Nacional - PRUEBA PERSONAL
2% Yuelta

Notas:

EXCEPTO CALCULADORANO SE PERMITE EL USO DE MATERIALALGUNO POR EL ALUMNO.

PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA = +10/12 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.
RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURAOPTICA DE LA OTRA CARAY ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA,40; ASIGNATURA,105

Y

2)

3

4)

)

6)

Cite en cuales de los siguientes dieléciricos la susceptibilidad y la
permeabilidad eléctricas no dependen del campo ¢eléctrico:

A) Isétropos.

B} AnisGtropos.

C) Lineales.

D) No lineales.

Calcule la capacidad de una esfera aislada de radio 1 cm, siendo el
dicléctrico empleado ¢l vacio (¢, = 8,854.1072F/m).

A) 111,16mF,

B) 111,26nF,

C) 111.26pF,

D) 1,1126pF.

La ley de Ohn relaciena las magnitudes:

A) polarizacion y densidad de carga,

B) corriente, carga y tiempo,

C) tensién, resistencia e intensidad,

D) induccién magnética, intensidad vy distancia.

La potencia disipada en el volumen dV de un conductor es funcidn
dnicamente de:

A) el campo eléctrico y [a densidad de corriente,

B) la densidad de corriente y la conductividad,

C) ias dos anteriores,

D) ninguna de las tres anteriores.

La expresion fB ds =u
5

A} es un caso particular,

B) indica que las lineas -de campo magnético son abiertas,

C) indica que existen manantiales y sumideros de lineas de campo
magnético,

D) ninguna de las anteriores.

El médulo de la induccién magnética en la superficie de un cilindro
indefinide de radioc 1 m por cuyo eje, coincidente con el eje X, circu-
la una cortiente de 1 A, resulta ser:

A) 2u /%,

B) r/Cm)

Cy 2Ip fx,

D) g, /.

7

8)

9)

10

=

11)

12)

La expresién de la densidad de corriente en un semiconductor al
aplicar un campo cléctrico E con una concentracién de electrones
libres "n" y con una movilidad g ¥ una concentracién de huecos "p"
con una movilidad g, es:

AYT = (np, + p.up).E.q,

B} I =(ng, + p‘uP).EJ’q,

Cr Y ={ng, +pi)gE.

D)I=(y, + p.y.p)fB.q.

El pardmetro § de un transistor de unién npn, se define como:

A) B = ig/ ig,
B B =il i,
©) B = icfig,
D) B = 50.

Una zona de silicio extrinseco con dopado tipo P de ua circuito
integrado, utilizada como resistencia, tiene forma de barra con 4 mm
de longited y seccién rectangular de 12,5 x 20 mm. Calcular su resis-
tencia a 300°K, sabiendo que N,= 15 102 cm?d, g, = 1.500
cmV.s, p, = 475cV.s yq = 1.6 1wc.

AYR =0,1144,
B) R = 33,34.

C) R = 140,30,
Dy R = 1.2004.

Un circuito R L C setie con R = 12, L = 20mH y C = 600 gF
estd sometido a una fuente de tensidn sencidal de 220 V eficaces y
50 Hz. Caleular el médulo de la intensidad eficaz que circula por £l
A) 352,2A,

B) 157.3A,

C)y 328,24,

D) 12, 4A.

En un circuite R C serie que st conecta a uma fuente de tensién
constante, el condensador alcanza una teasidn de 10 V. Se cambia
dicho condensador por otro de capacidad C' = 10C. La tensién final
alcanzada en el nuevo condensador es;

A) 100V,

B) 10V,

C) 1V,

D)oY,

En un toroide de material imanado con magnetizacién M = 4A/m y
cuya induccién B es de 1 Tesla, se arroya un solenoide por cl que
circula una corriente i que el campo magnético H producida en el
material es de 2 A/m y del mismo sentido que M. ;Cudl serd el
nuevo valor de la induccién?

A) Solucién indeterminada, (no se conoce la permeabilidad magné-

tica g},

B} 0,5 Tesla,

C) 1,25Tesla,

D} 1,5 Tesla.



Soluciones a los examenes de Fisica (I nfor matica de Sistemas)
1994-95

Febrero 95— 12Vuelta

1) B) Pag. 20 (UD2)

2) C) Cs esmas peguefia que lamenor y C, més grande que la menor.
3) C) Pag. 123 (UD)

4) C) Pag. 125 (UD1)

5) D) j}Ed | = ij B.d S Noestabien escritay essiemprevalida,
6) A) Pag. 122 (UD1)Ot °

7) A) Pag. 127 (UD1)

8) A) Pag. 37 (UD3)

9)B) & =q.n (Hn + Hp) = 4,582.10° (Q.cm) ™t - p =218245Q0.m —
5 R=p.lIS = (218245.0,4)/(0,1250.2) = 349192 )

10) A) Pag. 237 (UD2)

11) D) Laconstante detiempo est=L/R . Si R’ =2R la constante de tiempo sereduce ala
mitad: T'=L/R’ =t/2 ; y por lo tanto, €l nuevo circuito es el doble de rdpido; se necesitalamitad de

tiempo.
12) B) Z=R+ Lwi =10+ 30.10°2B.50i =10+ 9,42i — [Z|=13,74Q ; 2=433°

Febrero 95— 22Vuelta

1) C) Pag. 75 (UD1)

2) D) C = 4ngoR =1,1126.10 F

3) C) Pag. 75 (UD1)

4) A) Pag. 131 (UD1)

5) D) Todas las anteriores dicen lo contrario de lo que ocurre.
6) B) B = (lo.)/(21.R) = (Ho.1)/(21.1)= po/2m

7) A) Pag. 25 (UD3)

8) A) Pag. 62 (UD3)

9) C) En un semiconductor extrinseco detipo P atemperatura de 300 K se cumple que p_in

;' y laconductividad ser&

c=0.p.Hp = 1,14.10'3 (©.cm) i ; donde p.Na . De aqui: p =1/c =877 Q.cm —
— R=p.l/S=(877.0,4)/(1,25.2) = 140,35 Q

10) B) Z=R+ (Lo - 1/Cw)i = 1 +[20.10°.2B.50 — (600.10*%.2B.50)"] i = 1+ 0,978 —
—1Z]=1,39Q —1=V/|Z|=220/1,399 = 157,3 A

11) B) Siempre que no cambie Vo 6 R.

12)



FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - EUITI/UNED

INFORMATICADE SISTEMAS
Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMENTIFO A

Curso 94/95
Septiembre - Nacional - PRUEBA PERSONAL
ORIGINAL

Notas: MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, +10/12 PUNTOS; ERRONEA, -0,4 PUNTOS.
RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARAY ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA,40; ASIGNATURA, 105

1) Las relaciones entre impedancia Z, reactancia X, resistencia R, admi-
tancia ¥, susceptancia B y conductancia G referidas a un mismo circuito
son: A} Z=G+j¥Y, Y=R+jB ¢ ¥Y=I/X

B) Z=R+jX, Y==G+jB e Y=1/Z

C) Z=R+jX, Y=B+jG ¢ Y=1/Z

D) Z=R+jB, ¥Y=G+iX e Y=I/X

2) Una resistencia de 1041 y una bobina de 50 mH estin conectadas en
serie & una fuente de tensidén alterna de 50Hz y 220V eficaces. Calcular
Ia potencia activa P y la potencia reactiva Q del conjunto RL.

AP=064W, Q =132VA

B) P =1396W,Q =2.193VA

C)P=1125W,Q = -514VA

D)P=1.125W,Q = 1L.B12VA

3) Los materiales ferromagnéticos se caracterizan porque tenen:
A) Una permeabilidad magnética p constante con a temperatura.

B} Una susceptibilidad magnética Xn =M / H elevada.

C) Un magnetismo remanente nulo.
D) Siempre se componen de aleacciones ferrosas.

4} En el imin permanente de 1z figura se supone que los vectores H.B y
M del nicleo (Hr,Bn,Mn} discurren confinades en el mismo y de forma
homogénea, y que ef campo y la induccién en el entrghierro (He,Be)
fluyen en la misma seccién que en el miiclee sin dispersarse al aire circun-
dante, Tante Mn como Hn tienen un valor de 100 A/m. Calcular los
médulos de He, Be y Bn. La permeabilidad relativa del nicleo es 5.000 y

#,=4710"H/m.

A) He = 126 A/m, Be = 1,26

AHm?® yBn = 0,5 AH/m?
B) He = 10°A/m, Be = 1,26

AH/m* y Bn = 1,26 AH/m®
C) He = 16" A/m, Be = 0,5

AHm? y Bn = 0,5 AH/m?
D) He = 1,26 A/m, Be = 10 AH/m® y Bn = 33,3 AH/m?

5) La pendiente inicial de fa curva de intensidad de un circuito RL serie
que se conecta a una teasidn censtante V, es:

A) (Vy/RIKRIL)

B) RLV,

C) VL

D) (VyRWL/2)

6) A un circuite RC serie con R = IkQl ¥y C = 10xF se conecta una
fuente de tensién de 10V. Calcular la carga eléctrica que ¢l condensador
adquiere a los 20 ms de haber conectado la fuente,

A) 1,28aC

B) 1,35C

C) 0,454mC

D) 86,4pC

7) En un semiconductor dopado tipo N, Ia neutralidad eléctrica global
Np+p=N, +n, cxige que se cumpla...

A} n wNp

Byp=N,

Cln=p

D) N, =N,

8) ;Qué tipo de transistores poseen la tecnologia de fabricacién que
permite una mayor capacidad de integracién?
A} De unién, tipo npn
B) De union, tipe pnp
C)} MOSFET
1)) Los fres anteriores poseen aproximadamente la misma capaci-
dad de integracién.

9) El trabajo necesarioc para establecer una corriente I en un circuito
filiforme sin resistencia, se denomina:

A) energla potencial,

B) energia magnética,

C) trabzjo potencial,

D) ninguna de las anteriores.

10) Los valores de E, y R, del circuito equivalente Thevenin del circuito
{1k = 1K) de 1z figura son:
A) 4,75V y 2,30,
B) 5,75V y 2kg,
C) 6,25Vy 2ka,
D) 3,75V y 2,5kit.

P
1aw I _—
I Ay
Lt

T
B
L.

11) Dadas tres inductancias LI (100gH), L2 (0,3mH) y L3 (ImH), agmu-
pe L1 ¥ L2 en serie, conecte su conjunto en paralelo con L3, y determine
el valor de la inductancia equivalente en terminales de L3.

A) L, =2852aH

B) L., = 1,075mH

C) L.y = 1100aH

D) L, =32mH

12} Calcale el didmetro de una esfera aislada de 10gF de capacidad,
siendo ¢l dieléctrico empleado el vacio (€, = 8,854.1071%F/m).

A) 179.8cm
B) 223.5m
C) 22,35m
D) 179,8km



Soluciones a los examenes de Fisica (I nfor matica de Sistemas)
1994-95

Septiembre 95 - Reserva

1) B) Pag. 309 (UD2)
2) B) Z=R + Loi = 10+ 50.10°.2B.50i = 10 + 15,71i — [Z|=18,62Q ; 2 =57,52° ;
| =V/|Z|=220/118,62 = 11,81 A ; P=V.l.co2 =1395W ; Q=V.l.sn2 = 2192 V.A

3) B) Pag. 244 (UD2)
4)
5) A)

i(t)y=Yol1 [ (%)J (t) b%{e‘(%)tj t=0 m(Pen Inicial) = °.

6) D)

q(t) :VO.C.Ll— e‘(%ec)tj - q(t) =10.10~ 5.[1- e‘[ %03. 105}2-103J = 86,46.C

7) A) Pag. 27 (UD3)

8) C) T3) Sep. %4

9) B) Pag. 223 (UD2)

10) NO hay solucion verdadera. 16-8-6 = 2kl+2kl+4kl — | = 2/8k = 0,25 mA ;

Eo=6+ 4kl =

Ri2= Ry + Ry = 2kQ + 2kQ = 4kQ ; 1/R1p3 = /Ry, + 1/Rs = 1/4+1/4=1/2 (kQ)™* - Ro = 2kQ
11) A) Lyp=Ly+L =0,AmH +0,3mH =0,4mH ; /L1 =1/L1; + ULs=35(mH)" >

— Leg=0,2857 mH = 285,7 pH

12) D) C=4nggR — D = Cl2neo = 179,76 Km

l—I:U



FUNDAMENTOS FiSiCOS DE LA INFORMATICA - EUTTVUNED ~ Curso 95/96
INFORMATICA DE SISTEMAS FEBRERQO - Nacional - PRUEBA PERSONAL

Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO B 1* VUELTA

Notas: MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.
JF RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SQLO ESTA HOJA.
CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA GOPTICA: CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105

1) El Faradio es la unidad de capacidad en el sistema 7) Un diodo zener se diferencia de un diodo normal en:
internacional. Submultiplos del Faradio son: A) El diodo zener presenta una conduccion elevada en la
A) pF=10°F;nF= 10°F. zona directa al sobrepasar la tension zener,

B) pF= 10°F; nF=10"F. B) El diodo zener presenta una conduccion elevada en la

C) uF=10"F;nF= 10"*F. zona directa ¢ inversa al sobrepasar la tension zener.

D) WF=10°F;nF=10"F. C) El diodo zener no presenta una conduccién elevada al
sobrepasar la tension zener.

2) Calcule la bobina equivalente, (L.,), al grupo formado por las D) EI diodo zener presenta una conduccién elevada en la
siguientes bobinas, (L,, L, y Ly} zona inversa al sobrepasar la tensidn zener.

M_,—f\;:ﬂ- S YL 8) La ley de Biot-Savart para un hilo conductor recto y de
L, : L longitud indefinida, expresa que la induccién magnética en
L, e un punto es:
A) Lg=(,+ L)L Ly + L)Ly + Ly L) A) inversamente proporcional al cubo de la distancia.
B) Lg=(L,+Ly}L,+L;+Ls B) proporcional al campo eléctrico aplicado.
C) Lg=@,+L)L;+ (L +La)L, C) proporcional al cuadrado de la corriente.
D) Lg=(LiLy+LLy+ L L)L, + Ls) D) inversamente proporcional a la distancia.

3) Calcule el campo eléctrico en ¢l punto medio entre dos 9) En un circuito serie RC que se conecta a una fuente de
cargas, q, = -g, = g, situadas en los puntos, (0,0) q, ¥ (2,0) @. tensién continua, el condensador alcanza al cabo de un
A) E=gRrg tiempo t=R.C:

B) E=g2.ng ' A) ¢l 50 % de la tension final.
C) E=g/dng B) el 63 % de la tensién final.
D) E=g/B8.ng C) el 76 % de la tensién final.

D) el 89 % de la tensién final.
4) Calcule la susceptibilidad eléctrica de un material cuya

permitividad eléctrica es de 53,124.10™ F/m, siendo la del 10) Los materiales paramagnéticos son los que:

vacio de g,= 8,854. 10" F/m. A} sirven para hacer imanes.

A) 3 B) tienen los momentos magnéticos atémicos distintos de

B) 4 CETO.

C) 5 C) tienen los espines electronicos nulos.

D) 6 D) se componen de polvo magnéticos sintetizado.
5) Una rama de un circuito en la que figuran una o mas fuentes 11)En un circuito RLC serie, la susceptancia inductiva (a) y la

y puede tener (o no tener) elementos pasivos, se denomina susceptancia capacitiva (b) se expresan coma:

rama: A) a)-XJZLb)XJZ:

A) comin, B) a)X/Z%b)-XJ/Z

B) plana. C) a)-XJ/Z5b)- ngz’

C) activa D) a)XJ/Z5 by XL

D) externa

12)El valor del médulo de la impedancia de un circuito serie RL

6) La diferencia de potencial entre dos puntos se define como ¢l de valores R = 10 Q y L = 50 mH, para una frecuencia de red

trabajo que hay que realizar contra el campo para trasladar de 50 Hz, es:

una carga eléctrica positiva unitaria desde un punto a otro. Su A) 1520

unidad en el sistema internacional es: B) 143mH

A) Voltio = Julio/Coulomb. C) 1,52Q

B) Voeltio = Julio.Coulomb. D) 1860

C) Watio = Julio/Coulomb.
D) Watio = Julio.Coulomb.




FUNDAMENTOS FISICOS DE LA INFORMATICA - EUITVUNED ~ Curso 95/9
INFORMATICA DE SISTEMAS FEBRERO - Nacional - PRUEBA PERSONAL

Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO E 2'VUELTA

Notas: MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
i, PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA: CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105
1) Caicule la capacidad equivalente de la asociacién de tres 7) Las familias digitales TTL y CMOS se diferencian en :
condensadores de 1 pF en: a) serie; b) paralelo. A) La familia CMOS tiene un consumo menor de potencia

A) a)3,00 uF; b) 3,00 uF ¥ un margen de tension de alimentacion U, menor.

B) a)0,33 uF; b) 3,00 pF B) La familia TTL tiene un consumo menor de potencia y

C) a)0,33 uF; b) 0,33 uF un margen de tensién de alimentacién U, menor.

D) a)3,00 uF; b)0,33 pF C) La familia CMOS tiene un consumo menor de potencia

y un margen de tensién de alimentacién U, mayor.
2) Caleule la capacidad de una esfera de diametro 1 metro, D) La familia TTL tiene un consumo menor de potencia y
stendo el dieléctrico empleado el vacio (g, 8,854.10 F/m). un margen de tensién de alimentacién U, mayor.

A) C=5563nF

By C=2781pF 8) En el interior de un solenoide (a) y de una barra imanada (b)

C) C=5563pF se cumple, respectivamente;

D)y C=2781nF A) a)H=DB/u; b)H =B/,

B) a)H=(B/ug)-M; b)H=(B/i,)- M
3) Elelectrdn es la carga eléctrica unitaria negativa. - C) a)H=B/u;b)H=(B/uy)-M

A) El protén tiene la misma carga eléctrica que el electrén, D) a)H=(B/k)-M;b)H=B/y,
pero positiva, ¥ la misma masa del electréon.

B} El protén tiene la misma carga eléctrica que el electrén, 9) En un iman de herradura se aproximan los dos polos hasta
pero positiva, y la masa 2.000 veces mayor que el alcanzar una distancia mitad que la que los separaba
electrén, inicialmente. Como consecuencia de ello, el campo H (a) y la

C) El protén tiene la misma carga eléctrica que el electrén, induccién B {b) en el espacio comprendido entre los dos
pero positiva, y la masa 2.000 veces menor que el _ polos, respectivamente:
electron. A} a)aumenta; b) aumenta.

D) El proton tiene 1a misma carga eléctrica que el electrén, B) a)disminuye; b) aumenta.

y la misma masa del electrén. C) a)aumenta; b} disminuye.

D) a)disminuye; b) disminuye.
4) La unidad de intensidad de campo eléctrico en el Sistema

Internacional es. 10)La susceptibilidad magnética y, en medios magnéticos
A)  Newton.Coulomb ¢ Voltio.metro. lineales es: _
B) Newton.Coulomb & Voltio/metro. A) la constante de proporcionalidad entre el campo (B) y la
C) Newton/Coulomb 6 Voltio.metro. intensidad de campo magnético (H).
D) Newton/Coulomb 6 Voltio/metro. B) la constante de proporcionalidad entre la imanacion (M)
' y la intensidad de campo magnético (H).
5) Laecuacién general de Ia segunda ley de Kirchoff responde a C) el campo necesario para alcanzar la induccién méxima
[a ecuacién. en saturacion,
m " ' D) la constante de proporcionalidad entre la imanacién (M)
A) Fa=FRl y el campo (B).
m n
A) ?Ek - }]: R 11)Un circuito RL en serie s¢ conecta a una fuente de tensién de
m " 20 V, aumentando la intensidad que circula por el circuito
A} Zg =R hasta alcanzar fos 2 A. Se cambia la inductancia L por otra de
r:' L valor la mitad (L’ = L/2). La intensidad aumentar4 hasta:
A) IP,=IRJ A) 05A
I 1 B) 1A
C) 2A
6) La maxima transferencia de potencia de un circuito D) 4A
expresado por su equivalente Thevenin (E,, R,), al cual se
conecta una resistencia Ry, tiene lugar cuando: 12)El cuadrado del médulo de la impedancia de un circuito RL
A) Ry=2R, serie en régimen estacionario senoidal es:
B} R.=R,2 A) R+al)?
C) R=w B) R ’+(wLl)

D) R.=R, C) R-(olLy
. D) R+ol




Soluciones a los examenes de Fisica (Informatica de Sistemas)
1995-96

Febrero 96 — 19 Vuelta

1) D)
2)C) 1/Lps=1/Lo+ /Ly — Loy = (Lo Ly)/(Lo+Ls) :
L=L;+Ly=(Li. Ly + Ly Ly + Ly L3)/(La + L)
3) A) Pag. 38 (UDI)
4) C) Pag. 141 (UDI)
5C)e=(1+xe)eo ; €/eg =6 —> +xc =5
P

6) B) E =E+E; = 2(q/4neod) = q/2meod 0—22p0g

7) D) Pag. 175 (UD2)

8) D) Pag. 37 (UD3)

9) C) Pag. 310 (UD2)

10) D) Z=R + Lowi = 10 + 50.10°.271.50i = 10 + 15,71i — |Z| = 18,62 Q
11) B) Pag. 286 (UD2)

12) B) Pag. 244 (UD2)

Febrero 96 — 2¢ Vuelta

)B) 1/C=1/C;+1/Cy, +1/C3 =1/1+1/1+1/1=3—>Cs=1/3uF ;
Cp=C1 +C, +C3 =1+1+1=3uF

2) C) C=4mgR = 41.8,854.107%.0,5=55,63 pF  3)B) 1) Feb 95 - 1* Vuelta

4) D) Pag 26 (UD1) 5) A) Pag. 137 (UDI) 6) D) Pag. 152 (UDI)
7) A) Pag. 82 (UD3) 8) B) Pag. 242-243 (UD2)

9) A) En el exterior ambos aumentan (H=B/p). En el interior H disminuye(H=B/po — M)
Pag. 242-243 (UD2)

10) B) Pag. 244 (UD2) 11) C) El valor maximo de la corriente(Vo/R) no depende de L

12)B) Z=R+Loi — |ZP=R?+ (Lo)



INFORMATICA DE SISTEMAS

Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMEN TIPO A

SEPTIEMBRE - Nacional - PRUEBA PERSONAL
ORIGINAL

Notas. MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
2 PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.

§ RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.
CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

La expresion "frecuencia de trabgjo" de un inversor digital

se define como:

A) e tiempo que transcurre entre dos flancos
consecutivos de subida o dos de bajada,

B) lasumade tiempo de subiday de bajada,

C) lainversadel tiempo que transcurre entre dos flancos
consecutivos de subida o dos de bajada,

D) la inversa de la suma del tiempo de subida y de
bajada.

Un diodo constituido por una unién PN, polarizado
inversamente, se comporta en un caso ideal como:

A) uncircuito abierto,

B) unaresistenciade un valor muy elevado,

C) unaresistenciade un valor reducido,

D) uncircuito cerrado.

El término L de la expresion L=@/l; se denomina
coeficiente:

A) deinduccién,

B) deinduccion mutua,

C) deautoinduccion,

D) deinduccién mutuaincremental.

Sea la fuerza electrostética que se crea entre dos cargas, su

sentido es:

A) atractivo entre las cargas, S éstas son del mismo
signo,

B) es atractivo entre las cargas, s éstas son de distinto
signo,

C) sdlo depende delascargasy no del signo de éstas,

D) no depende de las cargas ni del sentido de éstas.

¢Qué se entiende por momento dipolar magnético de una
espira?

A) m=Idn
B) m=IBn
C) m=qvBdn
D) m=qgvdn

A un circuito RC seriecon R =1 kQ y C = 10 pF se
conecta una fuente de tension de 12 V. Calcular la
intensidad que circula por la red RC serie después de 1
milisegundo de la conexion de la fuente de tension.

A) 44A

B) 099A

C) 0,99mA

D) 44mA

La expresiéon que define la resistividad p. de un conductor
cilindrico homogéneo con resistencia R, longitud L vy
seccion Ses:

8)

9)

A) p,=RSL
B) p,=RL/S
C) p,=RIL?
D) p.=RLYS

Calcule el campo eléctrico en € origen, (0,0), debido a las
cargas eléctricas situadas en dos puntos equidistantes, de
valores: g, = q, sSituadaen (0,1) y g, = g, Situada en (0,-1).
A) E=- UyQ/(4T[Eo)

B) O

C) E=uxq/(4meo)

D) E=uyg/(4me,)

La ley de Biot-Savart para un hilo conductor recto y de

longitud indefinida, expresa que:

A) larelacién entre la induccion magnética en un punto
es proporcional aladistancia,

B) larelacion entre la induccion magnética en un punto
es inversamente proporcional aladistancia,

C) larelacion entre la induccidon magnética en un punto
es proporcional al cubo de ladistancia,

D) larelacion entre la induccion magnética en un punto
es inversamente proporcional a cubo de ladistancia,

10) Se tienen dos circuitos formados por tres resistencias. En el

circuito a), las tres resistencias estan en serie; en €l circuito
b), las tres resistencias estan en paraelo. Si los vaores de
lasresistenciasson 1 Q, 1 kQ y 1 MQ, calcule e valore de
la resistencia equivalente en cada caso.

A) @) Reqiv = aprox. 1 Q; b) Regiv = aprox. 1 Q

B) &) Reuiv = aprox. 1 Q; b) Reiv = aprox. 1 MQ

C) &) Requv = @prox. 1 MQ; b) Requiv = aprox. 1 Q

D) &) Reqiv = aprox. 1 MQ; b) Regiv = aprox. 1 MQ

11)La densidad de corriente en un punto es funcion

Unicamente de:

A) ladensidad de cargay lacorriente,

B) ladensidad decargay € tiempo,

C) lacorrientey el tiempo,

D) ladensidad de cargay lavelocidad media.

12)Una zona de silicio extrinseco con dopado tipo P de un

circuito integrado, utilizada como resistencia, tiene forma
de barra con 5 mm de longitud y seccién rectangular de
12,5 x 25 mm?. Calcular su resistencia a 300°K, sabiendo
que Na= 15.10"% cm® p, = 1400 cm?/V.s, Y, = 525
cm?/V.sy q=14.10"C.

A) R=5442Q

B) R=14512Q

C) R=5442kQ

D) R=14512kQ



Septiembre 96 — Original

1) C) T5) Feb-94 12Vuelta 2) A) Pag. 34 (UD3) 3) C) T1) Feb-94 12Vuelta
4) B) T1) Feb-94 22Vuelta 5) A) Pag. 187 (UD1)

6) Estamal planteado. La solucién seriaD) si C=1uF 6 R=0,1K

|(t)——( (/RC)J—M)— 12 .[e_(%)3.10‘5)10_3J:10,86mA

7) A) T5) Feb-94 22Vuelta  8) B)

E=0N/C

9) D) 5) Feb-95 12 Vuelta

10) C) R=IMQ + 1kQ + 1Q ~ IMQ ; R=Y(VIMQ + 1/1kQ + 1/1Q) ~ 1Q
11) B) Pag. 1744 (UD2)

12) D) En un semiconductor extrinseco detipo P atemperatura de 300 K se cumple que
pCn; y laconductividad sera:

G =0.p.Hp = 1,1025.10'3 (©.cm) i ; donde p.Na . De aqui: p =1/c =907 Q.cm —

— R=p.l/IS=(907.0,5)/(1,25.2,5) = 145,12 ©



FUNDAMENTOS FiSICOS DE LA INFORMATICA - EUITHUNED ~ Curso 96/97
INFORMATICA DE SISTEMAS FEBRERO - Nacional - PRUEBA PERSONAL
Tiempo Total: 2 HORAS EXAMEN TIPO A 1* VUELTA
Notas: MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.

3.1 PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.
¥ RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA: CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105
1) Un sistema de calefaccion eléctrica, equivalenic a una 7) Dado el circuito de la figura determine los valores de Eo y
impedancia RL serie con un cosé de 0,95, se conecta a la Ro de su equivalente Thevenin.
red eléctrica de 220Vef/50Hz consumiendo una potencia A) OV y0,8Q B)4,5V y 0,8Q
activa de 1000W. Determine los valores de R y L. C)4,5Vy4Q D)9V y0,8Q

2) Determine el valor del campo eléctrico en el punto (0,0) -
debido & una distribucién lineal de carga A=2C/m situada -

L, sv

A}110Q2y202mH  B)44Qy 45,7mH - 15V, 12 An AL2,
0)0,1Qy10,imH D}44Qy 32,lmH - —E‘_D—GTD
. AL
4,5V 1
in

de forma continua segin una semicircunferencia desde el - 4 sy I
punto (0,-1) pasando por {1,0) hasta el punto (0,1) - T
(coordenadas en metros). -
A) +tu/(2re,) B) -u,/(ne,) 8) Un diodo zener...
©) (utu)/(me,) D) Ninguna de las anteriores A) presenta una conduccion elevada en la zona directa al
sobrepasar la tensién zener.
3) En un material dieléctrico la polarizacién es ...... B) presenta una conduccién elevada en la zona directz ¢
A) .. el momento dipolar neto inversa al sobrepasar ia tension zener.
B) .. el mimero de moléculas polares C) no puede conducir en la zona inversa,
C) .. el momento dipolar por unidad de volumen D) presenta una tension umbral de 1V.

D} .. proporcional al campo eléctrico
9) Cuando hay un transporte de masa que arrastra en su

4} En el circuito de la figura cual es el valor de U: a) tras movimiento particulas cargadas, se habla de corriente de:
cerrar el interruptor S1, y b) dos minutos después de cerrar A) conduccion.
$2, dejando cerrado S1. B) conveccidn.
A)a)6V,b) 6V 5"/ C) desplazamiento.
B)a)2V,b) 6V 0uF _L_ D) ninguna de las anteriores
C)a)4V,b) 6V Pr=tim g2 [J1kA
DYya)4v,by2v. —/—— _ / I0)En la mayoria de los medios linesles la susceptibilidad
- Ay _— magnética es:
- —[ UIT‘ suf  HAA A)iguala 1
- B) mucho menor que 1
5) En el circuito de la figura, en el instante t=0 se cierra el C) nula
interruptar S, ;cudntos segundos tarda en descargarse el D) infinito
condensador?.
A) infinito ' S 11)Considere un circuito “LC serie” y un circuito “LC
B) cero R j_*. paralelo” dispuestos en paralelo, el valor del médulo de la
Cils impedancia resultante, con L=100uH y C=10pF, para una
D)50s u 104 ' 500.Q frecuencia de trabajo de 5kHz, es:
- = = A) <IQ)
- 3 /3 =50 B) <«<100Qy>1Q
- C) <1kQy> 10002
6) Se dispone de una resistencia R1=1k<} en paralelo con un D) ninguna de las anteriores
diodo D, este conjunto se pone en serie con otra resistencia
R2=1k£) y todo ello se conects a una red eléctrica de 12)En un MOSFET se entiende por transconductancia la
HOVefl60Hz. a) ;Cuil es el valor maximo de corriente que relacién entre
circula por R17, b) ;y por R2?, Unpai=0, r=0€2 A) ip yUpr
A) a)l556mA, b)OmA B) ip y(Up-Up
B) a)}155,6mA, b)77,78mA C) ipeic
C) a)77.8mA, b)77,78mA D) ip yUpr

D) Ninguna de las anteriores



Soluciones a los examenes de Fisica (I nfor matica de Sistemas)
1996-97

Febrero 97 — 12 Vuelta

1) C) P=V.l.cos =(V¥|Z]).cosh — |Z|=V2.cosb/P = 45,98 Q — |Z]2 = 2114 = Re + (Lw)?
cost = 0,95 — 0 = arccos(0,95) = 18,195° — tan(6) = 0,3287 = Lw/R
Despejando de ambas ecuaciones: R=43,65Q y L =45,67 mH

2) B) Viendo el dibujo se puede apreciar que cada
trozo(dl) de lacargalineal creaun campo(dE) cuya componente

vertical (dEy) se anula con su simétrico. Por |o tanto solo hay <
gue sumar las componentes horizontales(dEy) del campo.

E = IdEx = [(/4neo)(Adl/r2)cost = (U/4Aneo)I(A.r.do/r3)cosb =
= (U4meg)(A/r)Icosbdd = (Uamreo)(Mr)[sin(r/2)—sin(-n/2)] =
= (M4reo)(2/1)[1-(-1)] = E = Uneo . El sentido de este vector es, segun lafigura, € de -uy

3) C) Pag. 69 (UD1)

4) B) Al cerrar S1 los dos condensadores estan en serie(misma carga). Por |o tanto la
diferencia de potencial serainversamente proporcional alacapacidad conV,;+U =12V . Porlo
tanto U= 2V. Posteriormente se cierra S2 y entran en juego las resistencias que igualan las
diferencias de potencial en ambos condensadores. Osea, U=6V.

5) A) Aunque €l transistor este en conduciendo(activa o saturacion) los condensadores

siempre tardan un tiempo tedricamente infinito en descargarse total mente.

6) D) Cuando la pila da su valor positivo maximo (Vma = Ve.V2 = 155,6 V) el diodo
conduce y laintensidad positiva es maxima en laresistenciaen en serie (lomax =155,6/1k = 155,6
mA).

Para que la corriente pase por laresistenciaen paralelo el diodo no debe conducir. Esto
ocurre cuando €l voltgje es negativo. Laintensidad negativa maxima ocurrira cuando V=-V nx = -
155,6 V . En este caso: |ymin =-155,6/2k = -77,78 mA

Si setuviese en cuenta el signo limax Seria 0 mA.

7) B) Dela2?ley de Krichoff entodalamalla 1,5+1,5+1,5-45=51 —»I1=00A —
—Eo=45V

Laresistencia vista desde |os terminales cumple que: 1/Ro = 1/(1+1+1+1) + 1/1=1,25 Q™"
— Ro=0,8Q

8) D) Pag. 37 (UD3)

9) B) Pag. 120 (UD1)

10) B) Pag. 244 (UD2)

11) B) y C) Zs=Loi —(/Cw)i = 10%.21.5.10% - 1/10°.21.5.10% = (r -10/n)i = -0,0415i
— |Zs| =0,041Q

Z, = U[ULoi + U-(Cw)™i ] = U[-(Un)i + (n/10)i] = 240,93i — [Z,|=240,93Q ;

12) B) Pag. 70 (UD3)
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L

B RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.
CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105

1) Al conjunto formado por una bobina de 10mH en paralelo
con un condensador de 10uF se le afiade en serie una
resistencia de 1Q. ;Cudl es el argumento de la impedancia
total para una frecuencia de 10Hz?.

A) 0,561 rad B)1,122rad C)-0,654rad D)-1,122rad

2) Suponga que dispone de 100 condensadores iguales de
100pF y que la tensién méxima que cualquiera de ellos
puede soportar es de 200V. ;Cuantos condensadores debera
de utilizar si le piden construir una capacidad de 300uF
para disponer en paralelo con una bateria de 500V?.

A} 3 B) 27 (Cy9 D)18

3) e es directamente proporcional a la carga e
inversamente proporcional a la distancia.
A) El momento magnético .....
B} La susceptibilidad magnética ....
C) El potencial eléetrico ...
D) El trabajo eléctrico .....

4) Calcule el campo eléctrico en el punto (0,F) debido al
siguiente conjunto de cuatro cargas eléctricas: Q1 = g en
0,0, Q2 =qen (0,2), Q3 =qen (2,0} y Q4= -qg en (2,2).
A) +qu/(70.25 &)

B) +qu, /(35,125 &)
C)  +q(uy-u,)/(70,25 &)
D) +2qu/(70,25 &)

3} En el circuito de la figura, para =0, se cierra el interruptor
51 durante 2ms, al cabo de los cuales se abre 81 y se cierra
82. (Qué corriente circula por la resistencia en ese
instante?, U, =5V, r=0C, U, pa=1V, ra=0€L
A)I0mA  B)S8,65mA C) SmA D) lmA

S

J

6) Suponga que como usuario de la red eléctrica conecta a la
misma una impedancia RL serie que consume una potencia
activa P y una potencia reactiva Q.;Como puede reducir el
consumo de reactiva sin modificar ¢l de activa?, Disponiendo..

A} ..un condensador en paralelo con Z

B) ..un condensador en serie con Z

C) ..una bobina en sericcon Z

D) ..una bobina en paralelo con Z

7) Las familias digitales TTL y CMOS se diferencian en :
A} La familia CMQS tiene un consumo menor de
potencia y un margen de tension de alimentacién U,
menor.

B) La familia TTL tiene un consumo menor de potencia
¥ un margen de tensién de alimentacién U, menor.,

C) La familia CMOS tiene un consumo menor de
potencia y un margen de tensién de alimentacién U,
mayor.

D) La familia TTL tiene un consumo menor de potencia
y un margen de tensién de alimentacién U, mayor.

8) Dado el circuito de la figura determine en que zona de

trabajo se encuentra el transistor, oV
A) corte
B) saturacion lou e
C) activa
D) deplexion tef2
Io\f
- "' 3= aoo =

9) Dado el circuito de la figura, a) jcudl es el valor de Us si
Ue=5V7, b) ;v si Ue=15V?. Uyp=0V, rs=02

A) a) cero, b) cero Ik

B)a)2V, b)6V

C)a) 5V, b) 10V %
D)a)5V, b)5V I% o — ) Us

[0)A un circuito RL serie (R=1kQ2, L=1mH) se conecta una
fuente de tension de 10V. Calcule la energia almacenada
por la bobina a los 3ps de haber hecho la conexidn.
A)26,12n] B)}45,13n] C)10,23pJ D) cero

11}En el ciclo de histéresis de la figura, correspondiente a un
material ferromagnético, el campo coercitivo He y la
induccidn de  remanencia Br corresponden,
respectivamente, a los puntos:
A)DB BICD (OBA DDA

- A T B

D

12) Dado el circuito de la figura, determine los valores Eo y
Ro del circuito equivalente Thevenin.
A)SVy 90Q
B}4,6Vy 90Q
C)4,6Vy0,91Q
D)5,4Vy0,910Q
- an 2 o6V

: e 1L__ i
- - inl
- Sy
_ I .




Febrero 97 — 22 Vuelta

1) A) Y1=1Loi +1[-(UCw)i] = 1/10%27r.10i - 10°.27.10/i = -1,5909 —
— Z,=1/Y,=0,6286i ;

Z=7Z,+R=1+0,6286i — Arg(Z) = arctan(0,6286/1) = 32,15° = 0,561 rad

2) B) Senecesitan 3 en cadarama en paraelo para que latension de cada uno sea menor
que 200V ; V =500/3=167V

Asi, cada rama tendra una capacidad de 100/3= 33,3 pF. Paratener una capacidad total de
300 pF se necesitan pues 9 ramas.

9 ramas en paralelo, cada una con 3 condensadores da un total de 27 condensadores.

3) C) Pag. 38 (UD1)

4) A) Seanulan los efectos de las dos -
primeras cargar y se suman vectorialmente los
campos creados por las dos Ultimas. Las
componentes horizontales se anulan y las
verticales se suman:

E = 2E, = 2(1/4neg)(g/d?)sind =
E = 2(1/4neo)(q/5)(UN5) = /70,25 . El sentido de este vector es, seglin lafigura, € de +u,

5) Con 10V de diferencia de potencia en inversa el diodo Zener conduce y no produce
caida de potencial. Toda laresistenciadel circuito se debeaR y alos 2ms.

i(t) = \%.(e‘(%«: )tJ =i(t) = L.(e_% .10 6)2'10'3] = 8,65 mA

1000

6) A)

7) A) 7) Feb-96 22 Vuelta

8) B) Si estuviese en activala corriente de labase seria: g = (10-0,7)/10k = 0,93 mV ;
Lacorriente del colector serial; = lg = 93 mA gue produciria una caida de potencial de

93m.1k =93V en €l colector, lo cual no es posible(V.=10V)

9) C) En d primer caso el diodo esta en corte y equivale a un circuito abierto, no hay
corriente, y Us=Ue=5V

En el segundo caso e diodo conduce: I=(15-10)/1k =5 mA — Us= 15 —-5m.1k= 10V

10) B) i(t) = %_[1— e_(%)t] = %.[1— e_(lo%) 73)3.10 6] = 9,502 mA

We=%L.12=0,5.10°,(9,502. 10°%)2 = 45,14 nJ

11) D) Pag. 248 (UD3)

12) D) Dela22ley de Krichoff en todalamalla: 10-0,6-5=111 — I=0,4A —
—>E0=5+104=54V

Laresistencia vista desde los terminales cumple que: /Ro = 1/(9+1) + /1=1,1 Q™
— R0o=0,91Q



Fundamentos Fisicos de 1a Informatica - EUIT/UNED
Informaitica de Sistemas
Tiempo Total : 2 horas

Examen Tipo A

2 Curso 96/97
Septiembre - Nacional - Prueba Persona)

Notas
Material de Examen :

Solo se permite el uso de Calculadora NO PROGRAMABLE

Puntusacidn : Respuesta correcta =1 Punto ; Incorrecta = 0,5 Puntos.
Respuestas ; Marque una sola respuesta en la hoja de lectura 6ptica. Entregue SOLO esta hoja
Codigos : Carrera 40 ; Asignatura 105

1} Si dopamos con Al (trivalente) un cristal de Si
puro {tetravalente) la conductividad de dicho cristal
A : aumenta
B: disminuye
C: se modifica de forma impredecible
D : no se modifica

2) Un dipolo formado por las cargas q y -q puestas a
una distancia d una de la otra, estd en el centro de
una esfera de didmetro Rnd. Si E es el campo
electrico generado por el dipolo y @ el flujo a través
de la superficie de la esfera, entonces

A Ez0,0=0
B: E=0.®=0
C: E=0,0=0

D: E20:0=20

3) El trabajo necesario para colocar en sus
posiciones unas cargas estaticas se denomina

A energia electrostitica

B: fuerza electrostatica

C : potencial de campo

D : intensidad del campo

4) El potencial en el punto P (x=0, y=0, z=3) debido
a una carga eléctnca distribuida uniformemente entre
0 y 3n/2 y con densidad A sobre la curva x+y’=16
es

A: 3?J10£o
B: 3g/10A
C: 1/4ng,
D: 4re

5) En presencia de dieléctricos el Teorema de Gauss
se puede aplicar

A Siempre

B: Nunca

C : Sélo en casos de simetria

D : Solo si se trata de dipolos

6) El movimiento de iones en un liquido es una
cormiente de

A : Conduccion

B : Desplazamiento

C : Polarizacion
D : Conveccién

~7) El Teorema de Thévenin establece que una red de

resistencias y fuentes es equivalente a
A : Un generador y una resistencia en serie
B : Un generador y una resistencia en
paralelo
C : Un generador y un condensador en serie
D : Un generador y un condensador en
paralelo

~ 8) La unidad de flujo magnético en el Sl es

A : Weber

B : Tesla

C : Henrio

D : Faradios/m?

) En una bobina toroida! de saccidén circular con N
espiras, duplicamos N sin modificar ninguna otra
caracteristica del sistema. El coeficiente de
autoinduccion de la bobina

. Aumentara proporcionalmente a N

: Aumentara proporcionalmente a N

. Disminuird proporcionalmente a N

. Disminuira proporcionalmente a N

oW

Si p=100 y UCC=20V la zona de trabajo del circuito
es:

: Corte

: Saturacién

1 Activa

. Intensidad constante

oAaw»



Septiembre 97 — Original

1) A) Se crean mas huecos.

2) A) Por el teoremade Gauss € flujo es nulo, pero eso no quiere decir que el campo haya
de ser nulo en los puntos de la superficie de la esfera.

3) A) Pag. 102 (UD1)

4) A) Todalacargaestdalamismadistanciade P. Lacarga P
total es:
Q =A.(31/2).R = 1.(3n/2).4 = 6rA . El potencid es. ]
V = (U4neo)(Q/d) = (V4meo)(6rih/5) = 30/10gq
5) A) Pag. 73-74 (UD1) 6) A) Pag. 120 (UD1) 7) A) Pag. 149 (UD1)
8) A) Pag. 189 (UD2) 9) A) Pag. 222 (UD2)

10) C) Esta claramente a corte, yaque V(Emisor) >>> V(Base). Si Ucc fuera negativo
estaria en saturacion y si, ademés, laresistencia de la base fuese 200k estaria en region activa.



Fundamentos Fisicos de la Informdtica - EUITI/UNED

Informadtica de Sistemas
Tiempo Total 2 horas

Examen Tipo B

Curso 1997-98
Febrero - Nacional - Prueba Personal

= Ul

Notas

Material Permitido:

Ninguno

Puntuacidn:
Respuestas:
Codigos:

Respuesta correcta = 1 punto; Respuesta incorrecta = -0,5 puntos
Marque una respuesta en la hoja de lectura dptica. Entreguc sélo esta hoja
Carrera 40: Asignatura: 103

Sean q y -q dos cargas eléctricas arbitrarias,
iguales y de signo opuesto colocadas a una
distancia a entre ellas.

P

q a . _q
En un punto P distante a desde cada una de las
cargas A) E=0, V=0, B) E#0, V=0; C) E=z0,

Vz0; D} E=0, V0.

El flujo total que atraviesa una superficie cenada
situada en un campo magnético es cero por A)
La no existencia de cargas magnéticas libres; B}
La existencia de cargas eléctricas libres; C) La
existencia de cargas cléctricas libres moéviles; D)
La existencia de cargas eléctricas positivas ¥
negativas.

Si  los vectores B y r representan el la
induccién magnética v una curnva cerrada

respectivamente, ﬁéd?= 0 A) Siempre; B)

Nunca; C) Si el trayvecto incluye corrientes; )
Si la suma algebraica de las corrientes incluidas
es Cero.

La variacion del potencial en funcién de Ia
distancia d¢ una carga eléctrica Q distribuida
sobre la superficie de una esfera de cobre de
radio R estd descrito por la

A) B)
A
| > ' >
R ol R
C) D)
A
| > — >

Sea 1 una corriente que circula por el eje z en
direccién +oo. Las lineas del campo magnético

provocadas por i son:
“A) B)

D\

I~

E! teorema de Thevenin establece que una red de
resistencias v fuentes es equivalente a A) un
generador v una resistencia en paralelo; B) un
generador y una resistencia en serie: €) un
generador v un condensador en paralelo; D} un
generador v un condensador en serie.

En ¢l centro de una esfera de radio R estd un
dipolo formado por dos cargas q v -q colocadas a
una distancia d«R entre ellas. El campo E
generado por el dipolo v el flujo @ a través de
la superficie de [a esfera son: A) E=0, ®=0,; B)
E=0, ®=0; C) E=0, $=0; D) Ez0, ©=0.

La conductividad de un cristal de §i disminuye
si A) lo dopamos con una sustancia con mds
valencia; B) lo dopamos con una sustancia con
menos valencia; C) lo dopamos con una
sustancia no metdlica; D) nunca.

Si duplicamos el nimero de espiras de una
bobina totoidal de seccidn circular, el
cocficiente de autoinduccidn de la bobina A)
aumenia proporcionalmente a N; B) aumenta
proporcionalmente a N2; C) disminuye
proporcicnalmente a N; D)  disminuve
proporcionalmente 2 N2.

10.: La unidad de induccion magnética en el S.1. es el

A) Weber; B) Tesla; C) Henrio,; D) Faradio/m?2.



Fundamentos Fisicos de I.a Informdtica - EUITHUNED

Informdtica de Sistemnas

Tiempo Total 2 horas

Examen Tipo F

Curso 1997-9%8
Febrero - Nacional - Prueba Personal

Notas

Material Permitido: Ninguno
Puntuacidn:
Respuestas:

Cédigos:

Respuesta correcta = 1 punto; Respuesia incorrecta = -0.5 puntos
Marque una respuesta en fa hoja de lectura dptica. Entregue sélo esta hoja
Carrera 40 Asignatura: 105

Scan dos cargas eléctricas q iguales y del mismo
signo, colocadas a una distancia 2a entre ellas.

I P |

9 a | a 9
En un punto P, distante a desde cada una de las
cargas A) V=0, E=0; B) V=0, E=q?/4aneq: C)

E=0; D)

V=2qiane,
E=2qpdaneg,

VIZCLH aste 0

Sea un cable infinito, cxtendido a lo largo dei eje
¥. Una corriente circula a lo largo de dicho cable

de-00 a +00, Un imén colgado a una distancia
R sobre el cable estard orientado segun fa figum

A) N B)
Y b
> >

C)

?@1

g

L

Dy

E.
~
1 &

La tntegral del vector induccion magnética a2 lo
targo de upa curva cermda no ¢s cero A)
Siempre: 8) Nunca: C) Si la curva incluye una
carriente 1, D) Si la curva no incluve ninguna
comiente ¢léetrica.

La variacién del médufo del campo eléetrico €n
funcidn de la distancia de una carga ciéctrica Q
distribuida sobre la superficie de una esfera de
cobre de radio R estd descrito por la
A) B)
' 3
: S >
0 R ¢ R
) D)
T T
| > | >
0 R 0 R

3

Sea 1 una corriente eléctrica que circula 2 lo largo
del ¢je v. La variacion del mddulo del vector
induccion magnética con la distancia de v es

A) B}
gl ®B
d d
> »
) D)
g: 5
d d
- P

9.:

El potencial en ¢! punto P(0,0.3) debido a una
carga eléctrica distribuida uniformemente entre 0
v 3nf2 v com densidad X sobre la curva
x24y2216 es A) 3n/108g: BY 3g0/10h; O

l/Ameg: Dy dmeg.

Fn presencia de dieléetricos el Teorema de Gauss
s¢ pucde aplicar A) Siempre: 3 Nunca; C) Sdlo
en casocs de simetria; D) Sdlo siose trata de
dipolos.

Ei dopaje de los cristales de silicio A) aumenta
su conductividad; B} disminuve su conductividad;
) aumenta o disminuve dependiendo del
material del dopaje; D) aumenta la duracion de
vida de los componentes fabricados con dicho
material.

Si B=300 y UCC=10V la zoma de trabajo del
circuito Re
300 I, T

es A) Activar BY Corte; () Saturacién: 1)
Intensidad constante.

. La unidad de flujo magnético en el S.L ¢s el A)

Testa: BY Weber: C) Henrlo: D) Faradio/m?.

NTVRNR



Soluciones a los exdmenes de Fisica (I nfor matica de Sistemas)
1997-98

Febrero 98 — 12 Vuelta

1) B) Enlafigura se ve claramente que el campo /’
no es nulo.

El potencial, por €l contrario, si esnulo por que
las cargas son contrariasy las distancias iguales.

2) A) Pag. 191 (UD2) 3) D) Pag. 193 (UD2)

4) C) Al ser un conductor el potencial a de ser constante en el interior de la esfera(hasta R).
A partir de ahi debe disminuir con la distancia segun 1/r.

5) B) Deben situarse en el plano perpendicular ala corriente(plano XY) eir en contrade las
agujas del reloj. Pag. 178 (UD2)

6) B) 7) Sep-97 Original  8) D) 2) Sep-97 Originad 9) B) 9) Sep-97 Origina

10) B) Pag. 176 (UD2)

Febrero 98 — 22 Vuelta

1) B) Enlafigura se ve claramente que el campo
es nulo(suma de dos vectores contrarios). R

El potencial, por el contrario, no es nulo porque
las cargas son igualesy las distancias las mismas.

2) B) El iman debe seguir las lineas de campo situadas en € plano perpendicular ala
corriente(plano ZX) que van en contra de las agujas del reloj. Pag. 178 (UD2)

3) C) Pag. 193 (UD2)

4) D) Al ser un conductor € campo ade ser nulo en € interior de la esfera(hasta R). A partir
de ahi debe disminuir con la distancia segun 1/r2.

5) D) Disminuye con la distancia segun 1/r. Pag. 178 (UD2)

6) A) 4) Sep-97 Original  7) A) 5) Sep-97 Origind

8) A) El dopaje se usa para aumentar el nimero de electrones o huecos. Por o tanto la
conductividad aumenta siempre.

9) 10) Sep-97 Original 10) B) 8) Sep-97 Origina




INFORMATICA DE SISTEMAS

Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMEN TIPO A

SEPTIEMBRE - Nacional - PRUEBA PERSONAL
ORIGINAL

Notas. MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
2 PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.

§ RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.
CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

¢Qué se entiende por momento dipolar magnético de una

espira?.
A) m=qv.B.dn,

B) m=q.v.d.n.

C) m=I1dn,

D) m=1B.n,

Los conductores en los que, a aplicar un campo eléctrico,
se mueven electrones e iones, se denominan,

A) plasmas,

B) metaes,

C) €ectralitos,
D) semiconductores.

La carga el éctrica es una magnitud:

A) escalar,

B) vectorid,

C) variable dependiente del tiempo,

D) variable dependiente de la distancia del origen de las
coordenadas espaciales.

En la definicion del campo eléctrico, se usala permitividad
eléctrica del vacio,

A) nunca,

B) siempre,

C) depende del sistema de unidades,

D) sdloen € sistemainternacional.

Una bobina tiene un ndcleo, de permeabilidad p, = 700,
longitud | = 10 cm, seccion S = 2,5 cm?, nimero de espiras
N = 1000 espiras. ¢Cuanto vale e coeficiente de
autoinduccion (siendo o = 4.71107 Wh/A.m)?.

A) 0,445H,
B) 2,199H,
C) 2199T,
D) 0445T.

Un condensador plano esta formado por dos armaduras de
radio R, separadas una distancia d. Si otro condensador
tiene armaduras de radio 2.R, situadas también a la
distancia d, la capacidad del primero respecto a segundo
€s,

A) € doble,

B) lamitad,

C) cuatro veces mayor,

D) cuatro veces menor.

¢QuEé tipo de transistores posee la tecnologia de fabricacién
gue permite unamayor capacidad de integracion:?.

A) MOSFET,

B) bipolar, tipo pnp,

C) bipolar, tipo npn,

D) lostrestienen una capacidad de integracion similar.

8) Como usuario de una red eléctrica se conecta a la misma

un blogue X (formado por una impedancia RL en serie)

gue consume una potencia activa P y una potencia reactiva

Q. ¢Como se puede reducir € consumo de potencia

reactiva?.

A) incluyendo un condensador en serie con el bloque X,

B) incluyendo un condensador en paralelo con e bloque
X,

C) incluyendo una bobinaen paralelo con e bloque X.

D) incluyendo una bobina en serie con e bloque X.

Construya un circuito serie con una fuente senoidal de
tension 10/vV2 Vef y 50 Hz, una resistencia de 10 kQ y un
blogue X. Este blogue X esta compuesto por un diodo ideal
y un diodo zéner de 5V de tension zéner, (siendo idedes €
resto de |os parametros) conectados en paralelo uniendo los
terminales del mismo nombre. Los valores absolutos de
tension, maximo y minimo en la resistencia, son:

A) 10Vy5V,
B) 10VyoOV,
C) 5Vyo0vV,

D) latension es constante, devalor 10V.

10)Considerando las curvas idealizadas de salida de un

transistor bipolar npn en emisor comdn, la zona de
saturacion es:

A) paralelaal semigeY positivo,

B) paralelaal semige X positivo,

C) € semigeY positivo,

D) e semigje X positivo.

11)Un condensador de 1 pF de capacidad se encuentra

inicialmente descargado. Se carga a continuacién durante
10 milisegundos con una corriente constante de 1 mA.
¢Cua es la tension en e condensador a findizar €l
proceso de carga?.

A) 01V,
B) 1V,
) 10V,
D) 100V.

12)Lasfamilias digitales TTL y CMOS se diferencian en que:

A) la familia CMOS tiene un consumo menor de
potenciay un margen de tension de alimentacion U,
menor,

B) lafamiliaTTL tiene un consumo menor de potenciay
un margen de tension de alimentacion U, menor,

C) lafamiliaTTL tiene un consumo menor de potenciay
un margen de tension de alimentacion U, mayor,

D) la familia CMOS tiene un consumo menor de
potenciay un margen de tension de alimentacion U,
mayor.



Septiembre 98 — Original

1) C) Pag. 187 (UD1)

2) A) T6) Pag. 119Feb-94 22V uelta

3) A) Pag. 20(UD1)

4) D) T5) Feb-94 22V uelta

5) B) EnunabobinaB=punl El flujo es. ® = B.S= p.n.[.Sy en consecuencia

L = dd/dt = .(N/1).S = 700.47.10.(1000/0,1).2,5. 10™* = 2,199 mH (Confusién del

problema)

6) C) Ladistanciaentre las placas se mantiene pero la superficie se cuadriplicay por lo
tanto, la capacidad también.

7) A) 5) Sep-95 Reserva

8)

9) B) Cuando latension de lafuente es méxima(Vua= Ve.V2 = 10V) los dos diodos
conducen (se supone que ambos diodos estén en la misma direccién) y toda latension se pierde en
laresistencia

Cuando latension inversa no superalos 5 voltios los diodos no conducen, no hay intensidad
y no hay caida de potencia en laresistencia.

10) A) Pag. 62 (UD3)

11) C) Q=1t=10%10%=10°C ; V=Q/C=1010°=10V

12) D



FUNDAMENTOS FiSICOS DE LA INFORMATICA - EUITI/UNED

INFORMATICA DE SISTEMAS

Tiempo Total: 2 HORAS

EXAMENTIPOC

Curso 98/99
FEBREROQ - PRUEBA PERSONAL
Nacional — 1" semana

MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.
RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA.
CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA, 46; ASIGNATURA, 105

1)

2)

Sean dos cargas Qs = -q y Qp = 4q situadas ambas en los
puntos A(-1,0) v B(2,0) de un plano XY. Calcule los valores
del médulo del campo E y del potencial V, en ¢l punto P(0,0)
de ese plano.

A} E=q/(2neo),
B) E =g/{(dnep),
C) E=3q/(4neg), V = gf(4neg),

D) E=-g/(2nep), V = 3g/(4neg),

En el Sistema Internacional, las unidades para el campo
magnético y para la capacidad son, respectivamente:

A) Faradioy Tesla

B) Faradioy Henrio

C) Teslay Henrio

D} Teslay Faradio

V = g/(dneg),
'V = 3q/(4neo),

3) El circuito inversor formado por la unién de dos fransistores

4)

5)

de acumulacién, un NMOS con un PMOS, conectados con
sus puertas a la entrada, sus drenadores a la salida, la fuente
def PMOS a la alimentacion y la fuente del NMOS a masa, se
denormina:

A) inversorCMOS3
B) inversorNMOS
C}y inversor TTL

D) inversor PMOS

Para el circuito de la figura, calcule la corriente 1 que pasa

por la resistencia R, si su valor es de 10/3 de ohmio.

100 200

) )
5V

L SR oy L
31

Ay I=1A&
B) 1=2A
C) 1--2A
D) I=-1A

;Cual es la magnitud de la fuerza que actia sobre una
particula con carga Q = 2 mC, que se desplaza por el espacio
a una velocidad uniforme v = (1,2,-1.5) m/s, si en un instante
y en un punto dados es sometida a un campo magnético
uniforme de valor B =(2,1,-5) N/(A*m)?

A) 23*10°N

B) 9.23*10°N
C) 115*10°N
D) 1847*10°N

6) Un transistor BJT del tipo NPN se encuentra en un circuito

electrénico y presenta las signientes tensiones entre sus
terminales; Ugg = -0.7V y Ugg = -0.7V. En estas condiciones
este transistor estd trabajando en la zona:

A} activa
B) ohmicao de resistencia
C) de saturacién

DY de corte

7} Un condensador inicialmente descargado se carga con una

8)

9)

corriente constante de valor | = 4 mA, durante 5 ms. ;Cudl
es la capacidad de ese condensador, si Ia tensién final en los
extremos del condensador €s Uconp =2 V7

A) 100nF

B) O0.1pF

C) 10uF

Dy 1uF

La expresion vectorial (g.E + P) representa al vector:

A) desplazamiento

B) campo eléctrico en medios dieléciricos
C) potencial eléctrico en dieléctricos

D} polarizacién

Un dicdo de unidn PN con tension umbral de 0.7 V se
conecta a un circuito de tal manera que el ctodo presenta
una tensién de 1.3 V mientras que el anodo presenta una
tension de 0.9 V, medidas ambas respecto de una referencia
comin. ;Cual es el comportamiento del diodo en estas
condiciones?

A) Se comporta como un circuito abierto

B) Secomportacomouna pilade 0.7V en serie conuna R
C) Secomportacomounapilade 0.7V

D)} Se comporta como un cortecircuito

10)Se dispenen tres cargas puntuales Q,, Qg ¥ Qc en los puntos

A(2,0,0), B(-1,0,0) y €(1,0,0). Sabiendo que sus cargas son
Qa = 2q ¥ Qc = 8q, ;qué valor debe tener Qn para que la
fuerza sobre Qc sea nula?

A) Qs=-q
B Qs=Qc
C} Q=2Qa
D) Qs=-%q

11}Se tienen dos condensadores, Cap (de terminales A y B) y

Ccp (de terminales C y D) conectados entre si por los
terminales B y C. Los terminales A y DD se conectan a los
terminales de una fuente de tension de 12 veltios. Si Cug =
300 nF y Ccp = 100 nF, calcule fa tension entre los
terminales A y B.

A) 3V
B) 12V
Cc) 9V
D) 6V

12) Calcule ef flujo de la induccién magnética a través de una

superficie rectangular, limitada por los vértices A(-1,2,0),
B(4,2,0), C(-1,-1,0) ¥ D{4,-1,0), estando las coordenadas
expresadas en metros. La induccién magnética es constante
en todo el espacio e igual 2 B = (2,4,3) N/(A*m).

A) $=60Wb
B) ¢=45Wb
C) $=32Wb
D) $=30Wb
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1) A) Porlaley de Coulomb E; y E, son iguales y valen g/4meo . COmo ambos campos se

suman al tener la misma direccion y sentido:
E=2.(g/4meo) = q/2meo . Ya sabemos que la respuesta correcta es A)
puesto que el valor del campo eléctrico no puede ser negativo.

El potencial es V| + V, = -q/4neo + q/2meo = g/4meo

2) D) Pag 176 (UD2) y 89(UDI)

3)0
1 8q-2q . 1 80, . 1 82¢g_ 1 B8q-0
FAC:4 e ; Fpe = =t = =
e, 1 drs, 2 drg, 1 drg, 2
8q4-2q9 _89-0
12 = 22b ; 2q.22:Q[) ; Qb:8q
4) B) Aplicando las leyes de Krichoff al nudo superior y a ambas mallas:
I=I+DL

5=10I;+ (10/3) I  Resolviendo el sistema: I; =1/6 A ;1,=5/6 A ; I=1A
20 =20I, + (10/3)I

5) B) El valor del flujo magnético es: ¢ = J.B-dS =B.S
En nuestro caso la superficie esta en el pland XY y vale 15 m? . El vector superficie es
§=(0015 . Elflujoes ¢= (2,4,3).(0,0,15) =45 Wb

6) B) " ;y' "
F=q(vxB)=2.10".|1 2 -1%=(-85,2,-3) F =|(-85,2,-3)|=18'466 N
2 1 -5

7) C) La carga que recibe en esos 5 ms es: Q= L.t =4mA.5ms = 20 pC.
En un condensador C=Q/V=20 uC/2V =10 pF

8)B) 1’3-0°9=0,4 V <0,5 V. No llega al umbral, no conduce y esta al corte.
9) D) La tecnologia que usa transistores NMOS y PMOS se conoce como CMOS.

10) C) Siendo Ugg =0’7 V la union base emisor estd conectada en directo.

Siendo Ugc = 0’7 V la union base colector esta conectada en directo. Estamos en saturacion.

11) C) Ambos condensadores estdn en serie. Tienen la misma carga. La capacidad equivalente
es: 1/C=1/300+ 1/100=4/300 = C=75nF . Lacargaes : Q=C.V=75nF. 12V =
= 0’9 uC ; y por tanto: Vag= Q/Cag=0’9 nC /300 nF= 3V

12) A) Pag. 73(UD1)
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1) Calcule e médulo de la fuerza con que se atraen dos cargas,
Qa=4*10° Cy Qg = -8410 * C, situadas en los puntos
A(-1,1) m y B(1,-1) m deun plano XY. &= 8.85*10 2 F/m.

A) [F=0.4496 N
B) [FL=3.5967N
C) [F[=28.7738N
D) [FLC=20.3461N

2) End Sl. e Henrio eslaunidad de:
A) lainductancia
B) el flujo magnético
C) e campo magnético
D) lapermeabilidad magnética
3) En un campo eléctrico uniforme E = (6,-5,-4) V/m se mueve
una carga de 0.1 C desde € punto A(1,1,1) hasta e B(0,5,-3).
¢Cudl es € trabgjo realizado para mover dicha carga?
A) 0.2
B) 427
C) 1J
D) -1J
4) Para€ circuito de lafigura calcule e equivalente Thevenin,
Ro y U, respecto de los puntos A y B.

100 Q 200 Q
15V A ov_|
B
A) Ro=15Q, Uo=15V
B) Ro=300Q, U,=15V
C) Ro=66.7Q, Uo=20V
D) Ro=150Q, U,=20V

5) Por una bobina de 10 mH circula una corriente constante de
1A. En € instante t, la corriente comienza a crecer
linealmente hasta adcanzar un valor de 2A en €l instantet; . A
continuacién la corriente permanece constante. El tiempo entre
esos instantes es de 2 ms. Indique € valor de la f.em.
inducida en labobinaentre losinstantest gy t ;

A) [Of.em.[E5V
B) Of.em.[F1V
C) OOfem.[F2v
D) Of.em.[=10V

6) ¢Cud es la magnitud de la fuerza que actlia sobre una
particula con carga Q = 10 mC, que se desplaza por €l espacio
a una velocidad uniforme v = (2,0,1) m/s, S en un instante y
en un punto dados es sometida a unos campos magnético y
eléctrico uniformes de vaores B=(1,2,-2) N/(A*m) vy
E=(0,1,2) V/m?

A) 74810 3N
B) 7.48*10° N
C) 87.2*10° N
D) 8.72¢103 N

7) Un condensador, C, de 20 uF, inicialmente descargado, se
carga con una corriente constante de valor | = 5 mA, durante
20 ms. A continuacion, C se desconecta de la fuente de
corriente y se conecta en paralelo a un condensador de 5 uF,
inicialmente descargado. ¢Cudl es la tension fina en los
extremos de ese condensador, C?
A) 10V
B) 5v
C) 20v
D) 4v
8) Un diodo de tensién umbral 0.7V y resistencia interna 100
ohmios se conecta a una fuente de tension de 15V através de
una resistencia de 900 ohmios. Calcule la corriente que
circulapor el diodo s éste se haya polarizado directamente.
A) 15mA
B) 14.3mA
C) 15.7mA
D) 16.3mA

9) Se conecta el colector de un transistor NPN a una fuente de
tensidn de 5V a través de una resistencia, la base a un
termina de entrada a través de otra resistencia, y € emisor a
masa. Con este circuito puede construir un:

A) inversor NMOS
B) inversor PMOS
C) inversor CMOS
D) inversor bipolar

10) Se conecta e drenador de un NMOS de acumulacion (con
Ut =1V) d terminal positivo de una pila de 10V a través de
una resistencia de 1000 ohmios, la puerta se conecta
directamente a dicho terminal de la pila, y la fuente se
conecta a terminal negativo de la pila. En estas condiciones
el transistor funciona en la zona

A) activacon [c=p*Ig

B) deresistencia con una corriente Ip=15mA
C) decorte

D) de corriente constante

11) Un equipo con un motor se conecta a una red eléctrica de
220 Vef / 50 Hz, consumiendo una potencia activa de 800 W
y una corriente eficaz de 5 A. S su equivaente es una
impedancia R-L serie, indique € factor de potencia de dicha
impedancia.

A) 0.275
B) 0.514
C) 0.727
D) 0.972

12) El factor 1+X , Se denomina:
A) susceptibilidad magnética
B) permeabilidad magnética
C) permeabilidad magnéticarelativa
D) susceptibilidad magnéticarelativa
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A 1) B) Ladistanciaentre ambas cargas es V8 m.
® Aplicando laley de Coulomb:

F = (V4neo).(|Qal.|Qel/d?) =3'5967 N

@B 2) A) Pag. 218(UD2)

3) D)
W s =

—_—

Fdr =F.r =(06,-05,-04).(-1,4,-4) = -06-2+16 = —1J

> —y

donde F =qE=(06,-05-04) y r=AB=(-14-4)

4) C) Vistasdelosterminales A y B ambas resistencias estén en paralelo. Asi:

1/Ro= 1/100 + 1/200 = 3/200 = Ry= 200/3 = 66'67 Q

Larespuestaade ser C) . De todas formas calcularemos Up=V ag . Aplicando la segundaley de
Krichoff: 30-15 =200l + 100l — 1 =50 mA ; Uo=Vag=30-2001 =20V

5) A) ¢'= L(dl/dt) que en nuestro caso se convierte en: £'= L(Al/At)= 107[(2-1)/0'002]= 5 V

6) C) — - —
Ux Uy U

F.=q(vxB)=103|2 0 1|=(-0'02,0'05,0'04) ; Fe=qE =107°(0,12) =(0,0'01,0'02)
1 2 -

F =Fn+Fe =(~002,006,006) F =|(-0'02,006,0'06)| = 0'08718 N

7) D) Lacargaquerecibe en esos 20 mses: Q= I.t = 20mA.5ms =100 uC

La carga se reparte entre ambos condensadores hasta igual arse su potencial. A mas capacidad
mas cargay asi nuestra capacidad se queda con 4/5 de la cargatotal, 0 sea 80uC y € otro condensador
con 20 uC : ladiferenciade potencial paraamboses. V= Q/F =80 uC/ 20uF =20 uC/5uF =4V

8) B) Si estapolarizado en directo comporta como una pequeiiapilade 0’7 V detensiény 100
ohmios de resistencia. La segunda ley de Krichoff aplicada al circuito nos dice que:
15-0'7 = 900l + 100l — I=14'3 mA

9) D) Lostransistores NPN son bipolares.

10) D) Con estos datos es 16gico pensar que € transistor conduce porque laresistencia de 100
ohmios produce una bajada de tension en el drenador respecto ala fuente mayor de 1V. Estamosen la
zona superior derecha de las curvas caracteristicas del NMOS de acumulacion , 6sea en laregion de
corriente constante.

11) C) Pa=V.l.cosh — cosd = 800/(220.5) = 0' 7273

12) C) Pag. 245(UD2)
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1} Se sithan dos hilos conductores rectos de longitud infinita, H, y
Ha. paralelamente uno respecte dei otro y separados por una distancia
D. Por H, ¥ por H; circula |a misma corriente [ pero con sentidos
opuestos. Calcule la magnitud del campo magnético B, producido por
dicha corriente, en un punto P situado a una distancia /2 de cada
conductor. sabiendo gue el campo producido por H, en un punto
cualquiera situado a una distancia d es pol/(2rd).

A}y Bp=0T,

B} Bp=pu,l/(nD) T,

C)  Bp=pl/(2eD) T,

D) Bp=2ulAxD) T.
2y El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es:

A)  siernpre nulo.

B) igealafa carga existente sobre dicha superficie,
x ) proporcional a la carga contenida en el interior de dicha

superflcie,
D) proporcional a la diferencia entre la carga existente en el
interiory la carga existente en el exterior de dicha superficie.

3)  Un cendensador de 100 pF se carga hasta almacenar una energia
de 5*10° J. Con esa carga se conecta on paraleio a un condensador de
100 pF gue estaba descargado. (Cuil es ia tension final del conjunto de
ambos condensadores pucstos en paraleto?

A} 3V,
B) 0V,
) 10V,
D) 3¥2v.

4}  Sean dos cargas @, = q ¥ Qg = -2q situadas en los puntos A{-1,0)
¥ B(1.0) de un plane XY, respectivamente. Caleule el valor det campo
E en ¢l punto P(0.0) de ese plano sabiendo que ¢l modulo de la fuerza
con la que se alraen estas cargas ¢s: Fo g = 14{8aeg).

A)  Ej=(3u,)(8aeg) Vim,

B) Ep=(3u.)(dney) Vim,

) Ep={-u,)/{dnen) Vim,

Dy Eg=(-u.)i(8neg) Vim.
5)  Un cireuito RL seric. en el que la bobina esta inicialmente
descargada v donde son B = 100 £2 v L = {0 H. se conecta a una fuente
de tension de 200 V. ;Cual es la maxima tension que se registra entre
los extremos de la resistencia despuds de la conexién?

A) OV,

B) infinito,
Cy 20V,
Dy 200V,

6)  (Qué tensidn tiene la fuente Uy para que todo el circuito de la
figura tenga como equivalente Thevenin, respecto a los terminales A y
B, un circuito serie formado por una fuente de 90 V y una resistencia de
130 Q7

A) Ux=30 V.
B) Ug=210V.
C) Ux=-90V,
D) Ux=80V.

’7} Cierta superficie plana, 8, tiene un drea de 2 m* y esta coatenida
en una region del espacio en la que existe un campo magnético B
constante y uniforme. La magnitud de dicho campo es de 10 T y tiene
una direccion que forma un angulo de 30° con la superficie S (si ese
angulo fuese de 90° entonces B seria normal a 8). ;Cual es la magnitud
del flujo de B a través de csa superficie §?

A)  hg=10T/m’,

B) ¢s=1732T/m’,

C)  ¢5=10Wbh,

D) $5=1732Wh.
B)  ¢Cual es el valor eficaz de la corriente activa absorbida por un
motor de 880 W y con factor de potencia de 0,30 cuando se conecta a
una fuente de tension de 220 V eficaces v de 50 Hz de frecuencia?

Al -8 A
By 4A.
Cy 164,
Dy 8A.

9 La zona de tipo N de un diodo zener se conecta al terminal
positivo de una fuente de tension de 13 V a través de una resistencia
serie de 1000 €2 La zona P de ese diedo se conecta al terminal negativo
de dicha fuente. Sabiendo que este diodo se caracteriza por U; =56 V,
rz= 1000, Up =07V yrp =10 ;cuil es la corriente que circula por
cl diodo?

A} noconduce,

B} Ip=1416mA,

C) Ip=835mA.

Dy Ip=15mA.

10) Un transistor NPN (unciona en zona acliva cuando su base se
conecta al terminal positive de una fuente de tension de 5 V a través de
una resistencia de 10 k€. su celector s¢ conecta al terminal positivo de
una fuente de 20 V a través de una resistencia de 100 £ v el emisor se
conecta a los terminales negativos de ambas fuentes. Si = 100. calcule
la corriente que circula por el colector.

A)  [-=200mA,

B) Ic=43mA.

Q) I=198mA,

D) =30 mA.

1y ;Qué ley del electromagnetismo relaciona la fem. con Ia
variacion del flujo magnético?

A} Laley de Faraday,

B) Laleyde Lenz,

C) Laley de Ampere,

D)  Laley de Gauss.

12} ;Cuél de las afirmaciones siguientes es cierta?

A)  En un transistor bipolar NPN funcionando en zona activa, la
cotriente de la union PN ernisor-base controla la coriente gue
circulapor la unidn PN colector-emisor,

B} En un transistor JFET existe una union PN entre fuente y
drenador,

€)  Enun transistor MOSFET la puerta se conecta al canal a través
de una union PN.

D} Enun transistor MOSFET de deplexién, cuando la tensién entre
la puerta y fuente es nula, existe una corriente no despreciable
entre drenador y fuente.
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1) D) Ambos hilos crean un campo magnético de igual direcciony sentido. Por lo tanto:

Be= 2[Mol/2nd] = 2[pol 127(D/2)] = 2410l/mD

2) C) Pag. 50(UD1)

3) A) Laenergiaque almacena un condensador: W= % CV2 .Por lo tanto: V= V2W/C = 10V

Lacargaes Q=C.V=1mC que se reparte entre los dos condensadores de la misma capacidad,
conectados en paralelo, a partesiguales. Cémo la capacidad eslamisma a distribuirse lacargala
diferencia de potencial V=Q/C disminuye alamitad; a5V

4) B) F=1/8reo= (Udneo).(1ql |-2q]/29) = p/8reg > q=+1C

A B L as dos cargas producen campos de lamismadireccion y
*—Er sentido que se suman , y asi:
+q -2q E= Ex+Ez = (dneo).(| Q a | /0a?) + (UAneo).(1 Qs /ds2) =

= (U4reo).(1/1?) + (U4neo).(29/12) = 3/4neo VIm
En el dibujo se ve claramente que ladireccion y sentido del campo eléctrico es positiva.

5) D) Si despreciamos laresistencia de la bobina cuando €l circuito se estabilice todala
resistencialaejerce laresistenciay su tension fina esladelapila, 200 V

6) A) Paraque Uy sea 90V ladiferencia de potencial entre A y B debe ser precisamente 90V.
Aplicando las leyes de Krichoff:
Ux—Vag=25011+2001;; 240-Vag=1001,+3501; ; I=11+ I3
Sabiendo queVag =90V y | =90/450 = 0’2 A podemos resolver el sistema de ecuaciones, de
donde Uy, =30V

7) C) Segun ladescripcion del texto el vector campo magnético y el vector superficie
S forman un angulo de 60°. Asi:

- -

B ¢=] B.dS=B.S=BScosa =10.2.cos60° = 10Wb
S

8) D) Cémo Ps=V.l.cosh — | =Py/V.cosb = 8A

9) C) En estasituacién e diodo conduce en inversay aplicando laley de Krichoff:
15-5,6= 10001+1001 — | = 8,545 A

10) B) Si estaen activalc= plg . Ademas I,=(5-0'7)/10k = 0’43 mA ; Ic= 100.0'43 = 43 mA
0’7V esel valor de Vge cuando € transistor esta en activa. Se podria comprobar que el
transistor esta en activa pero no es necesario.

11) A) Pag 207(UD2)

12) A) Pag. 62 (UD3). Eslo que ocurre en & problema 10) I c= Bl
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1) La expresién que relaciona la circulacién del vectpr campo
magnético B sobre un camino cerrado con la corriente que atraviesa la
superficie delimitada por ese camino se conoce como:

A} ley de Ohm,

B} ley de Faraday,

C)} ley de Coulomb,

D) teorcma de Ampére.

2% Un circuito RLC serie donde R=3300 , L=10mH vy C= 10 uF,
se conecta a una fuente de tensién altema senoidal de frecucncia
50 Hz. Si la tensidn eficaz de la fuente es de 100 V, ;cudl es el factor
de potencia de este circuito RLC serie?

Ay 072
B) 0,1%;
C) 095
D) 1,05

3) Sean tres cargas Q. =2 C, Qg = qy Q¢ = 1 C. situadas en los puntos
A{-3,0), B(0,0} v C(3,0) de un plano XY, estando expresadas las
distancias en metros. Calcule el valor de la carga q, sabiendo que el
potenciat V, en el punto P(1,0) de ese piano es Vp = 1/{2neg) V.

A) q=178C,
B) q=1C,
C) q=13748C,
D) g=4C.

4) Se tienen dos hilos rectos, paralelos al eje coordenado OZ,
conductores, de longitud infinita y didgmetro despreciable. De cllos, €l
denominado H; conduce una corriente [, de 2 A y sentido ug, mientras

que por H, circula vna corriente I de 1 A y sentido -ugz. Calcule el

campo magnético B en el punto P(2,0,0) m, sabiendo que H, pasa por
€l punto O{0,0,0) m mientras H, lo hace por A{1,0,0) m. La magnitud
del campo magnético B producide por H; en un punto situado a una
distancia d es ppl/(2nd).

A)  Bp=pauy/(2m) T,

B) Bp=peuy/nT,

Oy Bp=-pouy/(4m) T

D) Be=0T,
5) Un transistor BJT de tipo npn ¥ B = 100 se conecta de la siguiente
manera: Ja base se conecta al terminal posilivo de una pila de 5V a
través de una resistencia de 100 kQ; el colector se conecta al terminal
positive de ofra pila de 10V a través de una resistencia de 100 ©; el
emisor se conecta a los terminales negativos de ambas pilas. En estas
condiciones calcule la corriente de colector.

A) Io=100mA.

B) Ic=430mA.

C) Ic = 0,00 mA.

DY i:=10,0mA.
6) Dado 2] circuito de la figura calcule la tension Uy en [a resistencia R
de 150,

A) Ug=15V,
B) Ug=10V,
C) Ug=-10V,
D} Up=5V.
60
_'L_ v
25V < 50
%Lﬁ;’ R=15Q
40

7) Un circuito RC serie con R =10 £2 y C = 1 mF se conecta a
una pila de 10 V en el instante t,. Si inicialmente el condensador
estaba descargado, ;jqué corriente circula por R en ¢l instante
ty =ts+ 2 ms?

A) I(t))=181.27 A;

B) I(,)=81L87A;

C) I{t))=08187A;

Dy Kt)=18127A. _
8} Una superficie esférica cerrada contiene en su interior una carga de
-1 C. Indique el flujo del campo eléctrico, producido por esa carga, a
través de dicha superficie: '

A) =1/, Wh,

B} ¢=-1/g, Wb,

C) ¢ =-ligg Vem,

D) ¢=1/gg Vem.
9) Un diodo de unién PN presenta una tension inversa de ruptura de
8 V, una tension umbral de (.6 V y una resistencia equivalente serie de
2 Q. Este diodo se conecta a una pila de 10 V de tal manera que s
zona P se conecta al terminal positivo de la pila mientras que la zona N
se conecta al terminal negativo de la pila a través de una resistencia de
680 . ;Qué intensidad circula por ¢l diodo?

A)  Igioae = 8,00 mA, hasta que se destruye el diodo por

calcntamiento.

B) [diudo =13,78 mA,

C)} laintensidad que circula por el diodo es nula.

D) lyiodo = 10,85 mA.
10} Acerca de un cristal de silicio dopado con impurezas del tipo P se
puede afirmar lo siguiente:

A} en su interior los huccos son los portadores minoritarios,

B} en su interior los electrones son los portadores

mayoritarios,
C) en su interior los huecos son los portadores mayoritarios,
D) ese cristal estad dopado con impurezas donadoras,

11) Un condensador C, de 1 pF cargado, presenta una tension de 10 V
entre sus terminales. Otro condensador C; estd cargado con 20 pC. En
esos estados, se conccta a C; en paralelo con C; de tal forma que se
unen los terminales positivos entre si resultando que la tensién final del
conjunto es de 10 V. ;Cuil es la capacidad del condensador C,?

A) C;=1yF,
B) C,=S5uF,
C) C,=2yF,
D) C,=10yF.

12) Indique cuil de las siguientes afirmaciones es cierta,

A) En un JFET la corriente de portadores entre fuente y
drenaje se controla mediante ¢l campo eléctrico existente
en la unién puerta-fuente polarizada inversamente.Los
transistores MOSFET no pueden ser utilizados como
resistencias en los CLL

C) Un transistor de efecto campo que presenta un aislante
entre puerta y canal se denomina JFET.

D) Un transistor de efecto campo con una unién PN entre
puerta y fuente se denomina MOSFET,
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1) C) Pag 193(UD?2).

2)A)R=330Q ; X =2xfL =3,14Q ; Xc=1/2nfC=318 Q2 — Z =330 + (3,14-318)i —»
— tand =-314,86/330 =-0,95 — 0 = -43° 39" Factor de potencia= cosb = 0,72

3) A) El potencial total es:
P V= (UAne)(2/4) + (UAneo)(g/l) + (Udneo)(L2) = 12re
No es dificil ver gue para que se cumplalo anterior hade
cumplirse queg= 1C.
1 _ g, q -1C

2mgy  Amey !

4) D) Mirandolo de arriba tenemos lafigurade a lado.

B1 Ambos hilos crean en P dos campos magnéticos de igual valor pero
2A P | sentido contrario, que a ser opuestos suman O:
@_<§ Bi=pl1/2nRy= 41.107.2/21.2 = 21110 Tesla
L, B,=plo/2nR,= 41.207.1/2n.1 = 211.20" Tedla
B=B;+B,=0

5) A) Siendo Vgg=5V>0,7 V launion BE conduce
100Q Yy por lotanto € transistor esta en activa o saturacion.
Vamos a suponer que esté en activa. La corriente de la
base es:
Is=(5V-0,7V)/100kQ = 0,043 mA
Lacorriente del colector sera: Ic=p Ig = 4,3 mA
Para asegurarnos de que €l transistor esta en activa

calculemos la caida de potencial en laresistenciadel colector: 4,3 mA .100Q = 0,43V < V¢ ; lo cua esa consistente
con que €l transistor esta en activa.

0V

6) C) Aplicando las leyes de Krichoff para
60 un nudo y las dos mallas tenemos que:
I1=1l+ 13
25+10=6 I3+ 15l,+ 4,
10=151,- 5l3

3N ——
— 'l" U '3 % 5o Resolviendo el sistematenemosquel,= 1 A;
y Ur=1.R=115=15V
ui% 150

A



7) D) Aplicando laformula correspondiente:
i(t)= V—F;.(e_(}/RC)'t] =i(t) = %.[e_(%o.los)'z'lw] =0,8187A

No es necesario hacer el calculo porque el valor maximo dei(t) esVo/R =1 A ; y de ninguna
manera puede ser mayor.

8) C) Aplicando el teorema de Gauss: ¢= 2 Qindeo=-1L/goV.m ; Cuidado con las unidades.
El Weber eslaunidad del flujo magnético.

9) A) Si laparte positivade lapilase unealazona P del diodoy lanegativaalazonaN €
diodo conduce en directa, equivaliendo aunapilade 0,6 V y unaresistenciade 2Q2. Aplacando la 22
Ley de Krichoff a circuito:
10-06=6801+21 —1=9,8/682 = 13,78 mA

10) B) Pag. 26 (UD3)

11) C) Para C; tenemos que Q; = C; .V1 = 1uF.10V = 10uC. .

Lacargatotal es Q; +Q, = 10uC+20uC = 30uC.
Lacapacidad total es: C=Q/V= 30uC/10V = 3uF . Por fin: C; = C-Cy = 3uF-1uF = 2uF
12) C) Pag 54 (UD3)
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1) Sean tres cargas, Qa = V2C. Qg=-V2C ¥ Q¢ =2 C situadas en los
puntos A(-1,0), B{1,00 ¥y C(2.1). respectivamente, de un plano
coordenado, estando las dimensiones en metros. Calcuic cl vector
campo eléctrico producido por estas tres cargas en ¢l punto P(O, 1.

A}  Ep= uy/(Bngy) Vim
B) Ep=0V/m
C)  Ep=-ux/(8ney) V/im

)  Ep=-ux/(4ngy) Vim
2) En un diodo semiconductor polarizado inversamente (sin llegar a la
avalancha) se puede afirmar que:

A) la comriente de portadores mayoritarios aumenta mientras
que la de portadores minoritarios pricticamente
desaparece;

B} la zona de transicion desaparece vy los portadores
mayeoritarios pueden circular libremente;

C) la corriente a través decl diodo depende casi
exclusivamente de la temperatura y aumenta con ella;

D) la corriente de portadores minoritarios es despreciable

frente a la corriente de porladores mayoritarios.

3) De las siguientes afirmaciones indique cval es cotrecta.

A} En un conductor cilindrico, de cobre, la corriente de
conduccion se produce cuando hay un transporte de masa
que arrastra particulas cargadas en su movimiento.

La resistencia de un conductor cilindrico es directamente
proporcional a su seccion transversal ¢ inversamente
proporcional a su longitud, siendo su resistividad la
constante de proporcionalidad.

Un conductor se caractcriza porgue en condiciones
estaticas el campo eléctrico en su interior es nula

Se conoce como constante digléctrica a la relacitn entre la
permitividad del medio v la susceptibilidad del vacio.

B)

C)

D)

4) De las siguientes afirmaciones indique la que es falsa.

A) Dos hilos conductores paralelos recorridos por una misma
intensidad de corriente eléctrica se atraen si las corrientes
tienen el misme sentido.

Una particula cargada en movimiento uniforme en la
presencia de un campo eléctrico ¥ de uno magnético
experimenta una fuerza conocida como firerza de Lorentz.

La unidad de medida del coeficiente que relaciona el flujo
magnético a través de una espira conductora con la
corriente que circula por dicha espira es el Henrio.

En el interior de un cilindro de material imanado se tiene
que el vector campo magnético B es igual al producto del
vector intensidad del campo magnético H por la
permeabilidad magnetica del vacio.

5) Un diodo de unién PN se caracteriza por presentar una tension
umbral de 0,6 V y una resistencia equivalente en conduccion de 1 Q,
siendo su tensitn inversa de ruptura de 200 V. Si este diodo se conecta
a una fuente senoidal de tensién de 50 V de valor eficaz y 50 Hz de
frecuencia, a través de una resistencia de 100 €2, ;cudl es el maximo
valor absoluto de la tension registrada entre los extremos de este
diodo?

B)

<)

D}

A) 06V
B) 50V.
) 107V
D) 1,294 V.

6) Un circuito RL serie con R =200 (v L = 10 mll, se conecta a una
fuente de tensidn senoidal de frecuencia, f, y tensién eficaz de 220 V.
;Cudl es su frecuencia si el factor de potencia del circuito RL serie es
de 0,7?

A) f=1623,7Hz.
B} f=32474Hz
C}y f=1kHz

Dy f=130385Hz.

7) Un circnito RC serie con R =10 € y C =1 mF se conecta a una pila de
tensidn Uppa. Se sabe que en el instante de la conexion, la tensién en el
condensador era de Up = -10 V, micntras que su tension final ¢s Uz = 10
V. (Cuadl es la tensién de la pila?

A} Up"_’;\ =200V,
B) Uppa=0V.
C) UPILA =10V,
D) UPILA =20V,

8) Sean dos hilos conductores rectos, paraleios al eje coordenado OZ, de
longitud infinita y didmetro despreciable, Por el primero, H;, conduce
una cotriente 1), de 1 A vy sentido ugz, ¥ por ¢l otro, H,, circula una
corriente I de 2 A y sentido -uz. Calcule el campo magnético B en ¢l
punto P{(.0,0) m, sabiendo que H, pasa por el punto A(-1,0.0) m
mientras Hy lo hace por B(2,0,0) m. La magnitud del campo magnético B
producido por H; en un punto situado a una distancia d es pIA{2rd).

A) Bp=0T,

B)  Bp=-pouy/(2r) T.
C) Be=pouy/x T,

D) Bp=pou/{4m) T

9) Un condensador C de 0,5 uF, inicialmente descargado. se carga con
una corriente constante de 1 pA durante un segundo para, a continuacion,
descargarse a corriente constante de 2 pA hasta que la tension entre los
terminales de C es de 1V. jDurante cuénte tiempo sc ha descargado el
condensador?

A) t{descarga)=0.25s.
BY t{descarga)=0,5s.
C) t{dcscarga)=1s.
D} t{descarga)=2s.

1) De 10das las afirmaciones siguicntes sélo una es aplicable a-los
transistores MOSFET de acumulacién de canal n. indique cudl.

A) Poseen dos uniones PN estando la puerta conectada a la
zona tipo n comiin a ambas uniones.
Poscen un terminal de puerta metdlico, separado del canal
semiconductor por una capa de dxido de silicio.
Posesn una unidon PN entre la puerta ¥ la fuente que se
polariza inversamente para controlar [a corriente que
circula entre ¢l drenaje ¥ la fuente.
Se caracterizan porque permiten la circulacidn de corriente
entre drenaje y fuente cuando la tension enire puerta y
fuente es nula.

11) Un transistor BJT del tipa NPN con 3 = 1{{, se conecta a una pila

de 30 V de la siguiente manera: el colector se conecta al terminal

positive de la pila a través de vna resistencia de 330 Q. La base

tambidn se conecta al mismo terminal positivo de la pila a través de

una resistencia de 560 k2. El emisor de conecta directamente al

tetminal negativo de la pila. Calcule la tension entre colector y emisor.
A) Up=2827V.

B)

C)

D)

B) UCE =0V,
C) UCE = 1,73 V.
D) Ug=30V.

12} Caleule el valor de ta fuente de tensidn del equivalente Thevenin del
circuito de la figura respecto de los terminales A-B, sabiendo que la
resistencia equivalenteThevenin cs de 100 £2.

A) Ugp=20V. R

B) Ug=10V. A A

D) Usp=35V. <200 Q
we |
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1) A) Enlafiguravemoslaposicion delastres cargasy ladireccion y sentido de los campos

gue producen.
Calculemos primero los val ores de dichos campos:
= 1 V2 2 1 2 1
= E © EA:EB:47Z€ ' 2:87&9 ! :471'6‘ .?:871'8
= 0 (\/E) 0 0 0
® Como seve en lafigura, las componentesde EA y Eg enla
direccion del gie Y seanulany las componentes en la direccion del
ge X sesuman. Asi:
E,+E;=E, +E; =2 V2 .C0s45° =2, V2 .ﬂz 1
8re, 8rs, 2 A4ns,

Por fin tenemos que restar a esta Ultima cantidad el valor de Ec parahalar el campo total:
E _ 1 _ 1 u—x' _ u,
dre, 8rs, 8rs,

2) C) Pag. 32 (UD3) 3) C) Pag. 47 (UD1)

4) D) B=u.H ; donde"u" eslapermeabilidad magnéticadel medioy no del vacio.

5) C) Si el valor eficaz delafuente es50 V @ méximo es50V2 V y @ minimo -50v2 V.
Cuando € diodo conduce (vs>0,6 V) latension entre los extremos del diodo es mas o menos

de 0,6 V. Cuando € diodo estaal corte (vi>0,6 V) latension entre |os extremos del diodo es v ya
que €l circuito esta abierto. El valor minimo para este caso es cuando Vi = v, = -50V2 V. El diodo
nunca se sittia en laregién de ruptura.

Asi pues el méaximo valor absoluto de v, es: |-50V2| = 70,71V

6) B) El factor de potencia es: cost donde el angulo 6 cumple que tand = X/R
Siendo cosf= 0,7 tenemos que 6= arc cos(0,7)= 45°34'23"= 0,7954 rad.

Por lo tanto: tan6= tan(0,7954)= 1,02 Ademas, R=200Q ;y X=X =L®»=0,01lm
Tenemos que: tanf= 1,02 = X/R = 0,01&/200 — o= 1,02.200/0,01 = 20400 s*
Por fin lafrecuenciaes: f= o/2r= 20400/2n= 3247,4 Hz

7) C) El condensador alcanzaa final del proceso unatension entre sus armadurasigua ala

producida por lapila, puesto que la corriente se anula.

As pues Up a=Ucrina= 10V

2l n, 8) C) El hilo H; produce un campo magnético en el
punto (0,0,0) en ladireccién del ge’Y en sentido

z S0 positivo(sentido de giro respecto a H; contrario alas agujas

del relgj).

(=) El hilo H, produce un campo magnético en € punto

vy (0,0,0) enladireccion del gje Y en sentido positivo(sentido
de giro respecto a H, favorable alas agujas del reloj).

Ambos vectores se suman para obtener lainduccién

magnética total:

_ . — — .U
B=(Bl+Bz)-uy=[ﬂ—°1+ ﬂozj.u _oHo o HoTy

271 272 ) 7 2r T



9) A) Enunacorriente de 1pA pasa 1uC por segundo. Luego en pricipio tenemos una
carga de 1uC en e condensador; y unatension entre sus placas de:

C=Q/V — V=Q/C = 1uC/0,5uF = 2V

Posteriormente se descarga hasta alcanzar latension de 1V. Osea, que pierde la mitad de su
carga, 0,5uC. Con una corriente de 2uA (2LC en un segundo) se necesitan 0,25s para descargar 1os
0,5uC.

10) A) Pags. 54, 55y 56 (UD3)

11) A) Siendo Vgg=30V>0,7 V launién BE conducey
por lo tanto el transistor esta en activa o saturacion. Vamos a
suponer que esta en activa. La corriente de la base es:
15=(30V-0,7V)/560kQ2 = 52,32 uA
Lacorriente del colector ser& Ic=p 1g = 5,232 mA
Ahora calculemos la caida de potencial en la
resistenciadel colector: 5,232 mA .330Q =1,727V <Vcc;
lo cual esa consistente con que el transistor esta en activa.
Por finVee=Vc-Ve= (Vec-1,727V) -0V = 30-1,727 = 28,273 V

— 30V

12) B) Viéndolo delosbornes A y B laresistenciade
R 10002 esta en serie con R, siendo su equivaente 100+R. Esta
A resistencia equivalente esta a su vez en paralelo con la
resistencia de 200Q). Para gque laresistencia final sea de 100Q
—20V la suma 100+R ha de ser de 200Q2 (Dos resistencias iguales
l 200Q2  conectadas en paralelo equivalen a unaresistencia de su mitad
de valor). Por lo tanto R= 100Q.
B Laintensidad que pasa por €l circuito es pues:
| = 20/(R+100+200)=0,05A ; y:
Vag=1.200=10V = Ey

100 Q@
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1} Para el circuito de la figura, calcule la potencia, Py _disipada en la
resistencia R.

A) Pg=30W _
B) Pr=60W, 60
C) Pr=9375W. ] N l
50V < S0
R=1011
40

Ar

2) Calcule la energia magnética, Wy,, debida a una bobina que al ser
recorrida por una corriente de 2 A produce un flujo magnético total,
que atraviesa todas las espiras de la bobina, de 3 Wb,

- A) W,=31I
B) Wp=61.
C) W,=91.
Dy W,=121.

3) Un circuito RLC serie donde R=100Q), L=10 mH ¥
C = {25/%) pF, se conecta a una fuente de tension alterna senoidal de
frecuencia variable. ;A qué frecuencia, f, de la fuenic alterna, el
circuito serie presenta una admitancia de 10 m38?

A) f=0628Hz
B) f=1kHz
C) f=6283Hz
D) f=395Hz

4y De un condensador, C. se sabe que cuando se le carga con una
corriente de 2 mA durante 10 s su energia pasa de 0 } 2 100 ). Calcute
la capacidad equivalente del conjunto formado por la asociacion cn
serie de dos condensadores iguales de capacidad C.

A) C=250nF.

B) C,=2pF.

C) Ceq=1yF.

D) Ceq=300nF.

5} Con respecto a un material ferromagnético, indique cual de las
siguientes afirmaciones es falsa.

A) Su permeabilidad magnética relativa es muy elevada
comparada con la d¢ los materiales diamagnéticos.

B) En el interior de estos materiales se cumple que la relacidn
entre la induccion magnética y la intensidad del campo
magnéticoes B= po H.

C) Se caracterizan por presentar zonas o dominios en los que
existe un acoplamiento magnético entre los 4tomos
contiguos que desaparece al superarse una temperatura
conocida como temperatura de Curie.

D)} Cuande se encuentra sometido a un campo magnético
externo ¥y en saturacién, ¢s necesario aplicarle un campo
coercitivo para ilevarlo a un’estado en ¢l que la induccidn
magnética en su interior es nula,.

&) Un transister BJT de tipo npn ¥ = 100 se conecta de la siguiente
manera: la base se conecta al terminal positivo de una pila de 3V a
través de una resistencia, R; el colector se conecta al terminal
positive de otra pila de 10 V a través de una resistencia de 100 €; el
emisor se conecta a los terminales negativos de ambas pilas. En estas
condiciones calcule R para que sea Ucg = 7.5V.

A) R=307kQ
B) R=12k{
C) R=9%2k{.
D} R=4kQ.

7y Indique cudl de [as siguientes afirmaciones es falsa.

A) Los transistores MOSFET poseen un canal semiconductor
separado de la puerta por una capa de 6xido de silicio.

B) Un transistor PMOS de acumulacién presenta una zona
de! tipo N que se denomina sustrato.

C) Un transistor NMOS de deplexion presenta un canal de
tipo N entre las zonas de fuente y drenaje.

D) Un transistor PMOS de acumulacion conduce corriente
entre drenaje y fuente aunque la tension entre los terminales
de puerta y de fuente sea nula.

8) Sean tres cargas Q,=2C, Qg=1C y Q¢ =1C, situadas en los
puntos A(-3,0}, B(0.0} y C(3,0) de un plano XY, estando expresadas
las coordenadas en metros. Calcule, la energia electrostatica, W,. del
sistema formado por esas tres cargas.

A) W, =1/(2ney) b
B) W= 1/(4ng) .
C) W.=3/(4ne) L
D) W.=1/3neg) L
9)  Acerca de un cristal de silicio dopado con impurezas de un
elemento trivalente se puede afirmnar lo siguiente:
A) ensuinterior los huecos son los portadores minoritarios.
B) ese cristal estd dopade con impurezas donadoras.
C) en su interior los huecos son los portadores may oritarios.
D} en su inierior los electrones son los portadores
mayorilarios.

10} Un diodo zener presenta una tension zener de 5.6V, una
resistencia en conduccion zener de 2 €2 ¥, en conduccion directa, una
tensién umbral de 1,2 V con una resistencia equivalente serie de 5 (2.
Este diodo se conecta a una pila de 10 V de tal manera que su zona P
se conecta al terminal positivo de la pila mientras que la zona N sc
conecta al terminal negativo de la pila a través de una resisiencia de
330 Q. ;Qué corriente circula por el diodo?

A) 1=3343mA.
B) [=2627mA.
C) 1=13,25mA.
D) I1=0A.

11) Se tiene un gircuito RL serie con R = 100 Q y L descenocida, por
el que no esta circulando corriente. Este circuito se conecta a una pila
de 10 V. Calcule el valor de la inductancia, L, necesario para que la
tension entre los extremos de la resisiencia sea de 3.67% V. 10 ms
después de la conexi6n del circuito a dicha pila.

A) L=218H.
By L=1H.

C) L=632kH.
D)y L=632H.

12) La aplicacion del teorema de Gauss a N cargas puntvales, q;.
situadas en el seno de un material dicléctrico neutro. nos dice que el
flujo del vector desplazamiento a través de una superficie cerrada. S,
que encietra al conjunto vale:

N
A) QEods= )Y g
=20
"
B) i!§°d§=802%
i=1

N
) {ﬁoa’h[Zq,}wa
i=1
= N
D Dods = ;
) i &) ;q.i
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1) D) Escribiremos laférmulay realizaremos el
calculo directamente:

2C 1 1C
1 — T @ We:lzqi'\/:1|:2-( 1 E+ 1 1)4_

2 ' 2| \4re, 3 4ng, 6

| &

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
+1. —+ = |+ 1. —+ === 2.—+2.—+2.=|= ==
Are, 3 Arme, 3 Adrg, 6 A4re, 3 2 4re, 3 6 3 4dre, 3 3rme,
2) D

3) A) Sabemos que Wy, = (1/2).L.12 ; siendo L=d¢ /dl. Con L constante: L= A¢p/Al=3/2H
Asi: W= (1/2).L.12= (1/2).(3/2).22=3 J

4) A

5) C) Dos condensadores iguales en serie tienen una capacidad equivalente que es la mitad
delaquetienecadauno: 1/C.=1/C+1/C=2/C—> C.=C/2

Hallemos pues la capacidad de cada uno C.

Tenemos que W, = (1/2).C.V2=(1/2).Q.V ; Ennuestro caso Q=1.t=0,002.10=0.02C; y:
100 = (1/2).0,02.V — V =100/0,01 = 10000 V. Por lo tanto: C= Q/V = 0,02C/10000V = 2uF

Larespuestaes C. = C/2 = 1pF

/\/ 6) D) Aplicando las leyes de Krichoff para
un nudo y las dos mallas tenemos que:
l L 1ov l1=12+13
b m I Q% 50+10 = 6 |1+ 101+ 41
T 1, M|3 10=1012-5l3
%Rzl 00 Resolviendo € sistematenemosquel,=2A ;y P=
0 Vi =1,2R=2210=40w

7) A) Enuncircuito RL lacorriente de conexion del circuito variacon el tiempo segun:
i(t) = V_R()'(l—e_( R/L).tj

Pasados 10 ms tenemos que seguin los datos del problema: i(0,01)= 3,679/100 = 36,79 mA

0,03679 = %.(1_ e—(lOO/L).0,0lj S 0,6321= @ (100/L)001_,
~5 In(0,6321) = -(100/L).0,01— L= -1/In(0,6321) = 2,18 H

8) B) Paraque|Y|sea0,01 () hade ser |Z| = 100Q ; queesjusto e valor dela
resistencia. Luego €l circuito hade estar en resonancia: X -X¢c=0Q —» X =X¢ —» Lo=1/Co —>
2= 1/LC =1/ 0,01.(25/n?).10° = 472.10° s? - w=2r1.10°s* > f= w/2n = 10° Hz = 1 kHz



9) B) Pag 26 (UD3)

10) B) Por ladescripcion del problema el diodo zener esta polarizado en directo y equivale
aunaresistenciade 5Q y unapilade
1,2V en sentido contrario alapilaprincipal.

Laintensidad que recorre e circuito es:

| = (10-1,2)/(330+5) = 26,27 mA

3300
11) D) Pags. 54, 55y 56 (UD3)

12) C) Siendo V=10V y Ve = Ve = 7,5V>0,2V e
transistor estaen laregion activa.

100 Q2 Lalntensidad del colector es:
|.=(10V-7,5V)/100Q2 = 25 mA
10V Lacorriente de labase es:

IB: IC/B =25 mA/100 = 0,25 mA

Al estar en activaVge = 0,7V y por lo tanto:
I = (3-0,7)/R=0,25 mA

De laexpresion anterior se deduce que R= 2,3V/0,25mA= 9,2 k
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1) Para el circuito de la figura, se cierra el interruptor en el instante
ty =05 Si t¢ es la constante de tiempo del circuito, calcule la tension
Uap en la resistencia en el instante de tiempo t = tyttc.

Nota: RI =100Q. L1 =1 mH.

A Ugp=-63V
B) Ug=-33V
C) Uwp=63V
D) Ug=33V

L1 1mH R1 1001},

a , A
Interrup. W
V1) V2

20\:[ mv’[

2) Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Un semiconductor intrinseco dopade con
pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.

B) Un cristal de silicic puro constituye un
semiconductor extrinseco de tipo P.

() En un semiconductor intrinseco la conductividad aumenta con la
temperatura.

D) Los materiales aislantes presentan una bajisima conductividad a
1omperatura ambiente.

impurezas de

¢gjemplo de

37 Para el circuito de la figura calcule la tensidn méaxima que se puede
miedir entre los extremos de la resistencia de 100 €2 si la fuente es de
12V eficaces ¥ el diodo presenta una tension umbral de conduccion de
1V v una resistencia serie equivalente en conduccién de 10Q.

R1 =100

Ay 145V i o1

B) 162V, (~) Rl
C). 10V 12V 1000
Dy 1LV

4) Sean dos cargas Q4 =q ¥ Qp =-2q situadas en los puntos A(-1,0) y
B(0.2). respectivamente. de un plano XY cuyas dimensiones se dan en
metros. Si se sabe que estas cargas crean en el punto P(0,0) un campo
E = (-2uy-uy)/{dnrp) V/m. calcule el potencial eléctrico creado por
ambas cargas en ¢l punio P(0.0).

A) Vp = -l/(4T[€0) V,

B) Vp =0V

C) Vp=1/4meq} V.,

D) Vp=-1/2neg) V,

3) Indique cudl de las siguientes afirnaciones ¢s falsa.

A) Los transistores MOSFET poseen un canal semiconductor
separado de la puerta por una capa de 6xido de silicio.

B} Los transistores MOSFET pueden clasificarse como de canal ny
como de canal p, v también como de deplexion v de acumulacion.

C} En los transistores MOSFET la resistencia que opone la puerta al
paso de la corriente por ese terminal es muy pequefia cuando trabajan en
conduccidn.

D) Los transistores MOSFET presentan dos uniones PN en el
camino existente entre drenaje v fuente.

6) Para el circuito de la figura calcule la potencia disipada por R2 si es

B=100 y el transistor ¢s ideal.
Rl =1kQ R2=100%.

V1 RrR2
A) Pra=023W. sv ¥ R1 10001
B) Pp=1849W. 1000.£2
C) Ppa=0W. af
D) Pr=1W. v [,

5

7) Deun iman permanente se puede decir que:

A) Esta constituido por un medio ferromagnético lineal.

B} En su interior la permitividad es siempre la del vacio.

C) Esta constituido por un medic no lineal en cuyo interior el vector
imanacion no es nulo en ausencia de campo H debido a corrientes libres.

D) Esta constituido por un materizl ferromagnético no lineal en
cuyo interior siempre se cumple que B =y, H, de forma permanente.

8) Sea una fuente de tension alterna senoidal de 30 Hz de frecuencia y
de 100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-1.-C serie del
que se sabe que R=300Q, L es tal que su reactancia inductiva es de
200 2, mientras que la reactancia capacitiva del condensador es de
—600 Q. Calcule la tension cficaz entre los terminales del condensador.

A) 100V
B) 120V
C) 80V
D) 60V

9) Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

A) Enel S1. launidad del potencial eléctrico es el voltio,

B) De la Ley de Coulomb se deduce que el madulo de la fucrza
entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de
sus cargas e inversamente proporcional al cubo de la distancia que las
separa.

C) Se entiende por cuantificacion de la carga eléctrica la condicion
por la cual, en todo cuerpo cargado, ésta es un miltiplo entero, positivo
o negativo, de la carga del electron.

D} Los conductores se caracterizan porque en coadiciones estaticas
¢l campo eléctrico es nulo en su interior y la carga se sitda distribuida
por la superficie.

10) Una bobina toroidal de 200 espiras es recorrida por una corriente
continua de 4 A. Si se sabe que el flujo magnético total que atraviesa a
todas las espiras es de 10 Wh, calcule el coeficiente de autoinduccion de
dicha bobina.

A) L=3500H.
B) L=300F.
C) L=23H.
D) L=3H.

11)Sean dos condensadores cargados y aistados entre si, C; v Ch.
Inicialmente son: Ug =10 V con Cy=1uF, v Un=10 V con
C; =2 yF. A continuacion esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma que los terminales positivos se unen entre si. Calcule
lz carga final de C, en dicha asociacion.

A)  Qy,=20uC.
B) Q= 15,C.
) Q=30uC.
D} Q,=10pC.

12) Para el circuito de la figura calcule la tensién U.s, entre los
terminales A v B cuando entre esos terminales se conecta una resistencia
de 150€, osea, Rap =150 Q. R1 =300, R2= 100 Q.

A)  Usp=50V

B) Upg=-15V

C) Usp=15V Rz [ V1

D) Us =10V 100 A sov
V2 R1

300.%

TE g
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1) A) Cuando pase un tiempo suficientemente largo laintensidad que recorre €l circuito en la

resistenciasera lo = (20-10)/100=0,1 A.
L=1mH

R=1000Q Cuando transcurre el tiempo tc=L/R
_/m\ e/ ° B\A/\/L (constante de tiempo del circuito) laintensidad
w_ esi= lo.[1-exp(-1)] = 0,632loy latensién en la
Vi T i Une il \& resistenciaes 0,632.0,1.100=6,32 V.
—_ | C— Pero nos piden latensién entre A y B( al
20V 1OV contrario delaintensi dad) y por lo tanto:
UAB: -6,32V
2) B) Un cristal de silicio puro es en semiconductor intrinseco. Pag. 23(UD3)
D, 3) A) Latension maxima se dara cuando € diodo
D| conduzca siendo méxima latension que suministre el
Vi —> Ri alternador. El diodo equivale en esta situacion auna pilade
12 V<> 100¢2 1V situada en sentido contrario alacorrientey una
resistencia de 10 ohmios en serie.

L a tensién maxima que suministrael aternador es: V= 1272 = 16,97 V
Laintensidad que recorre € circuito en ese instante es. | = (16,97-1,0)/(100+10)= 0,145 A
Lacaidadetension enlaresistenciaes. Vg=1.R=0,145.100 = 14,5V

4) B) Siendo E= (-2uy - uy)/(4neg) V/m estaclaro que
® Qs Qa=-2Cy Qg=4C
El potencia en el punto P(0,0) es:
V= [U(4nreg)].(-2/1) + [1(4neo)].(412) =0 VIm

E 5) C) Pag. 54 (UD3)

6) D) Lapotenciadisipada por R; es P=Vga.lc

Supongamos que €l transistor esta en laregion activa.

Aplicando las leyes de Krichoff:

5-Vge(act) =1000.1g — Ig = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: Ic =p.Ig = 0,43 A

Si tomamos la malla completa: 5+5-V e = ¢ .100 —
— Ve = 10-43=-33V lo cua no esposible.




El transistor esta es saturacion e: 1.=[10-V (sat)]/100 = (10-0,2)/100 = 98 mA ; y por fin:
P=VRg.lc =[10-V (sat)].Ic = 9,8.0,098 = 0,96 W
Si tomamos V (sat) = 0 V (transistor ideal) entonces la potencia disipada seriade 1 W.

7) C) Pag. 244 (UD2)

8) B) Laimpedanciatotal del circuito es: Z= 300 + (200-600)j = 300 - 400 |

Latension es 100v2 + 0j y por lo tanto laintensidad que recorre el circuito es:

I=V/Z = (0,12+0,16j)\2. Laintensidad eficaz es |1 4=0,12+0,16;.

Latension eficaz en el condensador es Ve = ler.Zc = (0,12+0,16)).(-600j)= 96-72j ; siendo
su valor absoluto: |Vce|= 120 V

9) B) Pag. 23 (UD1)

10) A) El coeficiente de autoinduccion expresala variacion del flujo magnético de un
circuito respecto alavariacion de laintensidad que lo atraviesa. Se mide en henrios(H).Si
suponemos que en un inicio laintensidad y € flujo magnético eran nulos:

L = d¢/dI=A¢p/Al=(10.200-0)/(4-0) = 500 H

11) D) Lacargadel primer condensador es Q;= C;. U= 10.1 = 10 C ; y ladel segundo:
Q=C, Up=10.2u=20u C

Al unirse el paraeloU=Ug= U=10V ;y Q=Q;1+Q,=30uC

Cada condensador esta en la misma situacion que cuando estaban separados. Por |o tanto:

Q:=10uC
12) D) Teniendo en cuentaque la
V, resistenciaentre A y B esde 150 Q
A S0V aplicamos las leyes de Krichoff:
Ry 100 12malla; 10 = 1001, - 1501 ;
Une | 2 22malla: 90 = 300 I,+ 1501;
0vY | =1+ Iy
— B R,=300 O Resolviendo el sistema:
Vi | | =12/15A ;1;=15A ; 1,=4/15A

y por lo tanto: Uag = 150. = 10V
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1) Sean tres cargas Qp = -2C, Qg = -1C y Q¢ = 2C situadas en los
puntos A(-2,0), B(0,0) y C(1,0), respectivamente, de un plano XY cuyas
dimensiones se expresan en metros. Calcule el vector intensidad del
campo eléctrico en e punto P(-1,0).

A)  Ep =-3uy/(8TEp) V/m.

B) Ep = le(4T|'£o) Vim.

C) Ep =3uy/(4tep) VIM.

D) Ep = 7UX/(4T|E0) Vim.

2) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa:

A) El agua, H,O, es un gemplo de molécula no polar ya que
contiene igual nimero de protones que de electrones, 0 sea, no esta
cargada ni positiva ni negativamente.

B) Las moléculas polares son aquellas que en ausencia de un campo
eléctrico externo tienen una distribucion de sus &omos tal que poseen un
momento dipolar neto no nulo.

C) Recibe € nombre de constante dieléctrica de un material a la
relacion entre la permitividad de dicho material y la del vacio.

D) Los materides ferroeléctricos pueden presentar un momento
dipolar neto no nulo.

3) Una bobina toroidal de 10 espiras es recorrida por una corriente
continua de 1A. Si se sabe que € coeficiente de autoinduccion de dicha
bobina es de 1.5 H, calcule € flujo magnético total que atraviesa a todas

las espiras.
A) 3Wh.
B) 15Wh.
C) 10Whb.
D) 15Wh.

4) Acerca de un material ferromagnético indique cud de las siguientes
afirmaciones es fasa

A) Estaconstituido por un material no lineal.

B) Su permesbilidad relativa permanece constante al variar €l
campo H aplicado a dicho material.

C) En general, su permeabilidad relativa méaxima es superior a 100.

D) Se caracterizan por presentar € fenémeno de la histéresis.

5) Sean dos condensadores cargados y aislados entre si, C, y C,.
Inicialmente son: Ug; =10 V con C;=1pF, y Ug,=10 V con
C, =3 uF. A continuacion esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma que se unen entre si los terminales de signo distinto.
Calculelacargafinal de C, en dicha asociacion.

A) Q,=0C.
B) Q,=5uC.
C) Qi=10pC.
D) Q,=30uC.

6) Para € circuito de la figura calcule la tensién Uug, entre los
terminales A y B cuando entre esos terminales se conecta una resistencia
Rag tal que reciba la méxima transferencia de potencia.

A) UAB =-15v
B) UAB =75V
C) UAB =15V
D) Uag =80V - l v
100 A a0V
V2 R1

.—" 10V B

7) End circuito delafiguraesnulalatensién en L1. A continuacion se
cierra e interruptor, en e instante ty. Si tc es la constante de tiempo del
circuito con el interruptor cerrado, calcule la corriente I, en € instante
detiempot = ty+tc.

A) 63.2mA.

L1=1mH R2=2000)
C) 100 mA. Interrup.
D) OA. V1 o vz,

20V

8) Sea un circuito R-L serie conectado a una fuente de tension alterna
senoidal de 100 V eficaces y frecuencia de 50 Hz. S se sabe que €
circuito presenta un factor de potencia igua a 0.8 y que la reactancia
inductiva es de 100 Q, calcule € valor eficaz de la corriente que circula
por laresistencia

A) 1A

B) 0.707A
C) 08A
D) O06A.

9) Con respecto alos diodos indique cudl de las siguientes afirmaciones
esfasa

A) La capacidad de difusién permite modelizar € retraso en el
cambio de tension cuando el diodo se encuentra en conduccion.

B) Los diodos semiconductores no presentan capacidades
parésitas.

C) Con polarizacién inversa € diodo se comporta como una
fuente de intensidad que es dependiente de la temperatura.

D) Con polarizacién inversa la pequefia corriente que atraviesa el
diodo esta constituida fundamentalmente por portadores minoritarios.

10) Con respecto a un transistor MOSFET ideal indicar cud de las
siguientes afirmaciones es falsa.

A) Latransconductanciaeslarelacion entreip y Upr.

B) En la zona de corte es equivaente a un circuito abierto entre
puertay fuente, y a otro circuito abierto entre drengje y fuente.

C) En la zona de intensidad constante se comporta como una
fuente de intensidad de valor g(Upg-Ur).

D) En lazona de resistencia se comporta como un circuito abierto
entre puerta y fuente, y como una resistencia entre drengje y fuente, de
valor inversamente proporciona alatensién de control.

11) Un diodo luminoso se polariza directamente conectandolo a una pila
de 12 V através de una resistencia de 560 Q. Si el diodo presenta una
tensién umbral de conduccién de 1.5 V y una resistencia equivaente
serie de 300 Q, calcule la potencia disipada por dicho diodo luminoso.

A) 63.0mwW

B) 281mw

C) 183mw

D) 133.6mwW
12) Calcule latension colector-emisor en transistor ideal de la figura con
una 3 = 10.

A) 070V

B) OV - R2

C) 570V 100

D) 10.00V 5 R1

1000
a
V2

5V



Febrero 01 — 22 Vuelta

1) A) Enlafiguravemoslaposicion delastres cargasy e punto P.
L as tres cargas producen un campo horizontal en el punto P. Qa y Qc crean campo haciala
izquierday Qg hacialaderecha. En valor del

campo es en consecuenciaE = (Eg - Ea - Ec )uy . ASi :

-1c | :1' 1 | 3 H _2_1‘ ﬁ:_a&_
O—#—0—0 2 2 22 U
2C P 2C 4;1(5 P drg T dng 4;7% 2 8rg

Esta claro que estando ala mismadistancia de P Qa crea mayor campo que Qg y € campo hade
ser negativo. Larespuesta correcta hade ser A) sin necesidad de calcularla.

2) A) El agua es unamolécula polar puesto que €l centro de la carga positivay la negativa
no coinciden. Pag. 68 (UD1)

3) C) El coeficiente de autoinduccién expresa la variacion del flujo magnético de un circuito
respecto alavariacion de laintensidad que lo atraviesa. Si suponemos que en un inicio laintensidad
y €l flujo magnético eran nulos:

L = d¢o/dI=A¢p/Al—> A =L.Al =1,5.(1-0)= 1,5Wb

1,5 H esla autoinduccion de toda la bobina, luego € flujo calculado es €l total.

4) B) El no ser lineal quiere decir que la permeabilidad relativa varia con H. Pag. 249(UD2)

5) B) Si suponemos que se unen en paralelo los terminales de distinto signo la carga total
seraladiferencia de las cargas de cuando estan aislados. Estas cargas son Qo = C1.Uj0 = 1p.10 =
10uC,y Qo = Cy.Uy =3u.10 =30uC. Asi: Q=Qx- Qo= 30uC - 10uC =20uC . Siendo la
capacidad del primer condensador latercera parte de ladel segundo, al igualar los
potenciales(conexion en paralelo) amacena latercera parte de la carga que almacena el segundo
condensador. Por otra parte hemos visto que la cargatotal ha de ser 20uF. Por o tanto después de la
conexion: Q =5uCy Q,=15uC

6) B) Para que reciba la maxima trasferencia de potencia Rag ha de ser la correspondiente a
la resistencia equivalente de Thevenin mirado desde los puntos A y B; dsea laresistencia
equivalenteaR; y R, en paralelo.

Asi : URag=1/Ry=1/R;+ 1/ R, ==1/100 + 1/300=0,133 > Rg=Rag =75 Q

Vs Siendo laresistenciaentre Ay B es
de 75 Q aplicamos las leyes de Krichoff:

ReZ100€2 A 90V 12malla:10 = 100 I, - 75l ;
Uns i 2 22malla;: 90 = 300 I, + 75I;
10V | =1+ Iy
_i Resolviendo €l sistema:

Vi | =12/10A ; 1;=7/40A ; 1,=11/40 A
' y por lo tanto: Uag=75.1 = 7,5V




7) A) Cuando pase un tiempo suficientemente largo las intensidades que recorren e circuito
cumpliran que:

L=1mH R,= 200 Q 20=2001" ;
_/2952%\ / B\/\/\/_ 20=200i'+200i" ;
\/ i
" 2 Asi tendremosquel =i =i"=0,1A

R;=200Q 20V

Cuando transcurre el tiempo tc=L/Re
(constante de tiempo del circuito) laintensidad

gue recorre labobinaes:

I = lo.[1-exp(-1)] = 0,632.0'1 = 63.2 MA

8) D) Si el factor de potenciaes 0'8 el argumento es 6 =
arccos(0'8) = 36'87° ; y por lo tanto: tan 6=0'75 = X/R. Por lo
tanto, en nuestro caso: R=X./ 0'75= 100/0'75= 133 Q

Asi tenemos que Z = 133+100i ; de donde |Z| = 167 Q
Por finlg = Ve /|Z] =100/167 =06 A

9) B) Todo dispositivo electronico presenta capacidades parasitas y el también.
Pag. 34(UD3)

10) A) Latransconductanciaeslarelaciéon entreip y Upe . Pag. 63(UD3)

11) A) Cuando conduce la potencia consumida por el diodoes P=V.I + 12r
Para el diodo luminoso del problemaV=V,=15V y r =300 Q

Laintensidad esladetodo € circuito: | = (12-1'5)/(560+300) = 12'21 mA.
Por fin lapotenciaes. P=V.l + 12r =1'5.12'21m + (12,21m)2.300 = 63,0 mW

12) C) Supongamos que €l transistor esta en laregion activa.
Aplicando las leyes de Krichoff:

5-Vge(act) =1000.1g — Ig = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: Ic = p.Ig = 0,043 A

Si tomamos la malla completa: 5+5-V e = 1¢.100 —

— Ve =10-43=57V
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1) En un plano coordenado, con dimensiones en metros, se
encuentran unas cargas ga, gg Y qc talesque gg=-1Cy ga =2C,
situadas en los puntos A(-2,0), B(0,0) y C(4,0) de dicho plano,
respectivamente. Si la fuerza a la que estd sometida gz es nula,
cacule e valor delacargaqc.

A) Oc = 8C,
B) qc=-8C,
C) q=-4¢C,
D) Oc = 4 C,

2) Una superficie esférica cerrada, S, contiene en su interior una
cargapuntua g. Si el flujo del campo eléctrico, producido por esa
carga, atravésde Ses ® = -2 Ve, ¢cudnto vale g?

A) g= 2C.
B) q=-2C.
C) q=-25C.
D) q= 2¢C.

3) Cacule el valor absoluto del flujo de la induccion magnética a

través de una superficie plana rectangular determinada por los

vértices A(5,-1, 1), B(521), C(5,-1,-1) y D(5,2,-1), estando las

coordenadas expresadas en metros. La induccion magnética es

constante y uniforme en todo el espacio y vale: B = (3,-2,5) Wh/m?.
A) 30Wb

B) 18Wb
C) 15Wb
D) 12Wb

4) La unidad de medida de la magnitud que relaciona € flujo
magnético a través de una espira conductora con la corriente que
circula por dicha espiraes:

A) & Weber.

B) € Voltio.

C) d Teda

D) e Henrio.

5) Un condensador de 100 nF cargado almacena una energia de
20*102 J. Con esa carga se conecta en paralelo a un condensador de
100 nF que estaba descargado. (/Cudl eslatension final del conjunto
de ambos condensadores puestos en paralelo?

A) U=1414V.

B) U=2828V.

C) U=100V.

D) U=10V.
6) Parad circuito de lafigura, calcule qué valor de latension Uy es

necesario para que la potencia disipada en la resistencia R3 de 100 W
seanula Datos: Ua= 10V, R1=R2=1kW, R3= 100 W.

A). U, =-10V
B). U, = 10V
C). U, =-5V R b
D) Ub =5V Ua R2 + 1
+ |
R3

T 100

7) Para€ circuito de lafigura, se cierra el interruptor en € instante
to=0s. S tc eslaconstante de tiempo del circuito, calcule e moédulo
de la tensién en la resistencia, |Uag|, en e instante de tiempo
t= t0+2tc.

Nota: R1=100W. L1=1mH.

A)  |Ungl=632V
B) |Ungl=865V
C) |Ungl=393V
D) IUABl =-6.32V

o

8) Seaunafuente de tension alterna senoidal de 50 Hz de frecuencia
y de 100 V eficaces. Sabiendo que esta fuente se conecta a un circuito
R-L-C seriecon R=100W y L tal que su reactancia inductiva es de
200 W. Si la tension eficaz entre los bornes de la resistencia es de
100V, ¢cudl es la tensién eficaz entre los terminales del
condensador?

A) 200V
B) 100V
C) 400V
D) OV

9) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es cier ta.

A) Un semiconductor intrinseco dopado con impurezas de
trivalentes constituye un semiconductor tipo N.

B) Un crista de silicio puro congtituye un eemplo de
semiconductor intrinseco.

C) En un semiconductor intrinseco la conductividad es
independiente de la temperatura.

D) Los materidles aislantes presentan una resistividad muy
pequefia a temperatura ambiente.

10) Para @ circuito de la figura, calcule e méximo valor instanténeo
de la corriente que circula por laresistencia de 100 W si la fuente es
de 12V, de vaor €ficaz, y el diodo presenta una tensién umbral de
conduccion de 1V y una resistencia serie equivalente en conduccion
de10W. R1=100W.

A) 14519mA ks i
B) 100 mA (~) g7
C) 169.71mA 124 T
D) OmA

11) Indique cud de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Los transistores MOSFET poseen un canal semiconductor
separado de la puerta por una capa de éxido de silicio.

B) En los transistores MOSFET la resistencia que opone la
puerta a paso de la corriente por ese termina es muy pequefia
cuando trabajan en conduccion.

C) Los transistores MOSFET de deplexion pueden conducir (ip
no nulo) aunque latensién puerta-fuente sea nula.

D) Los transistores MOSFET presentan dos uniones PN en el
camino existente entre drenaje y fuente.

12) Para €l circuito de la figura calcule la corriente que circula por
R2si esB =50y € transistor es ideal.
R1=1KkW, R2=100W.

A) |R2:lOOmA.
B) Igp= 250 MA
C) |R2:0mA.

D) lg,=215mA
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1) A) gc hade ser positiva para poder atraer ags asi

® o | | o como lo hace ga . Para atraerla con lamismafuerza

2C -1C Ge teniendo en cuenta que ladistanciaes el doble, su valor
ha de ser el cuadruple de ga , 6seag.=8C

2) C) Aplicando laley de Gauss € flujoes: ¢ = glep=-2V.m —> q=-2.&

3) B) Lasuperficie determinada por los puntos A, B, C, y D es un rectangulo de base 3y altura 2.

Ademas es perpendicular a gje OX. Por lo tanto el vector de superficie que le corresponde es :
S=32u =6u,
Como lainduccion magnética es también constante, tenemos que:
$=[BdS=BS=(3-25).(600) =18Wb

S6lo la primera componente del vector induccion magnética contribuye a flujo.
4) D) Lamagnitud en cuestion es la autoinduccién ( L=d¢/dl) y se mide en Wb/A=Henrio

5) D) Al ser los dos condensadores de la misma capacidad se repartiran equitativamente la carga
cuando se conecten en paralelo. La carga que se repartiran seralainicial del primer condensador. A
partir del valor de laenergiadel condensador:

W=12QV =12Q4¥C=20mJ=05.Q¥100uF -» Q=2mC

Por lo tanto Q;= Q>= 1 mC — U;= U= U= Q1/Cy= Qof Co= ImC/100uF= 10V

6) D) Paraque no se disipe potencia

j/\/\/ :l_UB en Rz hade ser Iz = 0A

p— Aplicando las leyes de Krichoff:
I 12malla: 10 = 1000 I+ 1000I ;
22malla; Ug = 1000 | + 1001g;
Is =1+ Ig
Siendolg =0 A, tenemosque ser I =
Ua Rs = 100 Q | =5mA y ser Ug = 10001 = 5V

10v

A A 7) B) Cuando pase un tiempo suficientemente
ST B AN A

largo laintensidad que recorre el circuito en la
—> — resistencia serd o = (20-10)/100= 0,1 A.
e ) Cuando transcurre el tiempo 2tc=2L/R
20V 10v  (constante de tiempo del circuito) laintensidad
esi=lo.[1-exp(-2)] = 0,865l y latension en la
resistencia es 0,865.0,1.100= 8,65 V.
Pero nos piden latension entre A y B( al contrario de laintensidad) y por lo tanto:
Uns=-8,65V — | Ups | =8,65V




8) A) Paraquelatension eficaz entre los bornes del circuito sea
igual que ladelafuente é circuito ha de estar en resonancia
siendo l¢ = Ve /| Z| = Va/ R=1A.

Asi: Xc=X_ =200Q Yy latension eficaz entre los
terminales del condensador es:

chf = Ief X|_ = 1.200 = 200V

9) B) Pag. 23(UD3) Todas las demés respuestas son contrarias a lo que verdaderamente ocurre.

10) A) La corriente maxima se dard cuando el diodo esté polarizado en directay latension delapila
sea méxima. Osea, cuando V=V yax= V2.Vg = V2.12 = 1697 V
Secumpliré. que: | max= (VMAX - Vy) / (R'H') = (16‘97-1)/(1004—10) =145'18 mA

11) B) Debido alacapaaislante de SIO, esaresistencia es muy grande. Pag. 54(UD3)

12) C) Supongamos que €l transistor esta en laregion activa.
Aplicando las leyes de Krichoff:
5-Vge(act) =1000.1g — Ig = (5-0,7)/1k = 4,3 mA
En consecuencia: Ic =B.Is = 0,215 A
Si tomamos lamalla completa: 5+5-V e = ¢ .100 >
—> Ve =10-21'4=-11'4V ; lo cua esimposible.
El transistor esta en saturacion y considerando €l transistor ideal: Ve = 0V.
Lacorriente del colector esl¢ = (5+5)/100 = 100 mA
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1) Sean dos cargas Qs = qy Qg = -2q situadas en los puntos A(-2,0) y
B(0,-2), respectivamente, de un plano XY cuyas dimensiones se dan en
metros. Si se sabe que estas cargas crean en el punto P(0,0) un potencial
eléctrico de valor Vp = 1/(TE() voltios, calcule el campo eléctrico creado
por ambas cargas en el punto P(0,0).

A) E = (ux-2uy)/(2T€0) V/m

B) E = (2uxtuy)/(4TEp) V/m

C) E =(-ux H2uy)/(2TEp) V/m

D) E = (-uxt2uy)/(8TEp) V/m

2) Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

A) Enel S.I. la unidad de la energia potencial es el julio.

B) Si conocemos el campo eléctrico, Ep, en todo punto del espacio,
P(x,y), para calcular la fuerza que ejerce dicho campo sobre una carga q
que situemos en P(x,y) basta con que operemos (q*Ep).

C) El flujo del vector campo eléctrico, E, a través de una superficie
plana de superficie de area S es proporcional a E/S si E es uniforme en
todo punto de la superficie mencionada.

D) Los conductores se caracterizan porque en condiciones estaticas
el campo eléctrico es nulo en su interior y la carga se sitlia distribuida
por la superficie.

3) Una bobina toroidal de 1 espira es recorrida por una corriente
continua I. En esas condiciones el flujo magnético total que atraviesa la
bobina es de 10 Wb. Si, a continuacion, este flujo decrece a un ritmo
constante de 2.5Wb/s durante un intervalo de 2 s, ;cudl es la fem
inducida en los terminales de la bobina?

A) 25V.
B) 10V.
C) 25V.
D) 5V.

4) De los materiales ferromagnéticos se puede decir que:

A) No se pueden utilizar para fabricar imanes permanentes.

B) En su interior la permitividad es siempre la del vacio.

C) Contienen regiones microscopicas llamadas dominios, dentro de
las cuales todos los momentos magnéticos polares estan alineados.

D) Son materiales no lineales en cuyo interior siempre se cumple
que B = [} H, de forma permanente.

5) Sean dos condensadores cargados y aislados entre si, C; y C.,.
Inicialmente son: Ug;=10 V con C;=10F, y Uxn=2.5 V con
C, =2 L[F. A continuacién esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma que los terminales positivos se unen entre si. Calcule
la energia final almacenada por esta asociacion, C; y C,.

A) 150 0.

B) 56.25 0.

C) 7.50.

D) 37.50.
6) Para el circuito de la figura calcule potencia generada por V2 cuando
entre esos terminales se conecta una resistencia de 150. , o sea,

Rag=150. .R1=300. ,R2=100. .
A) Py, =02W

B) Pu,=1W
C) P\/z = 2 W R2 - \Q{SV
D) Py, =2.5W 100 A
V2 R1
T 10V { B 300

7) Para el circuito de la figura, calcule la maxima corriente instantanea
que puede circular por R1.

L1 1mH R1 100

Nota: R1=100. .L1=1mH.
rﬁﬁﬂ u<-—'\N\«—
A) 63A l'mem.rp.B U 8
B) 33A v, V2.l
C) 1A 2ovw 10V
D) 01A

8) Sea una fuente de tension alterna senoidal de 50 Hz de frecuencia y
de 100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-L-C serie del
que se sabe que R =300 . , L es tal que su reactancia inductiva es de
200 . , mientras que la reactancia capacitiva del condensador es de

600 . . Calcule la tension eficaz entre los terminales del condensador.

A) 100V
B) 120V
C) 80V
D) 60V

9) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Un semiconductor intrinseco dopado con
pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.

B) Un cristal de silicio puro constituye un ejemplo de
semiconductor extrinseco de tipo P.

C) En un semiconductor intrinseco la conductividad aumenta con la
temperatura.

D) Los materiales aislantes presentan una bajisima conductividad a
temperatura ambiente.

impurezas de

10) Para el circuito de la figura calcule la maxima tension instantanea
que se puede medir entre los extremos de la resistencia de 100 . sila
fuente es de 12 V eficaces y el diodo presenta una tensiéon umbral de
conduccion de 1 V y una resistencia serie equivalente en conduccion de
10. . R1=100. .
D1
A) 145V. Vi R
B) 162V. ~)

12v 100
C) 10V.
D) 11V.

11) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Los transistores MOSFET poseen un canal semiconductor
separado de la puerta por una capa de 6xido de silicio.

B) En los transistores MOSFET la resistencia que opone la puerta al
paso de la corriente por ese terminal es muy pequefia cuando trabajan en
conduccion.

C) Los transistores MOSFET pueden clasificarse como de canal n y
como de canal p, y también como de deplexion y de acumulacion.

D) Los transistores MOSFET presentan dos uniones PN en el
camino existente entre drenaje y fuente.

12) Para el circuito de la figura calcule la potencia generada por V1 si es
0=100 y el transistor es ideal

RI=1k .R2=100. . R2

B) PVI =43 W.
C) PVI =0W.
D) PVI =0.5W.

Qi
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1) C) El potencial en e punto (0,0) es:

E V =V + Vg = (Vdneo)(0/2) + (Vdneo)(-20/2) = -o/8reo (V)
P El problemanos dice que V =1/rgg (V) .
Qa=q Por lotantoq=-8C, Qa=-8C y Qg=16C

Por fin E= (1/4ne0)(8/22) .(-Ux ) + (/4neo)(16/22) (uy). =
o Qe=-20  (1/2re0).(-uyx + 2uy) (V/m)

2) C) Esproporciona aE.Sy no aE/S como indicael enunciado.

3) C) Laf.eem es segun laley de Faraday €l valor opuesto alavariacion del flujo eléctrico respecto
al tiempo. Esa variacion es negativa(el flujo disminuye alo largo del tiempo) con un valor de 2,5
Whb/s. Porlotanto g(f.em.)=-(-2,5) =25Wb/s=25V

Esta fem se induce durante |os 2 segundos de disminucién del flujo. Posteriormente el valor
del flujo se mantiene constante( 6 Wb) y no hay f.e.m. inducida.

4) C) Estos materiales se usan para fabricar imanes permanentes siendo p>>Lo

5) D) Al unirse en paralelo seigualan las diferencias de potencia entre las armaduras
redistribuyéndose |la carga de ambos condensadores.

Lacargadel primer condensador esante sdelauniénes Q1= C;. Ug=1u.10=10uC;yla
del segundo: Q.= Cy. Uo=21.2,5=5u C. Lacargatotal es: Q = Q1+ Q,=15u C

Al unirse d paralelo U=U¢cg= U= Q’l/ C= Q’z/ G Yy Q’1+ Q’2: 15}.1 C

Resolviendo € sistema Q’z = Q’]_. (Cz/ Cl) =2 Q’l—) 3Q’1 = 15|J.C—) Q’l = 5}J.C Yy
Q2=10uC.Y ademas U = Q' 1/ Cy=5u/luy=5V =Q',/ C;

Por fin laenergiaamacenadaesW =% Q U’'= 0,5.15u.5 = 37,5 uJ

Ve 6) C) Teniendo en cuentaque la
Ry=7100 O A 90V resistenciaentre A y B esde 150 Q
U 'l I, aplicamos las leyes de Krichoff:
v | AB 12malla:10 = 100 14 - 1501 ;
— @ 22malla: 90 = 300 I, + 150I;
v, B R 00 Q L=1+ I,

Resolviendo € sistema:
|=1/15A ;1.=1/5A ; I,=4/15A

y por lo tanto: P;=V1.1:=10.(1/5) = 2w
* En este problema he cambiado los subindices, 2y 1, por comodidad. Por |o tanto aunque
pide P, en nuestro problema es P,



o~ R=100Q 7) D) Cuando pase un tiempo suficientemente
— w ) ® BW largo laintensidad que recorre € circuito en la
B resistenciasera | = (20-10)/100= 0,1 A
Vi i Uns i V>
—_ | e—
20V 10V

8) B) Laimpedanciatotal del circuito es:
Z% =R+ (X, - %)% Z? =300 + (200— 600)*; Z = 5000
V
I Ve 100 _gon
Z 500
Vo) = 1 - X = 0,2A-600Q =120V

Ci

9) B) En los semiconductores extrinsecos se han afiadido impurezas dadoras o aceptoras.
D1 10) A) Latension méxima se dard cuando el diodo conduzca
D| siendo méximala tension que suministre el alternador. El

Vl() —> 1559 diodo equivale en esta situacion aunapilade 1V situadaen

12V sentido contrario alacorrientey unaresistenciade 10

ohmios en serie.

L a tensién maxima que suministrael aternador es: V= 1272 = 16,97 V

Laintensidad que recorre € circuito en ese instante es: | = (16,97-1,0)/(100+10)= 0,145 A

Lacaidadetension en laresistenciaes: Vg=1.R=0,145.100 = 14,5V

11) B)

12) D) Lapotenciageneradapor Vi es P=Vi.lc
Vi Supongamos que €l transistor estaen laregion activa.
5V ™ Aplicando las leyes de Krichoff:

5-Vge(act) =1000.1g — Ig = (5-0,7)/1k = 4,3 mA
Vo ] En consecuencia: Ic =B.Is = 0,43 A
SV T Si tomamos lamalla completa: 5+5-V g = I .100 —
— Ve = 10-43=-33V lo cua no es posible.

El transistor esta en saturacion e: 1.=[10-V g(sat)]/100 = (10-0,2)/100 = 98 mA ; y por fin:
P=V1.lc =5.0,098 = 0,49 w
Si tomamos V (sat) = 0 V (transistor ideal) entonces la potencia disipada seria de 0,5 w.
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1) Sean dos cargas Qs = qy Qp = q situadas en los puntos A(-2,0) y
B(0,-2), respectivamente, de un plano XY cuyas dimensiones se dan en
metros. Estas cargas dan lugar a un potencial, Vo = 1/(4neg) V, en el
punto O(0,0). Calcule la carga Qc que situada en el punto P(1,1) da lugar
a que el nuevo campo eléctrico en O sea nulo.

A) Qc=1/(2\2)C,

B) Qc=1/(\2)C,

C) Qc=-1/2V2)C,

D) Qc=-1/(¥2)C.

2) Sea una superficie esférica cerrada, S, de espesor despreciable,
conductora, diametro de 4 m y centrada en el origen 0(0,0,0) de un
espacio XYZ con coordenadas en metros. S se carga con Q=1C. Ademas
se sitan dos cargas puntuales, q;=-2C en el punto O, y q,=2C en el
punto P(4,0,0). En estas condiciones calcule la fuerza electrostatica a la
que esta sometida la carga q;.

A) Fg, = 3i/(16meg) N

B) F;,=(0,0,0) N

C) Fp =i/(16mey) N

D) Fy, =i/(8ngp) N
3) Se tienen dos hilos conductores rectos, H; y H,, de longitud infinita
y diametro despreciable. Por H; circula una corriente I; de 1 A con
vector densidad de corriente J; =J;*k, mientras que por H, circula una
corriente I, de 1 A con J, =J,*i. Calcule el campo magnético B en el
punto P(0,0,0) m, sabiendo que H; pasa por el punto A(-1,0,0) m
mientras H; lo hace por B(0,1,0) m. La magnitud del campo magnético
B producido por H; en un punto situado a una distancia d es lol/(2nd).

A) Bp=0T

B) Bp=po(-i+k)/2m)T

C) Bp=polj- /2T

D) Bp=p(j-k/2m) T

4) De un material con susceptibilidad magnética de valor —107° se
puede decir que:

A) es ferromagnético.

B) es paramagnético.

C) es diamagnético.

D) es el hierro.
5) Un condensador C de placas paralelas con dieléctrico con k=1, estd
inicialmente descargado. Se carga con 2 uC de tal forma que la energia
almacenada es de 2uJ. A continuacién, y manteniendo el condensador
aislado, se cambia el dieléctrico existente entre sus placas por otro de
permitividad doble de la del vacio. Calcule la tension final del
condensador C.

A)  Uc=5V.
B) Uc=4V.
C) Uc=2V.
D) Uc=1V.

6) Para el circuito de la figura calcule la tension Uyg, entre los
terminales A y B cuando entre esos terminales se conecta una resistencia
de 150 Q, o sea, Ryg =150 Q. R1 =300 Q, R2 =100 Q.

A) UAB =50V

B) UAB =-15V !

C) Upp=15V R2 I . V1
D) Uss =10V 100 2 o

V2 R1

T 10V I B 300

7) En el circuito de la figura, se cierra el interruptor en el instante
to=0s. Si tc es la constante de tiempo del circuito, calcule la tension
[UL1| en la bobina en el instante de tiempo t = ty+0.5tc. Nota: iy = 0A,

R1=100Q.L1=1mH. L1 1mH R1 100

4/_0_5_0_\_7<.—M—
A)  |Uy|=6321V P )
B) ‘UL1| =1353V Vi v2 |

C) |Uy|=3679V  20v] 1ov ]
D) |Uy|=6.065V

8) Sea una fuente de tension alterna senoidal de 50 Hz de frecuencia y
de 100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-L-C serie del
que se sabe que R=300€Q, y que la reactancia capacitiva del
condensador es de 600 Q. Calcule la tension eficaz entre los terminales
del condensador si el factor de potencia de ese circuito es 0.8 inductivo.

A) 220V
B) 160V
C) 80V
D) 60V

9) Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) En un semiconductor dopado de forma no homogénea se genera
una corriente de difusion independiente del campo eléctrico.

B) Un cristal de silicio puro constituye un ejemplo de
semiconductor extrinseco de tipo P.

C) En un semiconductor extrinseco la conductividad depende
fundamentalmente de la concentracion de 4tomos del dopado.

D) Los materiales aislantes presentan una conductividad bajisima a
temperatura ambiente.

10) Para el circuito de la figura calcule la tension maxima que se
puede medir entre los extremos de la resistencia de 100 Q2 si la fuente es
de 10V eficaces y los diodos presentan una tensiéon umbral de
conducciéon de 1 V y una resistencia serie equivalente en conduccion de
10 Q. R=100 Q.

A) 10,00 V. ¥ D1
C) 9.09V. o 8
D) 6.73V.

11) Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Los transistores MOSFET poseen un canal semiconductor
separado de la puerta por una capa de 6xido de silicio.

B) En los transistores MOSFET la resistencia que opone la puerta al
paso de la corriente por ese terminal es muy pequefia cuando trabajan en
conduccion.

C) Los transistores MOSFET pueden clasificarse como de canal n y
como de canal p, y también como de deplexion y de acumulacion.

D) Los transistores MOSFET presentan dos uniones PN en el
camino existente entre drenaje y fuente.

12) Para el circuito de la figura calcule la potencia generada por V2 si
es B =100y el transistor es ideal. R1 =1 kQ. R2 =100 Q.

A) P\/z =0.4785W.
B) P\/z =0.500 W.
C) Py;=05215W.
D) Py=1W.




Febrero 02 — 22 Vuelta(Tipo E)

1) C) El potencial en el punto (0,0) es:

Ens V =Va + Vg = (Vdnreo)(0/2) + (Udneo)(q/2) = gfdneo (V)
—@ El problemanosdice queV =1/4ngq (V) .
Qa=(q Porlotantoq=1C=Qa= Qg
Asi Eap= (1/4neo)(1/2?) .(ux ) + (Vameq)(U2?) .(uy). =
o Qe=q (1/16me0).(Uy + Uy) (V/M) = Eap= V2/16me0
En e punto (1,1) hay que colocar una carga positiva de

Q= 2/2 = 112 C paraanular el campo anterior.
Ec = (M4neo)[(1N2)/(N2)?] = V2/16me0 en el sentido contrario a Eag

2) C) qu esta dentro de la esfera conductora. Por |o tanto esta tltima no le hace ninguna fuerza.
Lacargaq; le hace unafuerza atractiva de:

F= (Udneo)(2.2/49).i = Ul6meo.i

A
s 3) D) En ambos casos tenemos que I=1 A y d=1m.

Luego B;=B,= po/2n

Finalmente aplicamos las reglas vectoriales(reglade la
/ mano derecha) y segin se ve en € dibujo:
1 B,

/v B= Wo/2m.) -po/27.k

I B,

4) C) En los materiales diamagnéticos ym<0

5) D) Laenergiaque guarda el condensador es W=%2Q.Uc

Como Q=2uC y W=2uJtenemosque Uc = 2V.

Si metemos un dieléctrico de k=2 |la capacidad se duplica, no cambiando la carga. Por o
tanto: C'=Q/Uc’ »> U =Q/IC' =Q/2C=Ud/2=1V

6) D) Teniendo en cuentaque la

V, resistenciaentre Ay B esde 150 Q
aplicamos las leyes de Krichoff:
RiZ7100 A oV 12malla:10= 100 I - 1501 ;
Upe | - 22malla: 90 = 300 I, + 1501;
ov I L=1+ I,
B R.>7300 O Resolviendo €l sistema:
Vi | =1/15A ;1:=15A ; I,=4/15A

y por lo tanto: Uag = 150.1 =10V




(=

7) D) Cuando pase un tiempo suficientemente
largo laintensidad que recorre €l circuito en la
resistenciasera lp = (20-10)/100= 0,1 A.

Cuando transcurre el tiempo 0,5tc =
0,5.L/R (constante de tiempo del circuito) la
intensidad es i= lo.[1-exp(-0,5)] = 0,393l y la
tension en la resistencia es Ug=0,393.0,1.100=
3,93 V.

Pero nos piden latension entre los bornes de la autinduccion y por o tanto:

U =10-Us=10-393V=| U, | =6,07V

8) B) El factor de potenciaes cost= R/Z, de donde Z= R/cosb = 300/0,8 = 375
Como Z = (R&+X?2)Y2 5 X = (z2X?9)¥? =225 ; y: Z=300 + 225i
Laintensidad eficaz es: | = V&/Z = (100+0i)/(300+225i) = 0,21333 — 0,16i
Por |0 tanto: V= l¢.X = (0,21333-0,16i).(-600i) = -96-128i ; y por fin:

Ve= |-96-128i | = 160V

9) B) En los semiconductores extrinsecos se han afiadido impurezas dadoras o0 aceptoras.

D,
(|
=T
Vi _ R
12V |

10) B) Para que latension seamaximaen la
resistencia D; tiene que conducir y D, estar al
corte. Eso ocurre cuando V1>V piodo
Latension serd méxima cuando V1=V ma=
V2.Vef =~2.10 = 14,14V

Laintensidad en € circuito serd |na= (Vmax-Vo)/(R+rp) = (14,14-1)/(100+10) = 0,1194 A
Latensonen R esVr= Iyx.R =0,1194.100= 11,94 V

11) B)

activa.

12) C) Supongamos que €l transistor esta en laregion

Aplicando las leyes de Krichoff:

5-Vge(act) =1000.1g — Ig = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

En consecuencia: Ic = p.1g = 0,215 A

Si tomamos la malla completa: 5+5-V e = I .100 —
— Vce=10-21'4=-11'4V ; lo cua esimposible.

El transistor esta en saturacion y considerando €l

transistor ideal: Vg = 0V.

Lacorriente del colector eslc = (5+5)/100 = 100 mA

Lacorriente en labase es: 15 = (5-Vgesat)/1000 = (5-0,8)/1000= 4,2 mA
Por V, circulalacorriente Ig = Ig+lc=104,2 mA.
Lapotenciasuministradaes: P = 1.V, = 0,1042.5 = 0,521W
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EXAMEN TIPO A
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MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.

RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA Y ENTREGUELA. No OLVIDE PONER EL T1PO DE EXAMEN.
CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

CARRERA, 40; ASIGNATURA, 105

1) Para el circuito de la figura, calcule el valor de la resistencia R2
necesario para que la potencia disipada en la resistencia R4 sea
méaxima. Datos: V; =10V, R1 =50, R3 =20, R4 =10L.

A) R2 =20/3 Q Rt
B) R2 =35 Q2 AV
C) R2=10Q 50
D) R2 =15 Q .
I R3 R4
= 1oV 200 §1oo
R2
ANV

2) En un plano coordenado, con dimensiones en metros, se
encuentran unas cargas qa Y g tales que ga=2Q y qg = Q/2, situadas
en los puntos A(-1,0) y B(2,0) de dicho plano, respectivamente.
Calcule el valor de Q para que la magnitud del campo eléctrico en el
punto P(1,0) sea nula, sabiendo que en esas condiciones el potencial
en el punto P vale 3/(8me) V.

A) Q=1¢C,
B) Q=-1C,
C) Q=0¢,
D) Q= 3/2C,

3) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) La ley de Coulomb dice que la magnitud de la fuerza eléctrica
entre dos particulas cargadas estacionarias es proporcional al producto
de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia
que las separa.

B) La ley de Ohm expresa la relacion existente entre la densidad
de corriente y el campo eléctrico presentes en un mismo punto de un
determinado material.

C) En el S.I. de unidades la fuerza electrostatica se puede
expresar en C2/m?.

D) En el S.I. de unidades el potencial electrostatico se puede
expresar en J/C.

4) Una particula cargada con —1C se mueve en un instante t con
velocidad v = 20j m/s. En ese instante la particula esta sometida a un
campo magnético B = (4i + 8] —3K) T. ;Cual es la fuerza que ejerce el
campo B sobre esa particula en dicho instante?

A) 160N

B) 100N

C) -160N

D) 120N

5) Launidad de medida, en el S.1., del vector de magnetizacion es:
A) el Weber.
B) el Henrio.
C) el A/m.
D) el Tesla.

6) Un condensador de 100 uF, cargado, almacena una energia de
20*107 J. Con esa carga se conecta en paralelo a un condensador de
100 uF que almacenaba una carga de 2 mC. ;Cual es la tensién final
del conjunto de ambos condensadores puestos en paralelo, si se
conectan entre si los terminales de la misma polaridad?

A) U=0V.

B) U=20V.
C) U=400V.
D) U=10V.

7) Para el circuito de la figura, se cierra el interruptor en el instante
to = 2s. Si tc es la constante de tiempo del circuito, calcule el médulo
de la tension en la inductancia, |U.|, en el instante de tiempo
t =t +3te. Nota; R1 =100 2. L1=1mH.

A) U =6321V
B) |U=9.502V
C) |U =1353V
D) |U=0.498V

L1 1mH R1 100

—_—AM———
8 A
Interrup. Uy
V1, v2 |

20V [ 10v

8) Sea una fuente de tensién alterna senoidal de 50 Hz de frecuencia
conectada a un circuito R-L-C. Si se sabe que la tension eficaz entre
los bornes de cada uno de sus elementos son: 60 V en la resistencia,
180 V en de la inductancia y 100 V en el condensador ¢cual es el valor
eficaz de la tension de la fuente que alimenta a este circuito?

A) 100V
B) 340V
C) 140V
D) 2145V

9) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.
A) Un semiconductor intrinseco dopado con impurezas
pentavalentes constituye un ejemplo de semiconductor tipo N.

B) Un cristal de silicio puro constituye un ejemplo de
semiconductor intrinseco.
C) En un semiconductor intrinseco la conductividad es

independiente de la temperatura.
D) Los materiales aislantes presentan una conductividad muy
pequefia a temperatura ambiente.

10) Para el circuito de la figura, calcule el maximo valor instantaneo
de la tensidn |upy|, en el diodo, si la fuente es de 12 V de valor eficaz.
El diodo presenta una tension umbral de conduccién de 1V y una
resistencia serie equivalente en conduccion de 10 Q. R1 =100 Q.

A) 2.00V.

B) 16.97V. D1

C) 245V. Vi R1
D) 1.2V. 12\, 100

11) Indique cual de las siguientes afirmaciones, acerca de los
transistores MOSFET de deplexion, es cierta.

A) Poseen un canal semiconductor, entre drenaje y fuente,
separado de la puerta por una capa de 6xido de silicio.

B) Cuando puerta y fuente estan al mismo potencial, la corriente
entre drenaje y fuente siempre es nula.

C) La corriente entre puerta y fuente no es nula aunque la tensién
entre puerta y fuente sea nula.

D) Si el sustrato es de tipo N entonces el transistor es NMOS.

12) Para el circuito de la figura calcule el parametro B del transistor
sabiendo que es Ucg = 5.7V y suponiendo su comportamiento ideal.
R1=1kQ, R2=100 Q.

A) B =100.
B) B =50.
C) B =80.

D) B =10.
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1) D) Para que se disipe |la méxima potencia en
R4 la potencia transferida a dicha resistencia debe
Ri=5Q ser méxima. Dicho de otra manera, su valor hade
ser igual alaresistencia equivaente de Thevenin
del resto del circuito visto desde los puntos A y

v Re =20 Re=10 B. Para que tal ocurra R, ha de tener un valor de
T 15 Q paraal unirnaen serie con R; sume 20 Q y
R, ambas rersistencias en paralelo con Rz den

< /\/\ B finalmente un equivalente de Thevenin de
Rin =10 Q = Ry entre los puntos A y B.

2) A) El potencial en €l punto (1,0) es:
V =Va + Vg = (Vdnep)(2Q/2) + (Uane)((Q/2)/1) =
I é B9 3Q/8neo (V)
2Q P Q2 El problemanosdice queV =3/8ngg (V) .
PorlotantoQ=1C
Asi Eap= (U4mep)(2/22) (ux ) + (MAmreo)((Q/2)/12) .(-ux) = 0.uy

3) C) Launidad de cualquier fuerza, incluidala electroestética, es el Newton : N = kg.m/s?
4) B) Lafuerzaes: F= q(vxB) = -1(-60i —80j) = 60i + 80j Su médulo es F= (602+802)%= 100 N
5) C)

6) B) En e primer condensador C = 100pFy W=1/2QU=1/2CU2=20.10°J.

Por lo tanto U,= (2.20.10%2.100.10°%)¥? =20 V

En el segundo condensador C = 100uFy Q=CU =2mC .

Por |o tanto U,= 2.10°%/100.10° =20 V

Son dos condensadores idénticos con de igual tensién. Si se unen los terminales de lamisma
polaridad en paralelo latension no cambiaU = U; = U, = 20V

L=1mH 7) D) Cuando pase un tiempo suficientemente

Ri=100Q largo laintensidad que recorre €l circuito en la
A\ A B N\ resistencia sera lo = (20-10)/100= 0,1 A.
Cuando transcurre €l tiempo 3tc = 3(L/R)
Vi T i Une il _ Y2 (constante de tiempo del circuito) laintensidad

—_ B esi=lo.[1-exp(-3)] =0,950lo y latension en la
resistencia es Ug=0,950.0,1.100= 9,50 V.

Pero nos piden latension entre los
bornes de laautinduccion y por lo tanto: U = 10-Ug= 10-9,50V = | UL | =050V




8) B) Laimpedanciatotal del circuito es: Z= 300 + (200-600)j = 300 - 400 |

Latension es 10082 + 0j y por lo tanto laintensidad que recorre e circuito es:

I=V/Z = (0,12+0,16{)N2. Laintensidad eficaz es 14=0,12+0,16;.

Latension eficaz en el condensador es Ve = le.Zc = (0,12+0,16)).(-600j)= 96-72] ; siendo
su valor absoluto: |Vce|= 120 V

9) C) Cuanto mas temperatura méas conductividad, mas huecos y el ectrones de conduccion.

10) B) El valor absoluto de latension(negativa) en el diodo se

D dara cuando el diodo este a corte siendo minima(mas

D| negativa) latension que suministre el alternador.

— > R1 Latension minima que suministra el alternador es: -
@ 100Q  Vygu=-12V2=-16,97V
12v Laintensidad que recorre € circuito en ese instante es

nulay no hay caida de tension en laresistencia.
Por tanto la caida de tension en el diodo es. Up= -V ynax = -16,97 — |Up|= 16,97 V

11) A) Recuerdese la estructura del MOSFET

12) Si Vce=5,7 V d transistor ha de estar en activa.
Aplicando las leyes de Krichoff:

5-Vge(act) =1000.1g — Ig = (5-0,7)/1k = 4,3 mA

10-57=1001c —> lc =43 mA

En consecuencia Ic = B.Ig = B = Ic/lg=43mA/4,3mA=

=g=10
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CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
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Plan Nueveo: 531056
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1) La zona P de un diodo de tensién umbral 0,6 V y resistencia interna
10 Q, se conecta al extremo positivo de una fuente de tensidn continua
de 6 V a través de una resistencia de 100 Q. Calcule la corriente,
Ipioee, QU atraviesa el diodo si €l otro extremo del diodo se conecta al
terminal negativo de la fuente.

A) Ipiods = 0 A.

B) IDiudu = 60,0 mA.
C) IDiudu = 54,0 mA.
D) IDiOdO = 49,1 mA.

2) Se conecta ¢l colector de un transistor BJT del tipo NPN al terminal
positivo de una pila de 10 V a través de una resistencia de 10 kQ. Su
base se conecta al terminal positivo de una pilade 1 V a través de una
resistencia de 100 k€. El emisor se conecta a los terminales negativos
de ambas pilas. Calcule la tension existente entre los extremos de la
resistencia de 10 kO si en este transistor es § = 200

A) Ug=10V.

B) UR =6V.

183 Ug=0V.

D) UR =3V,

3) Sean dos cargas Q4 = qy Qp = -2q situadas en los puntos A(-1,0)
y B(0,2), respectivamente, de un plano XY cuyas dimensiones se dan
en metros. Si se sabe que estas cargas crean cn el punto P(0,0) un
campo E = (-2i-j)/(4neg) V/m, calcule el potencial eléctrico creado por
ambas cargas en ¢l punto P(0,0).

A) Vp = -U(471’Eo) v,

BY Vp=0V

C)  Vp= l(dneg) V,

D) Vp= -”(271'80) V,

4} EI flujo del campo magnético, B, a través de una superficie cerrada
es:

A)  0Wh,
B) proparcional a la corriente eléctrica entrantc en dicha
superficie,

C) proporcional a la suma de las corrientes eléctricas circulantes
por el exterior de dicha superficie,

D) uel/Z2 Wh.

5) Se sitian dos hilos conductores rectos de longitud infinita y
diametro despreciable, H, y H,, paralclamente uno respecto del otro y
separados por una distancia de 2 m. Si por H; y H, circula la misma
corricnte | pero con sentidos opuestos, calcute la magnitud del campo
magnético, B, producido por dichas corrientes en un punto, P, que
dista 3 mde H; y | m de H,. Ademds se sabe que I es de 6 A y que
una corriente [ que circula por H; produce un campo magnético de
magnitud pl/(2=d) en un punto cualquiera situado a una distancia d
del hilo.

A) Bp=0T.
B) Bp=2uyw T.
C) Bp=dpynT.
D) Bp =2p/(3n) T.
6) Indique cual de las siguientes afirmaciones es falsa.
A) Un inversor NMOS se puede construir con dos

transistores MOSFET, siendo uno de acumulacién
y otro de deplexién.

B) En un inversor NMOS realizado con dos
transistores MOSFET, al menos uno de etlos debe
ser de canal n.

C) En un inversor NMOS existe un transistor
MOSFET que debe actuar como interruptor.
D) 5i uno de los transistores MOSFET de un inversor

NMOS acttia como resistencia, entonces su puerta
debe conectarse a la entrada del inversor.

L.
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7) Sea una fuente de tensidn alterna senoidal de 3¢ Hz de frecuencia y
de 100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-L-C serie del
que se sabe que R =300 C2, L es tal que su reactancia inductiva es de
200 €2, mientras que la reactancia capacitiva del condensador es de
600 . Calcule la tensidn eficaz entre los terminales del condensador,

A) 100V
B) 120V
C) 80V
D) 60V

8) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.
A)Un semiconductor intrinseco dopado con
pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.
BYUn cristal de silicio puro constituye un ecjemplo de
semiconductor extrinseco de tipo P.
C) En un semiconductor intrinsece la conductividad aumenta con
la temperatura.
D)Los materiales aislantes presentan una bajisima conductividad
a temperatura ambiente,
9) Un circuito RC serie con R =100 Q y C = 100uF se
conecta a una pila de 100 V. Inicialmente el condensador
estaba descargado. ;Cuanto tiempo transcurre hasta que la
tension en el condensador alcanza los 704V?

impurezas

A) t= 12,04 ms.
B) t=0s,

C) t=1,233s.
D) t= 1,033 ms.

10} Se dispone una espira conductora plana, rectangular, limitada por
los puntos A(0,0,0), B(0,5,0), C(10,0,0) y D{10,5,0) del espacio,
estando las dimensiones dadas e¢n centimetros. Toda la ecspira se
encuentra en medio de un campo magnético uniforme expresado
matematicamente por B = B(t)*i. En estas condiciones indique cual de
las siguientes afirmaciones es correcta.
A) En esa espira se produce una f.e.m. inducida sdlo si la
espira cambia de tamafio pero no de posicidn.
B) En esa espira se produce una f.e.m. inducida solo si el
campo magnético B(t) varia de magnitud en el tiempo.
C) En esa espira no se produce una f.e.m. inducida al variar la
magnitud del campo magnético B(t) en el tiempo.
D) En esa espira siempre se produce una fe.m. inducida
aunque no cambie el campo magnético o la disposicién de
la espira.
11} Sean dos condensadores cargados y aislades entre si, C; vy Ca
Inicialmente son; Ug; =10 V con C=1pF, y Un=10 V con
C, =2 pF. A continuacién esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma que los terminales positivos se unen entre si. Calcule
la carga final de C, en dicha asociacion.

A)  Q;=20uC.
B) Q,=15uC.
C)  Q=30pC.
D) Q;=10pC.

12) Calcular la tensidn U,p para el circuite dado en la figura.

A) Upg=0V.

B) Usp= 10V, B 100Q A 10V
C) Ung=-10V. —Ar , 1
D) Uxn=20V. 20V _J_ J_

0V

3000

[

.’- 200Q
Ar




TIPO C:

1.- La zona P de un diodo de tension umbral 0,6V y resistencia interna 10 ohmios se conecta al
extremo positivo de una fuente de tension continua de 6V a través de una resistencia de 100 ohmios.
Calcule la corriente que atraviesa el diodo si el otro extremo del diodo se conecta al terminal
negativo de la fuente.

El diodo esta polarizado directamente por estar la zona P al terminal positivo de la bateria y la
intensidad coincide con la que recorre el circuito.

[=V/R=(Vfuente-Vdiodo)/(R+Rdiodo)=(6-0,6)/(100+10)=5,4/110= 49,1 mA Respuesta:D

2.- Se conecta el colector de un transistor BJT del tipo NPN al terminal positivo de una pila de 10V
a través de una resistencia de 10 Kohm. Su base se conecta al terminal positivo de una pila de 1V a
través de una resistencia de 100 Kohm. El emisor se conecta a los terminales negativos de ambas
pilas. Calcule la tension existente entre los extremos de la resistencia de 10 Kohm si en este
transistor beta=200.

10k 10k
Ic
A A
100k 100k 1
Ib T ke
—10¥ S \‘m 100 — PA——
AL
Ube

Malla base-emisor :  1-Ib*100K-0,7=0 ==> Ib= (10-0,7)/100000 = 3 microAmp.

Ic= beta*Ib =200 * 3 * 10"-6= 600 microAmp.

Malla emisor-colector : 10-Ic*10K-Uce=0 ==> Uce= 10-(600*10"-6*10"4)=10-6=4V.
Uce — Ube = 4-0,7=3,3> -0,7 esta en zona activa.

Vresistencia= [c*10K= 600 * 10"-6 * 10"4 = 6V

Respuesta : A



3-Sean dos cargas Qa=q y Qb=-2q situadas en los puntos A(-1,0) y B(0,2),respectivamente,de un
plano XY cuyas dimensiones se dan en metros.Si se sabe que estas cargas crean en el punto P(0,0)
un campo E=(-2i-j)/( 4*pi*e0) V/m, calcule el potencial eléctrico creado por ambas cargas en el

punto P(0,0).

i L i
] Ay | 1
A=y __HMI
Qals 3
Eﬁ _ 1 A - ]
4men | g2 4wz
1 (9Bt 2 -2 ; g 2
Eg:= — |1 =1y = 2R
420 g 424 l6-mzy

H = -4 ==z 0= 4 H = -1 === q:_z

4-??-£D 4-??-£D lﬁ-H-SD 4-??-£D

Tenemos que la carga A es de -2C vy la B de 4C a una distancia de 1 y 2 metros.

W= ! (£+E)=DH
dmegp il 4

Respuesta: B



5.- Se situan dos hilos conductores rectos de longitud infinita y diAmetro despreciable,H1 y
H2,paralelamente uno respecto al otro y separados por una distancia de 2 metros. Si por H1 y H2
circula la misma corriente pero con sentidos opuestos, calcule la magnitud del campo magnético, B,
producido por dichas corrientes en el punto P, que dista tres metros de H1 y 1 metro de H2.Ademas
se sabe I es de 6A y que B=fi*1/2*pi*d.

La direccién de los campes
es e senlide apussho.

9
NAVA

I3 0'1 _ ok 0'6 Ho
27 -d 213 T

27 -d 271 T

Respuesta: B
7-Sea una fuente de tension alterna senoidal de S0 Hz de frecuencia y 100 V eficaces. Esta fuente se
conecta a un circuito R-L-C serie del que se sabe que R=300 ohm, L es tal que su reactancia
inductiva es de 200 ohm, mientras que la reactancia capacitiva es de 600 ohm. Calcule la tension
eficaz entre los terminales del condensador.

Z=R+(X1-Xc)j = 300+(200-600)j = 300 — 400 j

|Z|= raiz (30072+(-400)"2) = 500 ohm.

[leficaz| = Veficaz /|Z| = 100/500 = 0.2 A.

Vcondensador = [*Xc = 0,2 * 600 = 120V

Respuesta : B

9-Un circuito RC serie con R=100 ohm y C=100microF se conecta a una pila de 100V.Inicialmente
el condensador estaba descargado.;Cuanto tiempo transcurre hasta que la tension del condensador
alcance los 70V?

Q(H)=C*E*(1-e(-t/RC)) RC=100%100%10"-6 = 10"-2 = 0,01
Veondensador=Q/C= E*(1-e"(-t/RC)) = 100 * (1-e’(-/0,01)) = 70V = e(-+/0,01)=1-(70/100)=0,3

Ln(e(-t/0,01))=Ln 0,3 = -t/0,01=Ln(0,3) = t=-0,01*Ln(0,3) = 12,04 ms.



Respuesta : A

11- Sean dos condensadores cargados y aislados entre si, C1 y C2.Inicialmente son Uc1=10V con C1
=1 microF y Uc2=10V con C2=2 microF. A continuacién esos condensadores cargados se conectan
en paralelo de forma que los terminales positivos se unen entre si. Calcular la carga final de C1 en
dicha asociacion.

Cl=1 microF Vcl=10V Qcl=Cl * Vcl = 10 microC.
C2=2 microF Vc2=10V Qc2=C2 * V¢2 = 20 microC.

Al conectarlos en paralelo tendran en comtn Vfinal y Cfinal=C1+C2=3 microF y Qfinal=Qc1+Qc2=30
microC.

Vfinal = Qfinal/Cfinal = 30*¥10"-6 / 3*10"-6 =10V
En el condensador C1=1 microF tenemos Vfinal = 10V:
Qc1=C1 * Vfinal = 107-6 * 10 = 10 microC que coincide con la carga inicial por estar ambos

condensadores con el mismo V.
Respuesta : D

0 Chinal Gfinal
e ¥final— A T
¥final
I B
11 i
2

A
T 10w
- 0¥ JI 1] 300

Malla izquierda: -200 11 +20-100 11 -20=0 =>» -300 11 =0 =» 11=0
Malla exterior : -200 11 +30 —300 I3 —10 —100 I1 —20 =0 =» -300 13=0 =>» 13 =0
[1=12+13 = 12=0

Uab=R * 11 =0 Respuesta : A
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1)) Sean dos cargas Qa = -q ¥ Qg = 4(q situadas ambas en  7) Calcule €l fluyjo de la induccion magnética a través de

los puntos A(-1,0) y B(2,0) de un plano XY, Calcule los valores
del médulo del campo E y del potencial V, en el punto P(0,0) de
ese plano.
A) E= q/(zna())’
B) E =qg/(dnzg),
C) E=3q/(4ngo), V=gf(dneo),
D) E=-g/(2nep), V =3qg/(4nep),
2) El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es:
A)  siempre nulo,
B) igual a la carga existente sobre dicha superficie,
C) proporcional a la carga contenida en el interior de dicha
superficie,
D) proporcional a la diferencia entre la carga existente en el
interior y la carga existente en el exterior de dicha superficie.

V = g/(4nep),
V =3g/(4nep),

3 Cierta superficie plana, S, tiene un 4rea de 2 m® y est4 contenida
en una regién del espacio en laz que existe un campo magnético B
constante y uniforme. La magnitud de dicho campo es de 10 T y tiene
una direccidén que forma un angulo de 30° con la superficie S (si ese
dngulo fuese de 90” entonces B serfa normal a 8). ,Cudl es la magnitud
del flujo de B a través de esa superficie 8?7

A) g =10 T/m?,

B) ¢s=17,32Tn?,

C) g =10 WD,
D) ¢5=17,32 Wb.
4) Se sitdan dos hilos conductores rectos de longitud infinita, H, vy

H,, paralelamente uno respecto del otro y separados por una distancia
D. Por H, vy por H, circula la misma corriente I pero con sentidos
opuestos. Calcule la magnitud del campo magnético. B, producido por
dicha corriente, en un punto P situado a una distancia D/2 de cada
conductor, sabiendo que el campo producide por H; en un punto
cualquiera situado a una distancia d es pol/(27d).

A) Bp=0T,

B} Bpr=pIA(nD)T,

C) By=u,l/(2nD) T,

D)  Bp=2u,J/(nD) T.

5) Un condensador de 100 pF se carga hasta almacenar una
energia de 5*107 J. Con esa carga se conecta en paralelo a un
condensador de 100 uF que estaba descargado. ;Cudl es la tensién final
del conjunto de ambos condensadores puestos en paralele?

A 5V,
By 20V,
C)y 10V,
D) 5V2V.
6) L Qué tensidn tiene la fuente Uy para que todo el circuito de la

figura tenga como equivalente Thevenin, respecto a los terminales A y
B, un circuito serie formado por una fuente de 90 V y una resistencia de
150 Q7

una superficie rectangular, limitada por los vértices A(-1,2,0),
B(4,2,0), C(-1,-1,0) y D(4,-1,0), estando las coordenadas
expresadas en metros. La induccién magnética es constante en
todo el espacio e igual a B = (2,4,3) N/{A*m}.

Ay ¢=32Wh,
B) ¢ =45Wh,
C) ¢=30Wh,
D)y ¢=60Wh.
8 4 Cudl es el valor eficaz de la corriente activa absorbida por un

motor de 880 W y con factor de potencia de 0,50 cuando se conecta a
una fuente de tensién de 220 V eficaces y de 50 Hz de frecuencia?

A)  -BA
B) 4A,
C) 16A,
D) 8A.
9) Un transistor NPN funciona en zona activa cuando su base se

conecta al terminal positivo de una fuente de tension de 5 V a través de
una resistencia de 10 k€2, su colector se conecta al terminal positivo de
una fuente de 20 V a través de una resistencia de 100 Q vy el emisor se
conecta a los terminales negativos de ambas fuentes. Si p = 100, calcule
la corriente que circula por el colector,

A} Ic=200mA,
B) Ic=198mA,
C) Ic=50mA,
D) Ic=43mA.

10)  La zona de tipo N de un diodo zener se conecta al terminal
positivo de una fuente de tension de 15 V a través de una resistencia
serie de 1000 Q. La zona P de ese diodo se conecta al terminal negativo
de dicha fuente. Sabiendo que este diodo se caracteriza por Uz = 5,6
V,rz=100Q, Uy =0,7 V y 1y, =10 O, jcudl es la corriente que circula
por el diodo?

A)  no conduce,

B) Ip,=14,16 mA,

C) [p=8355mA,

D) Ip=15mA.

1D {Cudl de las afirmaciones siguientes es cierta?

A)  En un transistor bipolar NPN funcionando en zona activa, la
corriente de la unién PN emisor-base controla la corriente que
circula por la unidén PN colector-emisor,

B) En un transistor JFET existe una unién PN entre fuente y
drenador,

C)  En un transistor MOSFET la puerta se conecta al canal a través
de una union PN,

D)  En un transistor MOSFET de deplexién, cuando la tensién entre
la puerta y fuente es nula, existe una corriente no despreciable
entre drenador y fuente.

A) Ug=90V 12) Para ¢l circuito de la figura calcule el valor maxime de la
B) Uy=-90 \} corriente que circula por el diode zener?
Q) Ux=210V, R1
Dy Uyx=30V. A) no conduce, A
B) Low=21,03ma, Ueficaz = B V Vi [+ I
250 O A 100 Q Q) loae= 97,40 mA, — &) - ‘Ts,gz = RN
— - z =
J\ \,\ D) lpax= 67,27 mA. . gg z gtgv
Uy | 4500 240 V| o v ‘ N
T 200Q 350 Q 'l'
B
. - ’ -
~
D ~
v .
R
' L
S N
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FUNDAMENTOS FiSICOS DE LA INFORMATICA - EUITI/UNED
SEPTIEMBRE - PRUEBA PERSONAL

INFORMATICA DE SISTEMAS

CODIGOS PARA LA HOJA DE LECTURA OPTICA:

Curso 02/03
Tiempo Total: 2 HORAS

MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.
PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - 0,4 PUNTOS.
RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE m ESTA HOJA.
Plan Nuevo: 531056

Plan Viejo: 40105~ EXAMENTIPO C

1y Una bobina tiene un micleo de permeabilidad p, = 700,
longitud 1=10cm, seccién $=2.5 e¢m® | y 1000 espiras.
;Cuanto vale el coeficiente de autoinduccidén, siendo
pe=4*1*10”7 Wb/(A*m)?
Ay 0445 H
B) 2.199H
C) 2.199T
D) 0.445T
2) Sean dos cargas Q4 = -1C y Qg -4C situadas en los puntos A(-1,0)
y B(4,0) de un plano XY. Calcule el potencial, V, en el punto P(0,0)
de ese plano si todas las posiciones se dan en metros.
A) Vp=-1/2negy) V.
B) Ve=1/2zme) V
Cy Vp=0V
D) Vp=-3/(16reg) V

3) El flujo del campo magnético, B, a través de una superficie
cerrada es:

A) OWD,
B) proporcional a la corriente eléctrica entrante en dicha
superficie,

C) proporcional a la suma de las corrientes eléctricas circulantes
por el exterior de dicha superficie,
D) pel/2 Wh.

4) Se dispone una espira conductora plana, rectangular, limitada por
los puntos A(0,0,0), B((,5,0), C(10,0,0) v D{10,5,0) del espacio,
estando las dimensiones dadas en centimetros. Toda la espira se
encuenira en medio de un campo magnético uniforme expresado
matematicamente por B = B(t}*i. En estas condiciones indigque cuél de
las siguientes afirmaciones es correcta.
A) En esa espira se produce una f.e.m. inducida solo si la
espira cambia de tamafio pero no de posicidn.
B) En esa espira se produce una fe.m. inducida sélo si el
campo magnético B(t} varia de magnitud en el tiempo.
C) En esa espira no se produce una f.e.m. inducida al variar
la magnitud del campo magnético B(t) en el tiempo.
D) En esa espira siempre se produce una fe.m. inducida
aunque no cambic ¢l campo magnético o la disposicién de
la espira.

5) Un condensador de 10 uF esta cargado de tal forma que su tension
es de 10 V. A continuvacién se le afiade carga hasta que su tensién
alcanza los 15V. ;Cuél es la carga final almacenada en esie
condensador?

Ay 15pC.

B) 50pC.

C) 100 uC.

D) 150 uC.
6} Para el circuito de la figura calcule la tensién Uyy, entre los
terminales A y B cuando entre esos terminales se conecta una
resistencia de 150 2, 0 sea, Ryp = 150 Q. R1 =300 Q, R2= 100 Q).

A) UAB =50V

B) UAB = -ESV !
D) Up=10V 100 A ooV
V2 R1

I B 300

;‘|" ov

7) De un cristal de silicio puro, sin impurezas, se puede decir que:
A) es un semiconductor extrinseco de tipo P;
B) esun semiconductor intrinseco;
C) es un semiconductor exirinseco de tipo N;
D) es un metal conducior cuya conductividad disminuye al
aumentar la temperatura.

8) Un circuito RL serie, en el que la bobina estd inicialmente
descargada y donde son R = 100 Q y L. = 10 H, se conecta a una fuente
de tension de 200 V. ;Cual es la maxima tensidn que se registra entre
los extremos de 1a resistencia después de la conexion?

A)y 0V,

B) infinito,
C) 20V,
D) 200V.

9) Sea un circuito RL serie formado por una resistencia R = 2000 y
L =400mH, que se conecta a una fuente de tensién senoidal de
100 Hz y cuyo valor eficaz de la tensién es de 220 V. Indique el valor
del mddulo de la impedancia de este circuito RL serie.

Ay Z=3212Q.

B) Z=200Q.

C) Z=15835Q.

D) Z=4513 Q.

10) La zona P de un diode de tensidn umbral 0,6 V v resistencia
interna 10 €, se conecta al extremo positivo de una fuente de tensidn
continua de 6 V a través de una resistencia de 100 Q. Calcule la
corriente que atraviesa el diodo si el otro extremo del diodo se conecta
al terminal negativo de la fuente.

A)  Ipiede = 0 A,

B) IDi()LlD = 60,0 mA.

C) IDi()llD = 54,0 mA.

D) IDiodo = 49,] mA.

11) Se conecta el colector de un transistor BJT del tipo NPN al
terminal positive de una pila de 10 V a través de una resistencia de
10 kQ. Su base se conecta al terminal positivo de una pilade 1V a
través de una resistencia de 100 k. El emisor se conecta a los
terminales negativos de ambas pilas. Calcule la tension existente entre
los extremos de la resistencia de 10 kQ si en este transistor es § = 200.

A) Ug=10V.

B) Ux=6V.

Cy Ug=0V.

D) Ug=3V.

12) (Qué ley del electromagnetismo relaciona la fe.m. con la
variacion del flujo magnético?

A) Laleyde Lenz,

B} Laleyde Ampere,

C) Laleyde Faraday,

D) Laleyde Gauss.

Nota: "En caso de examinarse con valija
vitual ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR EL
ENUNCAIDO DE LA PRUEBA CON SUS
DATOS PARA QUE SE LE CORRIJA ESTA".
En ningtn caso olvide consignar en el apartado
correspondiente su DNI y el TIPO DE EXAMEN
que realiza (A, B, C 6 D).
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FEBRERO — 1* Semana —- PRUEBA PERSONAL
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MATERIAL DE EXAMEN: SOLO SE PERMITE EL USO DE CALCULADORA NO PROGRAMABLE.

PUNTUACION: RESPUESTA CORRECTA, 0,833 PUNTOS; RESPUESTA ERRONEA, - ¢4 PUNTOS.

RESPONDA EN LA HOJA DE LECTURA OPTICA DE LA OTRA CARA Y ENTREGUE SOLO ESTA HOJA CON LOS ENUNCIADOS.
TMPRESCIDIBLES CODIGOS PARA LA HOJTA DE LECTURA GPTICA: DNI, Plan Nuevo: 531056 Plan viejo: 40105-, EXAMEN TIPO A

B

Se disponen tres cargas puntuales Q,, Qg v Q¢ en los puntos
A(2,0,0), B(-1,0,0) v C(L,0,0). Sabiendo que sus cargas son
Qs = 2q v Q¢ = 8q, ;qué valor debe tener Qp para que la
fuerza sobre Q¢ sea nula?

A) QB = _q':
B) Qp=-%q,
C) QB = Qc,
D) Qp=2Q..

2) Un condensador inicialmente descargado se carga con una

corriente constante de valor I =4 mA, durante 5 ms. ;Cudl es
la capacidad de ese condensador, si la tension final en los
extremos del condensador es Upgyp = 2 V?

A) 1001F,
B) 0.1 uF,
C) 10 pF,
D) 1uF.

3) Un diode de union PN con tension umbral de 0.7 V se conecta

a un circuito de tal manera que el catodo presenta una tensién
de 1.2 V mientras que el d&node presenta una tensidn de 0.9V,
medidas ambas respecto de una referencia comun. ;Cudl es el
comportamiento del diodo en estas condiciones?

A)  Secomporta como una pilade 0.7V,

B) Secomporta como un circuito abierto,

C) Secomporta como una pila de 0.7V en serie conuna R,
D) Se comporta como un cortocircuito.

4) El circuito inversor formado por la unién de dos transistores

de acumulacién, un NMOS con un PMOS, conectados con
sus puertas a la entrada, sus drenadores a la salida, la fuente
del PMOS a la alimentacion vy la fuente del NMOS a masa, se
denomina:

A) inversor TTL,

B) inversor NMOS,

Cy inversor PMOS,

D) inversor CMOS.

5) Un transistor BJT del tipo NPN se encuentra en un circuito

6)

electrénico y presenta las siguientes fensiones entre sus
terminales: Ugg = -0.7V vy U = -0.7V. En estas condiciones
este transistor esta trabajando en la zona:

A) activa,

B) oOhmica o de resistencia,

C) de saturacion,

D) decorte.

+Qué tension tiene la fuente Uy para que todo el circuito de la

figura tenga como equivalente Thevenin, respecto a los terminales A y
B, un circuito serie formado por una fuente de 90 V y una resistencia de

150 027
A) Ug=90V,
B) Uy=-90V, 250 Q A 100 €2
C) Ux=210V, W N
D) Ux=30V. UxJ_ 4500 240V
"' 200 O 350 O '|'
—t—

7) Se tienen dos condensadores, Cap (de terminales A vy B) v
Cep (de terminales C y D) conectados entre si por los
terminales B y C. Los terminales A y D se conectan a los
terminales de una fuente de tensién de 12 voltios. Si Cap =
300 nF y Cep = 100 nF, calcule la tension entre los

terminales A y B.
Ay 12V,

B) oV,

Cy 3V,

Dy 9V,

8) Sean dos condensadores cargados y aislados entre si, C) y Ca
Inicialmente son: U =10 V con C,=1uF, y Ug=10 V con
C> =3 uF. A continuacidn esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma que se unen entre 81 los terminales de signo distinto.
Calcule la carga final de C, en dicha asociacidn.

A) Q =0C.
B) Q =5uC.

C) Q,=10pC
D) Q=30 pC.

9) Para el circuito de la figura calcule la tension U,ps, entre los
terminales A y B cuando entre esos terminales se conecta una
resistencia Rap tal que reciba la maxima transferencia de potencia.

A) Upp=-15V

BY Usp=75V
C) U,\B =15V > ,
D) Usg =80V - ! % % o
- H e B
r&mg * F: | %‘ S0
{
Lo L w1
:“';1 it *gr 8 <300
! T
! i ;

10) Sea una fuente de tensidn alterna senoidal de 30 Hz de frecuencia y
de 100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-L-C serie del
que se sabe que R =300 Q, T. es tal que su reactancia inductiva es de
200 €, mientras que la reactancia capacitiva del condensador es de
—600 Q. Caleule la tension eficaz entre los terminales del condensador.

A) 100V
B) 120V
C) 80V
D) 60V

1 1) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Un semiconductor intrinseco dopado con impurezas de
pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.

B) Un cristal de silicio puro constituye un ejemplo de
semiconductor extrinseco de tipo P.

C) En un semiconductor intrinseco la conductividad aumenta con
la temperatura.

D) Los materiales aislantes presentan una bajisima conductividad
a temperatura ambiente.

12) En el Sistema Internacional, las unidades para el campo
magnético y para la capacidad son, respectivamente:
A) Faradioy Tesla,
B) Faradio y Henrio,
C) Tesla y Henrio,
D) Tesla y Faradio.
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1) Un diode de unidn PN con tensién umbral de 0.7 V se conecta
a un circuito de tal manera que el catodo presenta una tensién
de 1.2 V mientras que el &nodo presenta una tension de 0.9 V,
medidas ambas respecto de una referencia comun. (Cual es el
comportamiento del diodo en estas condiciones?
A) Secomporta come una pila de 0.7V,
B} Secomporta como un circuito abierto,
C) Secomporta como una pila de 0.7V en serie con una R,
D) Se comporta como un cortocircuito.

2) El circuito inversor formado por la unién de dos transistores
de acumulacion, un NMOS con un PMOS, conectados con
sus puertas a la entrada, sus drenadores a la salida, la fuente
del PMOS a la alimentacién y la fuente del NMOS a masa, se
denomina:

A) inversor TTL,

B) inversor NMOS,
¢y  inversor PMOS,
D) inversor CMOS.

3) Un transistor BJT del tipo NPN se encuentra en un circuito
electronico v presenta las siguientes tensiones entre sus
terminales: Ugg = -0.7V vy Ueg = -0.7V. En estas condiciones
este transistor estd trabajando en la zona:

A) activa,

B) o6hmica o de resistencia,
C) de saturacion,

D) decorte.

4) ;Qué tension tiene la fuente Uy para que todo el circuito de la figura
tenga como equivalente Thevenin, respecto a los terminales A y B, un
circuito serie formado por una fuente de 90 V y una resistencia de 150
Q7
A) Ux=90V, _
B) Uyx=-90V, 250 Q2 A 100 Q

C) Uy=210V, Ny W

D) Ux=30V. ;00 240V

'[ 20‘})\9 33,?9 '|'

B

5) Se disponen tres cargas puntuales Q,, Qp v Q¢ en los puntos
A(2,0,0), B(-1,0,0) v C(1,0,0). Sabiendo que sus cargas son
Qs =2q v Q¢ = 8q, ;qué valor debe tener Qg para que la
fuerza sobre Q¢ sea nula?

A) Qp=-q
B) Qp=-8q,
) Qp=Qc
D) Qp=2Qa.

6) Un condensador inicialmente descargado se carga con una
corriente constante de valor I = 4 mA, durante 5 ms. ;Cuil es
la capacidad de ese condensador, si la tension final en los
extremos del condensador es Uponp =2 V?

A) 1000F,
B) 0.1uF,
C) 10 pF,

D) 1uF.

7) En el Sistema Internacional, las unidades para el campo
magnético y para la capacidad son, respectivamente:
A} Faradio y Tesla,
B) Faradio y Henrio,
C) Teslay Henrio,
Dy Tesla y Faradio.

8) Se tienen dos condensadores, C,p (de terminales A y B) y
Cep (de terminales C y D) conectados entre s{ por los
terminales B y C. Los terminales A y D se conectan a los
terminales de una fuente de tension de 12 volties. 81 Cip=
300 oF v Cep = 100 nF, calcule la tension entre los

terminales A vy B.

A) 12V,
B) 6V,
C) 3V,
D) 9V.

9) Sean dos condensadores cargados vy aislados entre si, C; v Ca.
Inicialmente son: Ug =10 V con C,=1uF, v Ue=10 V con
C»> =3 uF. A continuacion esos condensadores cargados se conectan en
paralelo de forma gue se unen entre si los terminales de signo distinto.

Calcule la carga final de C, en dicha asociacion.
A Q=0C.
B) Q,=5uC.
C) Q =10pC.
D) Q,=30pC

1) Para el circuito de la figura calcule la tension Uup, entre los
terminales A y B cuando entre esos terminales se conecta una
resistencia Ray tal que reciba la mixima transferencia de potencia.

A)Y Ugp=-15V

B) Uap=75V

C) Up=13V o ; i ; "
D) U =80V we? ! A + v
I1)Sea una fuente de & ?,N ' e gwﬁ;
tension alterna senoidal de g !
50 Hz de frecuencia vy de : é ;

100V eficaces. Esta fuente se conecta a un circuito R-L-C gerie del que
se sabe que R=300Q, T es tal que su reactancia inductiva es de
200 €2, mientras que la reactancia capacitiva del condensador es de
=600 £2. Calcule la tension eficaz entre los terminales del condensador.

A) 100V
B) 120V
C) 80V
D) 60V

12) Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.

A) Un semiconductor intrinseco dopado con impurezas de
pentavalentes constituye un semiconductor tipo N.

B) Un cristal de silicio puro constituye un ejemplo de
semiconductor extrinseco de tipo P.

C) En un semiconductor intrinseco la conductividad aumenta con
la temperatura.

D) Los materiales aislantes presentan una bajisima conductividad
a temperatura ambiente.
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1) B 1’'3-0°9=0,4V <0,5 V. No llega al umbral, no conduce y esta al corte.
2) D Latecnologia que usa transistores NMOS y PMOS se conoce como CMOS.

3) C Siendo Ugg = 0°7 V la union base emisor esta conectada en directo. Siendo Ugc = 0’7 V la unidn base
colector esta conectada en directo. Estamos en saturacion.

4) D Para que Uy sea 90V la diferencia de potencial entre A y B debe ser precisamente 90V. Aplicando las
leyes de Krichoft:
Ux—Vag=2501; +2001;; 240-Vag=1001,+3501, ; I=1+ I,
Sabiendo que Vag =90V y [=90/450 = 0’2 A podemos resolver el sistema de ecuaciones, de donde U, =30V

5 C
g1 842 _ 1 89, 1 8-2g_ 1 3840
€ 4me, 1P Ame, 20 dme, 11 4ms, 27
8429 8q-0
q12 q: q22 - ;2q'22:Qb ;Qb:8q

6) C La carga que recibe en esos 5 ms es: Q= 1.t =4mA.5ms =20 uC.
En un condensador C=Q/V=20 uC/2V =10 pF

7) D Teslay Faradio

8) C Ambos condensadores estan en serie. Tienen la misma carga. La capacidad equivalente es:
1/C=1/300+ 1/100 =4/300 = C=75nF . Lacargaes : Q=C.V=75nF. 12V =
=0’9 uC ; y por tanto: Vag= Q/Cap=0’9 uC/300nF= 3V
9 B
V=10V C =1uF  Q =10uC - 20uC
V,=10V C,=3uF Q,=30uC ' 4uF
C,=4uF Q,=20uC Oy =1uF -5V =5uC

SV

10) B Para que reciba la maxima trasferencia de potencia Rap ha de ser la correspondiente a la resistencia
equivalente de Thevenin mirado desde los puntos A y B; dsea la resistencia equivalente a R; y R, en
paralelo.

Asi: 1/Rap=1/Ro=1/R;+ 1/ Ry ==1/100 + 1/300 = 0,133 - Ry =Rap =75 Q
V, Siendo la resistencia entre A y B es de 75 Q
—l— aplicamos las leyes de Krichoft:

Re=100 © A 90V 1“malla:10 = 1001, - 751 ;
U I L 2“malla: 90 = 300 I, + 75I;
AB
10V I L=1+ 1,
B Resolviendo el sistema:

A\ I=1/10A ; ,=7/40A ; ,=11/40 A
y por lo tanto: Upg=751=7,5V

11)B Z=\/3002+(200—600)2 =500Q ; I :Mzo,u -V, =0,24-600Q =120V
75000 e

12) B En los semiconductores extrinsecos se han afiadido impurezas dadoras o aceptoras.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

En el Sistema Internacional, las unidades para el campo
magnético y para la capacidad son, respectivamente:

A) Faradio v Tesla,

B) Faradio y Henrio,

C)  Tesla v Henrio,

D) Tesla y Faradio.

Indigue cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

A) Enel S.1. la unidad del potencial eléctrico es el voltio.

B) De la Ley de Coulomb se deduce que el mddulo de la fuerza
entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al
producto de sus cargas e inversamente proporeional al cubo de la
distancia que las separa.

C) Se entiende por cuantificacion de la carga eléctrica la condicion
por la cual, en todo cuerpo cargado, ésta es un multiplo entero,
positivo o negativo, de la carga del electron.

D) Los conductores se earacterizan porque en condiciones estiticas
el campo eléctrico es nulo en su interior y la carga se sitia
distribuida por la superficie.

De un imdn permanente se puede decir que:

A) Estd constituido por un medio ferromagnético lineal.

B) En su interior la permitividad es siempre la del vacio.

C) Estd constituido por un medio no lineal en cuyo interior el vector
imanacién no es nulo en ausencia de campo H debido a
corrientes libres.

D) Estd constituido por un material ferromagnético no lineal en
cuyo interior siempre se cumple que B=p, H, de forma
permanente.

Se disponen tres cargas puntuales Qu, Qg v Q¢ en los puntos
A(2,0,0), B(-1,0,0) ¥ C(1,0,0). Sabiendo que sus cargas son
Qs = 2q v Qr = 8q, ;qué valor debe tener Qg para que la
fuerza sobre Q¢ sea nula?

A) Qp=-q,
B) Qp=-8q,
Cy Q=0Q
D) Qg =2Q..

;Cual es la magnitud de la fuerza que actha sobre una
particula con carga Q = 2 mC, que se desplaza por el espacio
a una velocidad uniforme v = (1,2,-1.5) m/s, si en un instante
v en un punto dados es sometida a un campo magnético
uniforme de valor B =(2,1,-5) N/(A*m)?

A)  23¥107 N,

B) 1847*10° N,

C) 9.23*107N,

D) 115%10°N.

Para el circuite de la figura, se cierra el interruptor en el instante

ty=0s. Si t¢ es la constante de tiempo del circuito, calcule la tension
Uap en la resistencia en el instante de tiempo t = tyt+tc.
Nota: R1=100€. L1 =1 mH.

L4 Lk » By 100

B SN Y
A) Uxp=63V i " mre;m# g, AT I
: 5 u

-

B) Uw=-33V
C) Uwp=33V
D) U,=-63V

7} Calcule la capacidad equivalente de la asociacién de tres
condensadores de 1 pF en: (a) serie; (b) paralelo.

A)(a)  3.00uF; (b) 3.00uF.
B) (a)  0.33uF; (b) 3.00uF.
C) (a)  033uF; (b) 0.33uF.
D)(a)  3.00uF; (b) 0.33uF.

8) Un diodo zener se diferencia de un diodo normal en que, el
diodo zener:
A) no presenta una conduccidén elevada en la zona directa
hasta que se sobrepase la tensidn zener;
B) no presenta una conduccién elevada en la zona directa e
inversa hasta que se sobrepase la tension zener;
C) no presenta una conduccién elevada al sobrepasar la
tensién zener;
D) ne presenta una conduccién elevada en la zona inversa
hasta que se sobrepase la tensioén zener.

) Las familias TTL y CMOS se diferencian en:
A} la familia CMOS tiene un consumo menor de potencia y
un margen de tension de alimentacion Uge menor;
B} la familia TTL tiene un consumo menor de potencia y un
margen de tension de alimentacion Uy menor;
C) la familia TTL tiene un consumo menor de potencia y un
margen de tension de alimentacion Uge mayor;
D) la familia CMOS tiene un consumo menor de potencia y
un margen de tension de alimentacion Uge mayor.
L)) Para el circuito de la figura calcule la tensién maxima que se puede
medir entre los extremos de la resistencia de 100 Q si la fuente es de
12 V eficaces y el diodo presenta una tensién umbral de conducceion de
IV v una resistencia serie equivalente en conduccidon de 10 Q.

R1=100<Q. »

. i
A) 145V A [
B) 162V ) g"
C LoV Al P
D) LV | ——

11y Un sistema de calefaccidn elécirica es equivalente a un
circuito RL serie con R=50 chmios v L=100mH. Calcule el
factor de potencia del sistema si se conecla a una red eléctrica de
220Vgpcaz v S0HzZ.

A) 118

B) 0.53

C) 0.63

D) 0.85

12) Para el circuito de la figura caleule la potencia disipada por R2 si es
B=100 vy el transistor es ideal
Rl=1k{ R2=1000.

A) Pp=025W.
B) Pr=1849W.
C) Pp=0W.
D) PRE =1W.
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